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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§2) Lichtempfindliches Material 

@ Beschrieben wird ein lichtempfindliches Material mit einer 
sehr geringen Absorption fur Licht kurzer Wellenlangen, das 
sich bezuglich Trockenatzbestandigkeit auszeichnet. Dieses 
lichtempfindliche Material umfaSt eine Verbindung mit 
Terpenoid-Skelett. Vorzugswetse ist die Verbindung mit 
Terpenoid-Skelett eine Verbindung mit einer einwertigen 
Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen 
Formel (1). 

R 

CH 3 



einen geschlossenen Ring bilden konnen. 



CM 
CM 

ir> 

CM 

w 

CD 



a 




CH 3 



Formel ( 1 ) 



worin bedeuten: 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasser- 
stoffgruppe und 

die Reste R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein 
konnen) einzeln jeweils in Wasserstoff- der Halogenatom 
oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxy!-, Alkoxy-, Amino-, 
Imid-, Amid-, Sulf nyl-, Carboxyl-, Carbonyl- oder Sulf na- 
midgruppe, wobei zw i benachbarte Reste R 1 zusammen 

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 11.95 508 064/538 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein lichtempfindliches Material mit Eignung zur Ausbildung eines feinen 
Musters bei der Herstellung einer Halbleitervorrichtung und dergleichen. 
5 Bei der Herstellung von elektronischen Teilen, wie eines Halbleiterelements, wird mit Hilfe der Photolithogra- 
phic ein feines Muster gebildet. Die Technik der Photolithographic lauft wie folgt ab. Zuerst wird durch 
Auftragen eines Resistmaterials auf beispielsweise ein Halbleitersubstrat ein Photoresistdiinnfilm gebildet Der 
so gebildete Photoresistdiinnfilm wird anschlieBend durch ein vorgegebenes Maskenmuster belichtet und da- 
nach verschiedenen Verfahren wie Entwickeln und Spiilen unterzqgen, urn ein Resistmuster auszubilden. Dieses 

io Resistmuster wird anschlieBend als atzbestandige Maske in einem Atzverf ahren verwendet, wobei die freiliegen- 
den Teile des Substrats unter Bildung eines Musters aus feinen Linien oder einem Fenster geatzt werden. 
Dadurch wird das gewunschte Muster erhalten. SchlieBHch wird das auf dem Substrat verbliebene Resistmuster 
entf ernt, wodurch ein Diinnfilmmuster erhalten wird. 
Angesichts eines Trends in jungster Zeit in Richtung auf eine weitere ErhShung der Integration von Halblei- 

15 terelementen wurde die Entwickiung einer Photolithographietechnik gefordert, die ein noch feineres Muster zu 
realisieren vermag. Um einer derartigen Forderung zu genugen, wird gegenwartig die Verwendung von Belich- 
tungsquellen kiirzerer Wellenlange untersucht Beispielsweise wurde ein Verfahren zur Ausbildung eines feine- 
ren Resistmusters unter Verwendung eines ArF-Excimerlasers (Wellenlange 193 nm) oder der fttnften harmoni- 
schen Oberschwingung eines YAG-Lasers (Wellenlange 218 nm) entwickelt Unter Verwendung einer derarti- 

20 gen Lichtquelle wurde es mdglich, die minimale Linienbreite eines Verdrahtungsmusters in den Submikronbe- 
reich zu verringera Die Untersuchungen zur Ausbildung eines derartigen feineren Musters gehen jedoch noch 
weiter. 

Im Hinblick auf eine wirksame Durchfuhrung eines feinen Mustergebungsverfahrens ist gegenwartig die 
Entwickiung eines Resistmaterials erforderlich, das sich bezuglich Trockenatzbestandigkeit in der Stufe der 
25 Ausbildung eines Verdrahtungsmusters auszeichnet. 

In diesem Zusammenhang ist die Verwendung einer lichtempfindlichen Zusammensetzung mit einer aromati- 
schen Verbindung als Resistmaterial bekannt. Als dieser Typ von Resistmaterial wurden verschiedene Arten von 
Resistmaterialien, die Phenolharz als Grundmaterial enthalten, entwickelt. Wenn dieser herkdmmliche Resist- 
materialtyp jedoch bei einem Mustergebungsverfahren unter Verwendung von kurzwelligem Licht als Licht- 
30 quelle gemaB den obigen Ausfuhrungen verwendet wird, ist es aufgrund der hohen Lichtabsorption des Resist- 
materials unmoglich, daB das Belichtungslicht tief genug zu einer erforderlichen Stelle, die von der Oberflache 
des Resistfilms entfernt ist, vordringt. Dies fuhrt dazu, daB es sehr schwierig war, mit diesem herkommlichen 
Resistmaterial ein feines Muster auszubilden. Dies wirft jedoch Probleme auf. 

Andererseits wurde die Verwendung von Polymethylmethacryiat (PMMA) ohne aromatischen Ring unter- 
35 sucht, da dieses Harz eine geringe Lichtabsorption aufweist Die Harze dieses Typs sind jedoch mit dem Problem 
behaftet, daB sie eine geringe Trockenatzbestandigkeit aufweisen. 

Wie oben ausgefiihrt, wurde folglich gefordert, ein lichtempfindliches Material zu entwickeln, das eine geringe 
Lichtabsorption und eine ausreichende Trockenatzbestandigkeit aufweist, um ein feines Muster im Submikron- 
bereich realisieren zu konnen. 
40 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit die Bereitstellung eines lichtempfindlichen Materials, das sich 
bezuglich Durchlassigkeit fur Licht kurzer Wellenlange, insbesondere gegenuber einem KrF-Excimerlaserstrahl 
sowie einem ArF-Excimerlaserstrahl, auszeichnet und eine ausreichende Trockenatzbestandigkeit aufweist. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein lichtempfindliches Material zur Ausbildung eines Musters, das 
eine Verbindung mit einem Terpenoid-Skelett umfaBt 
45 Vorzugsweise ist die Verbindung mit Terpenoid-Skelett eine Verbindung mit einer einwertigen Menthyl- oder 
Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1); 
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Formel (1) 



worin bedeuten: 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe, 

die Reste R 1 , die gleich oder verschieden sein konnen, jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine 
Kohlenwasserstoffgruppe, eine Hydroxylgruppe, eine Alkoxygruppe, eine Aminogruppe, eine Imidgruppe, eine 
Amidgruppe, eine Sulfonylgruppe, eine Carboxylgruppe, eine Carbonylgruppe oder eine Sulfonamidgruppe, 
wobei zwei benachbart Reste R l gemeinsam unter Bildung eines geschlossenen Rings verbunden sein konnen. 
Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung. 
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Die beigefiigte Zeichnung veranschaulicht bevorzugte Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung und 
dient zusammen mit der obigen allgemeinen Beschreibung und der folgenden detaiHierten Beschreibung bevor- 
zugter Ausfuhrungsformen zur Erlauterung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 1 zeigt in graphischer Darstellung die Beziehung zwischen dem Monomergehalt, dera Gehalt an einer 
aikaiildslichen Gruppe und dem Gehalt an einer durch eine Saure zersetzbaren funktionellen Gruppe. 5 

ErfindungsgemaB wurde festgestellt, daB sich eine Verbindung mit Terpenoid-Skelett bezuglich Trockenatz- 
bestandigkeit auszeichnet, obwohl sie keinen aromatischen Ring aufweist Die vorliegende Erfindung beruht auf 
dieser Erkenntnis. 

Da diese ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung keinen aromatischen Ring in ihrem Molekiil besitzt, 
weist die ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung inharent eine geringe Absorption von Licht kurzer 10 
Wellenlangen, beispielsweise von KrF- oder ArF-Excimerlaserstrahlen, auf, & h. sie besitzt eine ausgezeichnete 
Durchlassigkeit fiir Licht einer derartigen kurzen Wellenlange. 

Durch die Einarbeitung einer derartigen, ein Terpenoid-Skelett enthaltenden Verbindung ist es mdglich, ein 
lichtempfindliches Material herzustellen, das sich bezuglich Durchlassigkeit gegeniiber Licht kurzer Wellenlan- 
gen, beispielsweise UV-Strahlen, tiefem UV-Licht, KrF-Excimerlaserstrahlen einer Wellenlange von 248 nm 15 
oder ArF-Excimerlaserstrahlen einer Wellenlange von 193 nm, auszeichnet und gleichzeitig eine ausgezeichnete 
Trockenatzbestandigkeit besitzt. Unter Verwendung eines erfindungsgemaBen lichterapfindlichen Materials ist 
die akkurate Ausbildung eines Musters im Viertelmikronbereich mdglich. 

Insbesondere wenn eine ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Ment- 
hylderivatgruppe verwendet wird, ist es mdglich, ein lichtempfindliches Material herzustellen, das eine hdhere 20 
Trockenatzbestandigkeit aufweist. Die Grunde dafiir werden im folgenden ausgefuhrt. Erstens bleiben, da die 
Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe aus einer Ringstruktur besteht, selbst wenn eine Kohlenstoff-Koh- 
lenstoff-Bindung hiervon getrennt wird, andere Kohlenstoff-Kohlenstoffbindungen noch bestehen. Zweitens 
kann diese ausgezeichnete Trockenatzbestandigkeit kann einer Wirkung, die davon herruhrt, daB die eine 
Menthyl- oder Menthylderivatgruppe enthaltende Verbindung chiral ist, oder einer sterischen Wirkung, die 25 
davon herruhrt, daB in der Menthylgruppe eine Alkylsubstituentengruppe, beispielsweise eine Isopropylgruppe 
oder Methylgruppe vorhanden ist, zugeschrieben werden. Drittens tragt die Anwesenheit einer Substituenten- 
gruppe zur Stabilisierung der Ringkonformation bei, wodurch die Trockenatzbestandigkeit in gewunschter 
Weise beeinfluBt wird. 

Es sei daraufhingewiesen, daB sich Terpen im Hinblick auf Sicherheitsbelange auszeichnet, da Terpen in der 30 
Natur vorkommt und als Rohmaterial fiir Duftstoffe, als Nahrungsmittel oder Medikament verwendet wird. 
Selbst wenn die ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung in einem Polymer verwendet wird, weist ein 
daraus hergestelltes lichtempfindliches Material folglich ausgezeichnete Sicherheit auf, da die aus der Zerset- 
zung des Iichtempfindlichen Materials hervorgehende Verbindung ein Terpen ist 

Details uber die erfindungsgemaBen Iichtempfindlichen Materialien werden im folgenden erlautert 35 

Beispiele fiir die Iichtempfindlichen Materialien sind Harze, deren Riickgrat so ausgestaltet ist, daB es durch 
Licht einwirkung abgetrennt werden kann, Harzzusammensetzungen mit einer Verbindung, deren Loslichkeit 
durch Belichtung erhdht wird (Positivresist), Harze, die bei Belichtung vernetzt werden kdnnen, und Harzzusam- 
mensetzungen mit einer Verbindung, deren Loslichkeit durch Belichtung verringert wird (Negativresist). 

Ein weiterer geeigneter Resist ist ein chemisch verstarkter Resist, dessen Empfindlichkeit durch eine photo- 40 
chemische Reaktion oder eine thermische Reaktion nach Belichten erhdht werden kann. 

Beispiele fiir positive chemisch verstarke Resists sind lichtempfindliche Zusammensetzungen mit einer Ver- 
bindung mit der Fahigkeit zur Erzeugung einer Saure bei Bestrahlung mit Licht (oder einem sogen. Photosaure- 
generator), einer Verbindung mit mindestens einer Bindung, die durch eine Saure zersetzt werden kann, bei- 
spielsweise einer Verbindung mit einer die Loslichkeit hemmenden Gruppe, und einem aikaiildslichen Harz 45 
neben den oben erwahnten erforderlichen Verbindungen. 

Beispiele fiir negative, chemisch verstarkte Resists sind lichtempfindliche Zusammensetzungen mit einem 
Photosauregenerator, einem aikaiildslichen Harz und einer Verbindung mit der Fahigkeit zur Vernetzung des 
aikaiildslichen Harzes in Gegenwart einer Saure oder einer Verbindung, deren Ldslichkeit in Anwesenheit einer 
Saure verringert wird. 50 

Das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material ist dadurch gekennzeichnet, daB eine Gruppe mit Terpe- 
noid-Skelett in das Molekulskelett einer diese Iichtempfindlichen Materialien bildenden Verbindung, beispiels- 
weise die Ruckgratkette oder Seitenkette einer Harzkomponente, oder in das Skelett weiterer Komponenten, 
beispielsweise einer Iichtempfindlichen Komponente, oder einer anderen einen Photosauregenerator oder einen 
Ldslichkeitsinhibitor umfassenden Komponente eingefuhrt ist. 55 

Der Gehalt an Terpenoid-Skelett im Feststoffgehalt des Iichtempfindlichen Materials sollte vorzugsweise 
5— 95Gew.-% betragen. Wenn der Gehalt an Terpenoid-Skelettgehalt 5 Gew.-% unterschreitet, nimmt die 
erreichbare Trockenatzbestandigkeit des Musters ab. Wenn andererseits der Gehalt an Terpenoid-Skelett 
95Gew.-% iiberschreitet, kdnnen die Aufldsung und die Empfindlichkeit des Iichtempfindlichen Materials 
verringert werden. Vorzugsweise liegt der Gehalt an Terpenoid-Skelett im Bereich von 20—75%. 60 

ErfindungsgemaB bezeichnet der Ausdruck "eine Verbindung oder Verbindungen mit einem Terpenoid-Ske- 
lett" eine Verbindung oder Verbindungen, bei denen es sich urn Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer 
CsHs-Grundzusammensetzung entsprechend der Isoprenregel handelt Hierzu gehdren sauerstoffhaltige Ver- 
bindungen, die von derartigen Kohlenwasserstoffverbindungen abgeleitet sind, Verbindungen, die sich im Grad 
der Nichtsattigung unterscheiden, und Derivate derartiger Verbindungen. Ferner ist erforderlich, daB sich "eine 65 
Verbindung oder Verbindungen mit einem Terpenoid-Skelett" als Komponente fiir das erfindungsgemaBe 
lichtempfindliche Material eignet (eignen). 

Beispiele fiir die Kohlenwasserstoffverbindungen, sauerstoffhaltigen Verbindungen, die von dem Kohlenwas- 
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serstoff abgeleitet sind, Verbindungen, die sich im Grad der Nichtsattigung unterscheiden, und Derivate der 
Verbindungen sind solche mit einem T rpenoid-Skelett in ihrer Molekiilstruktur, beispielsweise Myrcen, Caren, 
Ocimen, Pinen, Limonen, Camphen, Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, 
Citronellol, Pinocampheol, Geraniol, Fenchylalkohol, Nerol, Borneol, Linalol, Menthol, Terpineol, Carveol, 
5 Thujylalkohol, Citronellal, Ionon, Iron, Cinerol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral, Carvomethon, Ascaridol, 
Safranal, Carvotanaceton, Phellandral, Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, 
Campher, Bisabolen, Santalen, Zingiberen, Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibeni- 
hen, Farnesol, Patschulialkohol, Nerolidol, Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol, Kessogiykol, 
Cyperon, Hinokisaure, Eremophilon, Santalsaure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, 

io Totaren, Phytol, Sclareol, Manool, Hinokiol, Ferruginol, Totarol, Sugiol, Ketomanoyioxid, Manoyloxid, Abietin- 
saure, Pirnarinsaure, Neoabietinsaure, Levopimarinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Ruben- 
saure, Triterpen oder Carotinoid 

Von diesen Verbindungen sind Verbindungen mit einem monocyclischen Terpenoid-Skelett, Hemiterpen, 
Monoterpen, Diterpen und Sesquiterpen bezuglich der Alkalildslichkeit besonders bevorzugt 

15 Diese Verbindungen werden durch Umwandeln derselben in eine Komponente des erfindungsgemaBen 
lichtempfindlichen Materials verwendet 

Wenn eine Verbindung mit Terpenoid-Skelett als Harzkomponente in einem lichtempfindlichen Material 
verwendet werden soli, ist die Verwendung eines eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe enthaltenden 
Polymers bevorzugt Menthol (CjoH 2 oO), das sich als Rohmaterial zur Herstellung eines eine Menthylgruppe 

20 oder Menthylderivatgruppe enthaltenden Polymers eignet, ist leicht verfugbar, sicher zu handhaben, billig und 
chemisch stabil. 

Im folgenden werden ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindungen zur Verwendung in dem erfindungs- 
gemaBen lichtempfindlichen Material unter Bezugnahme auf die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe 
detailliert erklart 

25 Die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe laBt sich durch die folgende allgemeine Formel (1) wiederge- 
ben: 



R 




Formel (1) 



In dieser allgemeinen Formel (1) bedeuten: 
R ein Wasserstoffatom oder eine einwertiger Kohlenwasserstoffgruppe, die Reste R l , die gleich oder verschie- 
den sein konnen, jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Kohlenwasserstoffgruppe, eine Hydroxyl- 
45 gruppe, eine Alkoxygruppe, eine Aminogruppe, eine Imidgruppe, eine Amidgruppe, eine Sulfonylgruppe, eine 
Carboxylgruppe, eine Carbonylgruppe oder eine Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 gemein- 
sam einen geschlossenen Ring bilden konnen. 

Die Kohlenwasserstoffgruppe in dieser allgemeinen Formel (1) kann eine aliphatische Gruppe oder eine 
aromatische Gruppe sein. Diese aliphatischen oder aromatischen Gruppen kdnnen durch ein Heteroatom, 
so beispielsweise ein Stickstoffatom, Sauerstoffatom, Schwefelatom oder Phosphoratom, substituiert sein. Des 
weiteren kann die aliphatische Gruppe eine gesSttigte oder ungesattigte Bindung enthalten und geradkettig 
oder verzweigtkettig sein, wobei die Kette gegebenenfalls durch eine cyclische Verbindung substituiert sein 
kann. Die aromatische Gruppe kann durch die obige aliphatische Gruppe gegebenenfalls substituiert sein. 
Wenn R 1 eine Aminogruppe ist, kann das Wasserstoffatom hiervon durch die obige Kohlenwasserstoffgruppe 
55 substituiert sein. 

Beispiele fur die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) sind eine 8-ButyI- 
menthylgruppe, eine 8-P-NaphthyImenthylgruppe und eine 8-a-Naphthylmenthylgruppe. Bezuglich der Position 
dieser Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in einem Polymer gibt es keine Beschrankung, so daB sie sich 
in jeder beliebigen Position im Polymer befinden kann. Ein eine beliebige dieser Gruppen enthaltendes Polymer 

eo kann im allgemeinen durch Einfiihren der Gruppe in eine Verbindung mit einer polymerisierbaren Doppelbin- 
dung als Seitenkette der Verbindung unter Bildung einer Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Menthylde- 
rivatgruppe und Polymerisieren der Verbindung durch Homopolymerisation oder Copolymerisation zur Her- 
stellung des angestrebten Polymers hergestellt werden. 

Der Gehalt an der Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in ihrem Skelett, 

65 bezogen auf den Feststoffgehalt des lichtempfindlichen Materials, sollte vorzugsweise mindestens 5 Gew.-% 
und hochstens 95 Gew.-°/o betragen. Wenn der Gehalt an dieser Verbindung 5 Gew.-% unterschreitet, nimmt die 
Trockenatzbestandigkeit des Musters in unerwunschter Weise ab. Wenn andererseits der Gehalt an dieser 
Verbindung 95 Gew.-% ubersteigt, werden die Aufldsung und die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Mate- 

4 
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rials verringert Folglich liegt der Gehalt an einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe im Skelett 
hiervon, bezogen auf den Feststoffgehalt eines lichtempfindlichen Materials, insbesondere im Bereich von 
20-75 Gew.-%. . 

ErfindungsgemaB kann die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in einer behebigen gewunschten 
Komponente des lichtempfindlichen Materials vorhanden sein. Wenn dies der Fall ist, sollte die Gruppe vorzugs- 5 
weise in einer Feststoffkomponente des lichtempfindlichen Materials in einer in den oben angegebenen Bereich 
fallenden Menge vorliegen. 

ZweckmaBigerweise wird die Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in ihrem 
Skelett in Form eines Copolymers durch Copolymerisieren derselben mit einer Vinylverbindung verwendet, so 
daB sie als Harzkomponente des lichtempfindlichen Materials dient. In diesem Fall kann eine hohe Auflosung des io 
lichtempfindlichen Materials erreicht werden. 

In diesem Fall geeignete Vinylverbindungen sind Methylacrylat, Methylmethacrylat, a-Chloracrylat, Cyana- 
crylat, Trifluormethylacrylat, ct-Methylstyrol, Trimethylsilylmethacrylat, Trimethylsilyl-a-chloracrylat, Trime- 
thylsilylmethyl-a-chloracrylat, Maleinsaureanhydrid, Tetrahydropyranylmethacrylat, Tetrahydropyranyl- 
a-chloracrylat, tert-Butylmethacrylat, tert-Butyl-a-chloracrylat, Butadien, Glycidylmethacrylat, Isobornylme- 15 
thacrylat, Menthylmethacrylat, Norbornylmethacrylat, Adamantylmethacrylat und Allylmethacrylat 

Wenn eine Acrylverbindung, beispielsweise Methylmethacrylat, a-Chlormethacrylat, Trifluorethyl-a-chlor- 
methacrylat, Trifluormethylacrylat oder eine Olefinsulfonsaure fQr die Copolymerzusammensetzung verwendet 
werden soli, kann sie vorzugsweise zur Herstellung eines Positivresists verwendet werden. Wenn andererseits 
eine Acrylverbindung mit Vinylgruppen, Allylgruppen oder Epoxygruppen in der Alkoholeinheit eines Esters 20 
oder eine Acrylverbindung mit einer Alkoholeinheit eines Esters mit 4 oder mehr Kohlenstoffatomen fur die 
Copolymerzusammensetzung verwendet werden soil, kann sie vorzugsweise zur Herstellung eines Negativre- 
sists verwendet werden. In diesem Fall geeignete Acrylverbindungen lassen sich durch die folgende allgemeine 
Formel (5) wiedergeben: 



r8 

R 9 0 Formel (5) 



25 



30 



worin bedeuten: 

R 7 ein Wasserstoffatom oder eine einwertige organische Gruppe, 35 
R 8 , R 9 und R 10 jeweils unabhangig voneinander ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe. 

Wenn eine eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe enthaltende Verbindung, die zur Herstellung des 
Polymers verwendet werden kann, eine Acrylverbindung der obigen allgemeinen Formel (5) ist, kann sie einfach 
polymerisiert oder copolymerisiert werden. Somit ist die Verwendung einer derartigen Verbindung bevorzugt 
Die oben erwahnte Acrylverbindung kann ferner durch die folgende allgemeine Formel (2) wiedergegeben 40 
werden. Diese Verbindung kann unter Gewinnung eines angestrebten Polymers homopolymerisiert oder copo- 
lymerisiert werden. 



* 4 o 

Formel (2) 



45 



50 



worin bedeuten: 

R 3 eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe und R 4 eine Alkylgruppe, Carboxylgruppe, Alkoxycarbon- 
ylgruppe, ein Halogenatom oder ein Wasserstoffatom. 

Die obige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe kann in eine Polycarbonsaure mit einer polymerisier- 
baren Struktur gemaB der folgenden allgemeinen Formel (3) eingefuhrt werden. Dies ist angesichts der dabei 55 
erreichbaren hohen Auflosung bevorzugt. 




60 



O Formel ( 3 ) 

worin bedeuten: 

R 5 und R 6 einwertige organische Gruppen oder Wasserstoffatome, wobei mindestens einer der Reste eine 
Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) darstellt. 
Einer der Reste R 5 und R 6 kann eine durch Saure zersetzbare oder vernetzbare Gruppe enthalten. 

5 
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Die Verbindungen der allgemeinen Formel (3) sind nicht auf solche vom Z-Typ oder E-Typ beschrankt. Dieses 
Monomer wird zuerst homopolymerisiert oder copolymerisiert, worauf das erhaltene Polymer bei der Herstel- 
lung eines Hchtempfindlichen Materials verwendet wird. 
Die Verbindung der allgemeinen Formel (2) oder (3) kann mit einer durch eine Saure zersetzbaren oder 
5 vernetzbaren Verbindung copolymerisiert werden. Die durch Saure zersetzbare oder vernetzbare Verbindung 
wird durch die folgende allgemeine Formel (4) wiedergegeben: 



Rl4 

° Formel (4) 

15 

worin bedeuten: 

R 13 eine einwertige organische Gruppe und R 14 AlkyI, ein Halogenatom oder ein Wasserstoffatom. 

Wenn eine Verbindung der allgemeinen Formel (4) die durch eine Saure zu zersetzende Verbindung ist, kann 
die Gruppe — (C = 0)0 — R 13 die durch eine Saure zu zersetzende Gruppe entsprechend den folgenden AusfQh- 
20 rungen oder die Gruppe, bei der R 13 durch eine derartige Saure zersetzt wird, sein. 

Wenn das eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe enthaltende Monomer oder Copolymer als Ergeb- 
nis einer Zersetzung durch die Wirkung einer Saure in einer Entwicklerlosung Idslich wird, kann das von einem 
derartigen Monomer oder Copolymer herruhrende erfindungsgemaBe Iichtempfindliche Material als ein positi- 
ves chemisch verstarkter Resist verwendet werden. Wenn das Monomer oder Copolymer mit der Menthylgrup- 
25 pe oder Menthylderivatgruppe andererseits als Ergebnis der Wirkung einer Saure in einer Entwicklerlosung 
unloslich wird, kann das von einem derartigen Monomer oder Copolymer herruhrende erfindungsgemaBe 
Iichtempfindliche Material als negativer, chemisch verstarkter Resist verwendet werden. 

Der positive, chemisch verstarkte Resist ist somit ein lichtempf indliches Material mit drei Komponenten, & h. 

30 (a) einem die Harzkomponente des Hchtempfindlichen Materials bildenden alkaliloslichen Harz, 

(b) einer die Auflosung hemmenden Verbindung, bei der es sich um eine durch eine Saure zersetzbare 
Verbindung handelt, und 

(c) einem Photosauregenerator, bei dem es sich um eine Verbindung mit der Fahigkeit zur Erzeugung einer 
Saure bei Bestrahlung mit Licht, beispielsweise chemischer Strahlung, energetischer Strahlung oder Mate- 

35 riestrahlung, handelt. 

Das alkalilosliche Harz kann eine durch Saure zersetzbare Gruppe, d. h. eine die Aufldsung hemmende 
Gruppe als eine Copolymerkomponente enthalten. Dadurch wird ihm auch die Funktion eines Ldslichkeitsinhi- 
bitors verliehen. Da der chemisch verstarkte Resist vom Positivtyp von einer die Loslichkeit hemmenden 

40 Verbindung bzw. einem Loslichkeitsinhibitor begleitet wird, ist er in alkalischer Losung vor Bestrahlung mit 
Licht (chemische Strahlung, Nichtbestrahlungszustand) unidslich. Der chemisch verstarkte Resist wird somit 
derart behandelt, daB die Schicht des chemisch verstarkten Resists nach Auftragen auf ein Substrat belichtet und 
anschlieBend einer Brennbehandlung unterzogen wird, wobei aus dem Photosauregenerator eine Saure erzeugt 
wird. Die so gebildete Saure zersetzt den Loslichkeitsinhibitor, wodurch der Resist in einer alkalischen Losung 

45 loslich wird. Der diese Rezeptur aufweisende Resist ist ein Resist vom Positivtyp. Wenn jedoch ein chemisch 
verstarkter Resist vom Negativtyp gewunscht wird, sollte anstelle der obigen Komponente (b) eine Verbindung 
mit der Fahigkeit zur Vernetzung der Harzkomponente mit einer Saure oder eine Verbindung, deren L6slichkeit 
durch eine Saure verringert wird, eingearbeitet werden. 

Der chemisch verstarkte Resist kann in Abhangigkeit von der Wahl seiner einzuarbeitenden Komponenten 

so entweder in Form eines Resists vom Positivtyp oder Negativtyp verwendet werden. Wenn der Resist beispiels- 
weise als Resist vom Positivtyp verwendet werden soil, sollte die Harzkomponente vorzugsweise ein Copolymer 
aus einer Vinylverbindung mit als Seitenkette einer Molekiilstruktur der allgemeinen Formel (1) oder einer 
Acrylverbindung der allgemeinen Formel (5) und einem Monomer mit einer durch Saure zersetzbaren funktio- 
nellen Gruppe sein. 

55 Insbesondere wenn die Harzkomponente ein Copolymer eines Monomers der allgemeinen Formel (2) oder 
eines Monomers der allgemeinen Formel (3) und einer Verbindung mit einer durch Saure zersetzbaren oder 
vernetzbaren funktionellen Gruppe beispielsweise der allgemeinen Formel (4) ist, kann sie durch Einarbeiten 
eines Photosauregenerators zu einem geeigneten, chemisch verstarkten Resist formuliert werden. 
Wenn jedoch mindestens einer der Reste R 5 und R 6 in der allgemeinen Formel (3) eine organische Gruppe mit 

eo einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) ist und der andere Rest aus einer 
durch Saure zersetzbaren oder vernetzbaren Gruppe besteht, kann das Homopolymer der Verbindung durch 
einfaches Zumischen eines Photosauregenerators zu dem Homopolymer geeigneterweise als chemisch verstark- 
ter Resist verwendet werden. 

Beispiele fur durch Saure zersetzbare funktionelle Gruppen sind Ester, wie Isopropylester, Ethylester, Methy- 

65 lester, Methoxymethylester, Ethoxyethylester, M ethyl thiomethyl ester, Tetrahydropyranylester, Tetrahydrofur- 
anylester, Methoxyethoxymethylester, 2-Trimethylsilylethoxymethylester, 2,2, 2-TrichlorethyIester, 2-Chlorethy- 
lester, 2-Bromethylester, 2-Jodethylester, 2-Fluorethylester, co-Chloralkylester, 2-Trimethylsilylethylester, 2-Me- 
thylthioethylester, l,3-Dithianyl-2-methyl ester, tert.-Butylester, Cyclopentylester, Cyclohexylester, 3-Oxocycloh- 
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exylester, Allylester, 3-Buten-l-yl-ester, Isobornylester, 4-Trimethylsilyl-2-buten-l-yI-ester, 9-Anthrylmethyle- 
ster, 2-9',10'-Dioxoanthrylmethylester, 1 -Pyrenylmethylester, 2-Trifluormethyl-6-chromylmethyIester f Piperony- 
lester, 4-Picolylester, Trimethylsilylester, Triethylsilylester, Isopropyldimethylsilylester, Di-tert.-butyldimethylsi- 
lylester, Thiolester, Oxazol, 2-AlkyM,3-oxazolin, 4-AlkyI-5-oxo-l,3-oxazolin, 5-AlkyI-4-oxo-l,3-dioxolan, Ort- 
hoester, Pentaaminkobaltkomplexe, Triethylstannylester, Tri-n-butylstannylester, N,N-Dimethylamid, Pyrrolidi- 5 
namid, Piperidinamid, 5,6-Dihydrophenanthridinamid, N-7-NitroindoryIester, N-S-Nitro-l^^^-tetrahydrochi- 
nolylamid, Hydrazid, N-Phenylhydrazid und N,N'-Diisopropylhydrazid, Ether, wie tert-Butoxycarbonylether, 
Methylether, Methoxymethylether, Methylthiomethylether, tert-Butylthiomethylether, tert-Butoxymethylet- 
her, 4-Pentenyloxymethylether, tert.-Butyldimethylsiloxymethylether, Thexyldimethylsiloxymethylether, 2-Me- 
thoxyethoxymethylether, 2,2,2-Trichlorethoxymethylether, Bis-2'-chlorethoxymethylether, 2'-Trimethylsilylet- io 
hoxymethylether, 2'-TriethylsilyIethoxymethylether, 2'-Triisopropylsilylethoxymethylether, 2'-tert-Butyldime- 
thylsilylethoxymethylether, Tetrahydropyranyiether, Tetrahydrothiopyranylether, 3-Bromtetrahydropyranylet- 
her, 1 -Methoxycyclohexylether, 4-Methoxytetrahydropyranylether, 4-Methoxytetrahydrothiopyranylether, 

4- Methoxytetrahydrothiopyranylether-S,S-dioxid, l,4-Dioxan-2-ylether, Tetrahydrofuranylether, Tetrahydro- 
thiofuranylether, 2 f 3,3a,4,5,6,7,7a-Octahydro-7A8-trimethyI-4,7-methanobenzofuran-2-ylether, 1-Ethoxyethylet- 15 
her, l,2'-Chlorethoxyethylether, 1- Methyl- 1-methoxyethylether, 2,2,2-Trichlorethylether, 2-Trimethylsilylethy- 
lether, tert-Butylether, Allylether, 4,4,4-Tris-4,5-dichlorphtha!imidphenylmethyIether, 4 l 4' f 4"-Tris-4' ( 5'-di- 
bromphthalimidphenylmethylether,4^4''^^ 

nyl-lO'-oxoanthrylether (Tritironether), 13-Benzodithiolan-2-ylether, Benzisothiazolyl-S,S-dioxidether, Trime- 
thylsilylether, Triethylsilylether, Triisopropylsilylether, Dimethylisopropylsilylether, Diethylisopropylsilylether, 20 
Dimethylthexylsilylether und tert.-Butyldimethylsilylether, Acetale, wie Methylenacetal, Ethylidenacetal, 
2,2,2-TrichlorethyIidenacetal, 2,2,2 -Tribromethylidenacetal und 2,2,2-TrijodethylidenacetaI, ICetale, wie 
l-tert.-ButyIethylidenketal, Isopropylidenketal (Acetonid), Cyclopentylidenketal, Cyclohexylidenketal und Cy- 
cloheptylidenketal, cyclische Orthoester, wie Methoxymethylenacetal, Ethoxymethylenacetal, Dimethoxymethy- 
lenorthoester, 1 -Methoxyethylidenorthoester, l-Ethoxyethylidenorthoester, 1,2-Dimethoxyethylidenorthoester, 25 
l-N,N-Dimethylaminoethylidenorthoester und 2-Oxacyclopentylidenorthoester, Silylketenacetale, wie Trime- 
thylsilylketenacetal, Triethylsilylketenacetal, Triisopropylsilylketenacetal und tert-Butyldimethylsilylketenace- 
tal, Silylether, wie Di-tert-butylsilylther, 13-1^^3'3'-Tetraisopropyldisiloxanylidenether und Tetra-tert.-but- 
oxydisiloxan-l,3-diyIidenether, acyclische Acetale oder Ketale, wie Dimethylacetal, Dimethylketal, Bis-2,2,2-tri- 
chlorethylacetal, Bis-2,2,2-tribromethylacetal, Bis-2,2,2-trijodethylacetal, Bi$-2,2,2-trichlorethylketal, Bis-2,2,2-tri- 30 
bromethylketal, Bis-2,2,2-trijodethyIketal, Diacetylacetal und Diacetylketal, cyclische Acetale oder cyclische 
Ketale, wie 1,3-Dioxan, 5-Methylen-l,3-dioxan, 5,5-Dibrom-l,3-dioxan, 1,3-Dioxolan, 4-Brommethyl-l,3-dioxo- 
ran, 4-3'-Butenyl 1,3-dioxoran und 4,5-Dimethoxymethyl-l,3-dioxoran, acyclische Dithioacetale oder Dithioketa- 
le, wie S,S'-DimethylacetaI, S,S'- Dimethylketal, S^'-Diethylacetal, S^'-Diethylketal, S,S'-Dipropylacetal, 
S^'-Dipropylketal, S,S'-Dibutylacetal, S,S'-DibutyIketal, S,S'-Dipentylacetal, S,S'-Dipentylketal, S,S'-Diacetyla- 35 
cetal und S,S,-DiacetyIketal, cyclische Dithioacetale oder DitHoketale, wie 1,3-Dithianacetal, 1,3-Dithianketal, 
1,3-Dithiolanacetal und 13-Dithiolanketal, O-Trimethylsilyl-S-alkylacetale, O-Trimethylsilyl-S-alkylketale, acy- 
clische Monothioacetale, wie O-Methyl-S-2-methylthioethylacetaI, acyclische Monothioketale, wie O-Methyl- 

5- 2-methylthioethylketal, cyclische Monothioacetale oder Monothioketale, wie 1,3-Oxathiolanacetal, Diselenoa- 
cetal und Diselenoketal, Cyanohydrine, wie O-Trimethylsilylcyanohydrin, O-l-Ethoxyethylcyanohydrin und 40 
O-Tetrahydropyranylcyanohydrin, Hydrazone, wie N, N-Dimethylhydrazon, Oxime, wie Oximderivate und 
O-Methyloxim, sowie cyclische Derivate, wie Oxazolidin, l-Methyl-2-l'-hydroxyaIkylimidazol und N,N-Dime- 
thylimidazolidin. 

Unter ihnen sind tert-Butylester, wie tert-Butylmethacryiat, Ethoxyethylmethacrylat, 3-Oxocyclohexylmetha- 
crylat, tert-ButyI-3-naphthyI-2-propennat, Isobornylmethacrylat, Trimethylsilylmethacrylat und Tetrahydropy- 45 
ranylmethacrylat, Trimethylsilylester und Tetrahydropyranylester bevorzugt In diesem Fall ist es ferner mog- 
Iich, anstatt der oben genannten Methacrylate Acrylate zu verwenden. 

Der Gehalt an dem Monomer mit einer Menthylgruppe oder Menthyiderivatgruppe in seinem Skelett in 
diesen Copolymeren sollte zweckmaBigerweise mindestens 5 Mol-% und hfichstens 95 Mol-%, bezogen auf die 
Gesamtmolzahl an Monomeren, betragen. Wenn der Gehalt an dem Monomer 5 Mol-% unterschreitet, wird die 50 
Trockenatzbestandigkeit des Musters in unerwunschter Weise verringert. Wenn andererseits der Gehalt an dem 
Monomer 95 Mol-% ubersteigt, werden die Aufldsung und die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials 
in unerwunschter Weise verschlechtert. Folglich betragt der Gehalt an dem Monomer vorzugs weise 20—75 
Mol-%. 

Wenn das Basisharz ein Monomer mit einer die L6slichkeit hemmenden Gruppe in seinem Skelett enthalt, 55 
sollte der Monomergehalt zweckmaBigerweise im Bereich von 10—95 Mol-%, bezogen auf die Gesamtmolzahl 
der Monomeren, liegen. Wenn der Gehalt an dem Monomer weniger als 10 Mol-% betragt, laBt sich kein Resist 
mit einem ausreichenden Grad an Loslichkeitshemmung herstellen. Wenn andererseits der Gehalt an dem 
Monomehr 95 Mol-% ubersteigt, wird die Auflosung des lichtempfindlichen Materials in unerwunschter Weise 
beeintrachtigt. Folglich betragt der Gehalt an dem Monomer vorzugsweise 15—70 Mol-%. 60 

Die Basisharzkomponente des erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials kann ferner eine alkalilosli- 
che Gruppe enthalten. In diesem Fall kann als Beispiel eines eine alkalil6sliche Gruppe enthaltenden Monomers 
ein Monomer verwendet werden, das selbst in AlkaiilSsung oder basischer Losung aufgeldst werden kann. 
Beispiele fiir derartige Monomere sind Carbonsauren, Sulfonsauren und Saureanhydride. Ferner kann ein 
Monomer mit zwei oder mehr alkalildslichen Gruppen verwendet werden. Diese Monomere konnen auch 65 
weitere funktionelle Gruppen, wie Ether-, Alkohol-, Amin-, Imin-, Imid-, Sulfonamid- oder Amidgruppen enthal- 
ten. 

Die oben erwahnten Monomere konnen als Polymer, das mit einem Polymer aus einer Monomerverbindung 
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der ailgemeinen Formel (2) oder der allgemeinen Formel (3) zu v rmischen ist, oder als Copolymer hiervon mit 
emer Monomerverbindung der allgemeinen Formel (3) verwendet werden. 

Bezuglich der Verbindung mit einer alkaliloslichen Gruppe ist es bevorzugt, eine Verbindung der allgemeinen 
Formel (5) zu verwenden. Wenn R 7 in dieser Verbindung eine einwertige organische Gruppe ist, kann eine 
5 funktionelle Gruppe mit der Fahigkeit, in einer alkalischen Losung oder basischen Ldsung aufgeldst zu werden, 
in diese organische Gruppe eingef uhrt werden. 

Wenn im Falle eines 

(a) ein alkalilosliches Harz, 
io (b) eine die Loslichkeit hemmende Verbindung und 

(c) einen Photosauregenerator 

urafassenden lichtempfindlichen Materials eine Menthyl- oder Menthylderivatgruppe in dem Skelett des alkali- 
loslichen Harzes vorhanden ist, wird vorzugsweise ein Copolymer aus einer Verbindung mit einer alkaliloslichen 

is Gruppe der allgemeinen Formel (5) und einer Verbindung der allgemeinen Formel (2) oder der allgemeinen 
Formel (3) verwendet Wenn des weiteren mindestens einer der Reste R 5 und R 6 in der allgemeinen Formel (3) 
eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) ist 
und der andere Rest eine organische Gruppe mit einem Wasserstoffatom oder einer alkalildslichen Gruppe ist, 
kann das Homopolymer hiervon als alkalilosliches Harz verwendet werden, Es ist selbstverstandlich moglich, 

20 daB ein Monomer mit einer die Loslichkeit hemmenden Gruppe als Copolymerkomponente verwendet wird. 

Die Basisharzkomponente des erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials kann ferner ein Acrylatmo- 
nomer der allgemeinen Formel (5), ein Imidmonomer, ein Sulfonamidmonomer, ein Amidmonomer oder einen 
Alkylaminosuifonylalkylester auf Acrylsaurebasis enthalten. Beispiele far derartige Estermonomere auf Acryl- 
saurebasis sind Methacrylatmonomere, Acrylatmonomere, Cortonatmonomere und Tiglatmonomere. 

25 In diesem Fall kann in R 7 der allgemeinen Formel (5) zur Steuerung der Alkalildslichkeit der Harzkomponente 
eine behebige organische Gruppe enthalten sein. 

Wenn die Copolymerzusammensetzung eine alkalil6sliche Gruppe enthait, sollte der Gehalt an einem Mono- 
mer mit der alkaliloslichen Gruppe zweckmaBigerweise in einem Bereich von 1—95 Mol-%, bezogen auf die 
Gesamtmolzahl an Monomeren, liegen. Wenn der Gehalt an dem Monomer 1 Mol-% unterschreitet, kann die 

30 Alkahloslichkeit nach Behchtung unzureichend sein. Wenn andererseits der Gehalt an dem Monomer 95 Mol-% 
ubersteigt, wird die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials in unerwiinschter Weise beeintr&chtigt. 
Der Gehalt an dem Monomer mit alkaliloslichen Gruppe betragt vorzugsweise 1 —70 Mol-%. 

Wenn die Basisharzkomponente ein Acrylatmonomer der allgemeinen Formel (5) enthait, sollte der Gehalt an 
dem Monomer zweckmaBigerweise im Bereich von 1 -80%, bezogen auf die Gesamtmolzahl an den Monome- 

35 ren, hegen. Wenn der Gehalt an dem Monomer die Untergrenze unterschreitet oder die Obergrenze ubersteigt 
kann die Auflosung verschlechtert werden. Der bevorzugt eingearbeitete Gehalt an dem Methacrylsauremono- 
mer betragt 1-70%. Ferner kann ein Gemisch aus mehreren Copolymeren als Basisharzkomponente verwen- 
det werden. 

Die Verbindungen der allgemeinen Formeln (3) bis (5) kdnnen nicht nur als Copolymer, sondern auch als 
40 getrenntes Homopolymer, urn in geeigneter Weise miteinander zur Verwendung als Basispolymer vermischt zu 
werden, verwendet werden. 

Der als Komponente in die Zusammensetzung eines chemisch verstarkten Resists einzuarbeitende Photosau- 
regenerator ist eine Verbindung, die bei Bestrahlung mit chemischer Strahlung eine Saure freisetzt Beispielswei- 
se eignen sich fur diesen Zweck Aryloniumsalze, Naphthochinondiazidverbindungen, Diazoniumsalze, Sulfonat- 
45 verbindungen, Sulfoniumverbindungen, Jodoniumverbindungen und Sulfonyldiazomethanverbindungen. 

Spezielle Beispiele fur diese Verbindungen sind Triphenylsulfoniumtriflat, Diphenyljodoniumtriflat, 2A4,4-Te- 
trahydroxybenzophenon-4-naphthochinondiazidsulfonat, 4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyldiazoniumsuifat, 
4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyIdiazonium-p-ethylphenylsulfat, 4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyldiazoni- 
um-2-naphthyIsulfat, 4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyldiazoniumphenylsulfat, 2^-Diethoxy-4-N-4'-methox- 
so yphenylcarbony!phenyldiazonium-3-carboxy-4-hydroxyphenylsulfat, 2-Methoxy-4-N-phenylphenyldiazonium- 
3-carboxy-4-hydroxyphenylsuIfat, Diphenylsuifonylmethan, Diphenylsulfonyldiazomethan, Diphenyldisulfon- 
a-methylbenzointosylat, Benzointosylat und Pyrogalloltrimecylat. 

Als Photosauregenerator konnen ferner die in den folgenden Tabellen und durch die folgenden chemischen 
Formeln dargestellten Verbindungen verwendet werden: 



55 



Tabelle 1 
(Midori Kagaku Co., Ltd.) 

eo MPI-103 (CAS.No.[87709-41-9]), 
BDS-105 (CAS.No{145612-66-4]), 
NDS-103 (CAS.No![l 10098-97-0]), 
MDS-203 (CAS.No![127855-15-6]), 
Di-Boc Bisphenol A (CAS.No^l 17458-06-7]), 

65 Pyrogalloltritosylat (CAS.No{20032-64-8]), 
DTS-102 (CAS.No(75482-18-7]), 
DTS-103 (CAS.No{7 1449-78-0$, 
MDS-103 (CAS.No{l 27279-74-7]). 
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MDS-105 (CAS.No{l 16808-67-4]), 
MDS-205 (CAS.No.[81416-37-7]), 
BMS-105(CAS.No.[149934-68-9]) f 
TMS-105 (CAS.No.[127820-38-6]) t 
NB-101 ([20444-09-1]), 

Tabelle2 



(Midori Kagaku Co., Ltd.) 

NB-201 ([4450-68-4]), 
NBC-101 ffl 19137-03-0]), 
DNB-101 CI 14719-51-6]), 
DNB- 102 ([1 3 1 509-55-2]), 
DNB-103 ([132898-35-2]), 
DNB-104 £132898-36-3]), 
DNB-105 ([132898-37-45, 
DAM- 1 0 1 (CAS.NoJl 886-74-4]), 
DAM- 102 (CAS.No.[28343-24-0]), 
DAM-103 (CAS.No.[14 159-45-6]), 
DAM-104 (CAS.No^ 130290-80-1]), 
([130290-82-3]), 

DAM-201 (CAS.No|28322-50-l]), 
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sowie Jodoniumsalze, Sulfoniumsalze, Disulfonderivate oder Iraidosulfonderivate der folgenden chemischen 
Formeln: 
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BF 4 - 

AsF 6 - 
CF 3 S0 3 - 



H 3 c -\0>-I-(0>-CH3 PF 6 ~ 
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k O/-l-\O/-0CH 3 AsF 6 ~ 

c i-<0)-i-<0>-c 1 SbF 6 ' 






OVl-<O)-N0 2 BF, 



BF ; 



AsF, 



CF, SO,' 



oh^oVs; 



CH, 



BF 4 " 




BF, 
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C1 ~(oyso 2 -so 2 -<o)-cr 

H 3 C-<Q>-S0 2 -S0 2 -<^o)-CHg 
CHg 0-(oyS0 2 -S0 2 -^-OCH, 



15 



20 
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II 



(o£ Voso 2 -<g) 




CH ( 



N-OS0 2 H^)-C 2 Hj 
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Ferner konnen als Photosauregenerator die Verbindungen der folgenden chemischen Formeln verwendet 
werden: 



55 



60 



65 



14 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 Al 




NOS0 2 CF 3 



NOS0 2 CF 3 



NOS0 2 CF 3 
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0C0 2 C (CH 3 ) 
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O 

X J o 

V: NO-S-R' 
O 

worin C 1 und C 2 einzeln eine Einfachbindung oder Doppelbindung bedeuten, R' eine unter — CF3, — CF 2 CF 3 , 
— CF2CF2H und (CF 2 )n— Z' (mit n = 1 bis 4, Z' gleich einer unter H, Alkyl, Aryl oder der folgenden chemischen 
Formel ausgewahlten Gruppe) ausgewahlte Gruppe darstelit und X' und Y' 

(1) zusammen unter Bildung eines monocyclischen Rings oder polycyclischen Rings mit gegebenenfalls 
einem oder mehreren Heteroatomen verbunden sein konnen, 

(2) miteinander unter Bildung eines aromatischen Rings verbunden sein konnen, 

(3) einzeln ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe oder Arylgruppe bedeuten konnen, 

(4) zu einer ein weiteres Sulfonyloxyimid enthaltenden Restgruppe kombiniert sein k6nnen oder 

(5) zu einer polymerisierbaren Kette oder einer Ruckgratkette kombiniert sein konnen. 
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m = 1-5 



15 

Insbesondere wenn ein Photosauregenerator mit einem Naphthalinskelett verwendet wird, kann die Licht- 
durchdringung nahe einer Wellenlange von 193 nm in bevorzugter Weise verbessert werden. 

Beispiele fiir den Photosauregenerator mit einem Naphthalinskelett sind Sulfonyl- oder Sulfonatverbindun- 

20 gen mit einer cyclischen Gruppe, wie Naphthalin-, Pentalen-, Inden-, Azulen-, Heptalen-, Biphenylen-, as-Inda- 
cen- t s-Indacen-, Acenaphthylen-, Fluoren-, Phenalen-, Phenanthren-, Anthracen-, Fluoranthen-, Acephenanthry- 
len- t Aceanthrylen-, Triphenylen-, Pyren-, Chrysen-, Naphtacen-, Pleiaden-, Picen-, Perylen-, Pentaphen-, Penta- 
cen-, Tetraphenylen-, Hexaphen-, Hexacen-, Rubicen-, Coronen-, Trinaphthylin-, Heptaphen-, Heptacen-, Py- 
ranthren-, Ovalen-, Dibenzophenanthren-, Benz[a]anthracen-, Dibenzo[aj]anthracen-, Indeno[l,2-a]inden-, An- 

25 thra[2,l-a]naphthacen- oder IH-Benzo[a]cyclopent[j]anthracenringe, 4-Chinondiazidverbindungen mit einer cy- 
clischen Gruppe und einer an die cyclische Gruppe gebundenen Hydroxylverbindung, wobei Beispiele fiir die 
cyclische Gruppe Naphthalin-, Pentalen-, Inden-, Azulen-, Heptalen-, Biphenylen-, as-Indacen-, s-Indacen-, Acen- 
aphthylen-, Fluoren-, Phenalen-, Phenanthren-, Anthracen-, Fluoranthen-, Acepbenanthrylen-, Aceanthrylen-, 
Triphenylen-, Pyren-, Chrysen-, Naphtacen-, Pleiaden-, Picen-, Perylen-, Pentaphen-, Pentacen-, Tetraphenylen-, 

30 Hexaphen-, Hexacen-, Rubicen-, Coronen-, Trinaphthylen-, Heptaphen-, Heptacen-, Pyranthren-, Ovalen-, Di- 
benzophenanthren-, Benz[a]anthracen-, Dibenzo[aj]anthracen-, Indeno[l,2-a]inden-, Anthra[2,l-a]naphthacen- 
oder lH-Benzo[a]cyclopent[j]anthracenringe sind, sowie Salze aus einer Reaktion zwischen einem Triflat und 
einem Sulfonium oder Jodonium mit Naphthalin-, Pentalen-, Inden-, Azulen-, Heptalen-, Biphenylen-, as-Inda- 
cen-, s-Indacen-, Acenaphthylen-, Fluoren-, Phenalen-, Phenanthren-, Anthracen-, Fluoranthen-, Acephenanthry- 

35 len-, Aceanthrylen-, Triphenylen-, Pyren-, Chrysen-, Naphtacen-, Pleiaden-, Picen-, Perylen-, Pentaphen-, Penta- 
cen-, Tetraphenylen-, Hexaphen-, Hexacen-, Rubicen-, Coronen-, Trinaphthylen-, Heptaphen-, Heptacen-, Py- 
ranthren-, Ovalen-, Dibenzophenanthren-, Benz[a]anthracen-, Dibenzo[aj]anthracen-, Indeno[l^-a]inden-, An- 
thra[2,l-a]naphthacen- oder 1H-Benzo[a]cyclopent[j]anthracenringen als Seitenkette. 

Besonders bevorzugt hierbei sind Sulfonyl oder Sulfonat mit einem Naphthalinring oder Anthracenring, 

40 4-Chinondiazidverbindungen mit einer Hydroxylverbindung, die an Naphthalin oder Anthracen gebunden ist, 
sowie Salze aus einer Umsetzung zwischen einem Triflat und Sulfonium oder Jodonium mit einer Naphthalinsei- 
tenkette oder Anthracenseitenkette. Bevorzugt sind insbesondere Trinaphthylsulfoniumtriflat, Dinaphthyljodo- 
niumtriflat, Dinaphthylsulfonylmethan, NAT-105 (CAS.No{ 137867 -6 1-91 Midori Kagaku Co, Ltd), NAT-103 
(CAS.No{131582-00-8j Midori Kagaku Co., Ltd.), NAI-105 (CAS.No{85342-62-7j Midori Kagaku Co, Ltd.), 

45 TAZ-106 (CAS.No{69432-40-2], Midori Kagaku Co„ Ltd.), NDS-105 (Midori Kagaku Co, Ltd.), CMS- 105 (Midori 
Kagaku Co, Ltd.), DAM-301 (CAS.No{ 138529-8 1-4], Midori Kagaku Co. Ltd.), SM05 (CAS.No{34694-40-7), 
Midori Kagaku Co, Ltd.), NDI-105 (CAS.No.[ 1337 10-62-0], Midori Kagaku Co, Ltd.), EPI-105 
(CAS.No.[135133-12-9j Midori Kagaku Co, Ltd.) und PI-105 (CAS.No{4 1580-58-9], Midori Kagaku Co, Ltd). 
Ferner konnen Verbindungen der folgenden chemischen Formel verwendet werden. 
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Besonders bevorzugt hierbei sind Trinaphthylsulfoniumtriflat, Dinaphthyljodoniumtriflat, Dinaphthylsulfonyl- 
methan, NAT-105 (CAS.NoO 37867-61 -9J Midori Kagaku Co., Ltd.), NDI-105 (CAS.No. [133710-62-0], 
Midori Kagaku Co, Ltd.) und NAM 05 (CAS.No.[85342-62-7]. 15 

Wenn dariiber hinaus ein Photosauregenerator mit einem Terpenoid-Skelett verwendet wird, kann die Licht- 
durchdringung nahe einer Wellenlange von 193 nm in bevorzugter Weise verbessert werden. 

Als Verbindungen mit Terpenoid-Skelett konnen beiiebige der oben genannten Verbindungen verwendet 
werdea Das heiBt, es konnen Sulfonyl- oder Sulfonatverbindungen mit Myrcen, Caren, Ocimen, Pinen, Limonen, 
Camphen, Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, Citronellol, Pinocamphe- 20 
ol, Geraniol, Fenchylalkohol, Nero!, Borneo!, Linalol, Menthol, Terpineol, Carveol, Thujylalkohol, Citronellal, 
Ionon, Iron, Cineol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral, Carvomethon, Ascaridol, Safranal, Carvotanaceton, 
Phellandral, Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, Campher, Bisabolen, Santalen, 
Zingiberen, Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibenihen, Farnesol, Patschulialkohol, 
Nerolidol, Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol, Kessoglykol, Cyperon, Hinokisaure, Eremophi- 25 
Ion, Santalsaure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, Totaren, Phytol, Sclareol, Manool, 
Hinokiol, Ferruginol, Totarol, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid, Abietinsaure, Pimarinsaure, Neoabietinsau- 
re, Levopimarinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Rubensaure, Triterpen oder Carotinoid, 
4-Chinonazidverbindungen mit einer Hydroxylgruppe, die an ein Terpenoid-Skelett, wie Myrcen, Caren, Oci- 
men, Pinen, Limonen, Camphen, Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, 30 
Citronellol, Pinocampheol, Geraniol, Fenchylalkohol, Nerol, Borneol, Linalol, Menthol, Terpineol, Carveol, 
Thujylalkohol, Citronellal, Ionon, Iron, Cineol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral, Carvomethon, Ascaridol, 
Safranal, Carvotanaceton, Phellandral, Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, 
Campher, Bisabolen, Santalen, Zingiberen, Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibeni- 
hen, Farnesol, Patschulialkohol, Nerolidol, Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol, ICessoglykol, 35 
Cyperon, Hinokisaure, Eremophilon, Santalsaure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, 
Totaren, Phytol, Sclareol, Manool, Hinokiol, Ferruginol, Totarol, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid, Abietin- 
saure, Pimarinsaure, Neoabietinsaure, Levopimarinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Ruben- 
saure, Triterpen oder Carotinoid, gebunden ist, sowie Salze aus einer Reaktion zwischen einem Triflat und 
Sulfonium oder Jodonium mit etnem Terpenoid-Skelett, wie Myrcen, Caren, Ocimen, Pinen, Limonen, Camphen, 40 
Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, Citronellol, Pinocampheol, Geraniol, 
Fenchylalkohol, Nerol, Borneol, Linalol, Menthol, Terpineol, Carveol, Thujylalkohol, Citronellal, Ionon, Iron, 
Cineol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral, Carvomethon, Ascaridol, Safranal, Carvotanaceton, Phellandral, 
Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, Campher, Bisabolen, Santalen, Zingiberen, 
Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibenihen, Farnesol, Patschulialkohol, Nerolidol, 45 
Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol, Kessoglykol, Cyperon, Hinokisaure, Eremophilon, Santal- 
saure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, Totaren, Phytol, Sclareol, Manool, Hinokiol, 
Ferruginol, Totarol, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid, Abietinsaure, Pimarinsaure, Neoabietinsaure, Levopi- 
marinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Rubensaure, Triterpen oder Carotinoid, als Seitenkette 
verwendet werden. Bevorzugt unter diesen Verbindungen sind Trimenthylsulfonylmethan, Trimenthylsulfoni- 50 
umtriflat, Dimenthylmethylsulfoniumtriflat, Menthyldimethylsulfoniumtriflat, Dimenthyljodoniumtriflat und 
Menthyljodoniumtriflat. 

Der Gehalt an dem dem Basisharz zuzusetzenden Photos&uregenerator liegt zweckmaBigerweise im Bereich 
von 0,001—50 Mol-%. Wenn der Gehalt an diesem Photosauregenerator 0,001 Mol-% unterschreitet, ware es 
unmoglich, eine ausreichende Menge Saure zu erzeugen, so daB die Ausbildung eines gewunschten Musters 55 
schwierig ware. Wenn andererseits der Gehalt an diesem Photosauregenerator 50 Mol-% Ubersteigt, wiirden die 
Auflosung und die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials in unerwunschter Weise beeintrachtigt 
werden. Folglich betragt der bevorzugte Gehalt an diesem Photosauregenerator 0,01 —40 Mol-%. 

Das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material kann ein chemisch verstarkter Resist vom Positivtyp mit 

60 

(a) einem alkaliloslichen Harz, 

(b) einer die Loslichkeit hemmenden Verbindung und 

(c) einem Photosauregenerator 

oder mit einem Loslichkeitsinhibitor bzw. einer die Ldslichkeit hemmenden Verbindung als Copolymerkompo- 65 
nente der Harzkomponente sein. Es ist ferner moglich, den Loslichkeitsinhibitor in die Harzkomponente einzu- 
mischen. 

Bezuglich der Arten dieses Loslichkeitsinhibitors gibt es keinerlei Einschrankungen, sofern er eine Substituen- 
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tengruppe oder eine funktionelle Gruppe aufweist, die in Gegenwart einer Saure zersetzt werden kann. Die 
Zersetzungsprodukte konnen unter dem EinfluB einer Alkalilosung Reste wie — (C = 0)0— , — OS(«0) 2 — oder 
— O— , erzeugen. 

Beispiele fiir den Loslichkeitsinhibitor sind von Phenolverbindungen abgeleitete Verbindungen, wie tert.-Bu- 
5 toxycarbonylether, Methylether, Methoxymethylether, Methylthiomethylether, tert-Butylthiomethylether, 
tei^-Butoxymethylether,4-Pentenyloxymethylether,te^ 

ymethylether, 2-MethoxyethoxymethyIether, 2,2,2-TrichIorethoxymethylether, Bis-2'-chIorethoxymethylether, 
2'-TrimethylsilyIethoxymethylether, 2'-Triethylsilylethoxymethylether, 2'-Triisopropylsilylethoxymethylether, 
2'-tert.-ButyldimethyIsilylethoxymethylether, Tetrahydropyranylether, Tetrahydrothiopyranylether, 3-Bromte- 

io trahydropyranylether, 1-Methoxycyclohexylether, 4-Methoxy tetrahydropyranylether, 4-Methoxytetrahydrot- 
hiopyranylether, 4-Methoxytetrahydrothiopyranylether-S,S-dioxid, l,4-Dioxan-2-yIether, Tetrahydrofuranylet- 
her, Tetrahydrothiofuranylether, 2,3, 3a,4,5,6,7,7a-Octahydro-7,83-trimethyl-47-methanobenzofuran-2-ylether f 
1-Ethoxyethylether, l-2'-Chlorethoxyethylether, 1 -Methyl- 1-methoxyethylether, 2,2,2-Trichlorethylether, 2-Tri- 
methylsilylethylether, tert.-Butylether, Allylether, 4,4',4 // -Tris-4 / ^'-dichIorphthaIimidphenyimethylether f 

is 4^4''-Tris^5'-Dibromphthalimidpte 

thrylether, 9-9'-Phenyl-10'-oxoanthryIether (Tritironether), l,3-Benzodithiolan-2-y!ether, BenzisothiazolyI-S,S- 
dioxidether, Trimethylsilylether, Triethylsilylether, Triisopropylsilylether, Dimethylisopropylsilylether, Diethyli- 
sopropyisilylether, Dimethylthexylsilylether und tert.-ButyldimethylsiIyIether. 

Bevorzugt von diesen Verbindungen sind solche, die durch Schutzen einer Phenolverbindung rait einer 

20 tert-Butoxycarbonylgruppe, tert-Butoxycarbonylmethylgruppe, Trimethylsilylgruppe, tert.-Butyldimethylsilyl- 
gruppe oder Tetrahydropyranylgruppe hergeleitet werden kdnnen. 

Ferner ist die Verwendung von Estern einer Polycarbonsaure moglich, z. B. Isopropyiester, Ethylester, Methy- 
lester, Methoxymethylester, Methylthiomethyiester, Tetrahydropyranylester, Tetrahydrofuranylester, Methoxy- 
ethoxymethylester, 2-TrimethylsilylethoxymethyIester, 2,2,2-TrichIorethylester, 2-Chlorethylester, 2-Bromethy- 

25 tester, 2-JodethyIester, 2-Fluorethylester, co-Chloralkylester, 2-TrimethylsilyIethylester, 2-MethyIthioethyIester, 
l,3-Dithianyl-2-methyiester, tert.- Butyl ester, Cyclopentylester, Cyclohexylester, Allylester, 3-Buten-l-ylester, 
4-Trimethylsilyl-2-buten- 1 -ylester, 9- Anthrylmethylester, 2-9',l O'-Dioxoanthrylmethylester, 1 -Pyrenylmethyle- 
ster, 2-Trifluormethyl-6-chromylmethylester, Piperonylester, 4-Picolylester, Trimethylsilylester, Triethylsilyle- 
ster, tert-Butyldimethylsilylester, Isopropyldimethylsilylester, Di-tert-Butyldimethylsilyiester, Thiolester, Oxa- 

30 zol, 2-AlkyI- 1 ,3-oxazoIin, 4- AlkyI-5-oxo- 1 ,3-oxazolin, 5-AlkyI-4-oxo- 1,3-dioxolan, Orthoester, Pentaaminkobalt- 
komplexe, Triethylstannylester, Tri-n-butylstannylester, N.N-Dimethylamid, Pyrrolidinamid, Piperidinamid, 
5,6-Dihydrophenanthridinamid, N-7-Nitroindorylester, N-8-Nitro- 1 ,2,3,4- tetrahydrochinolylamid, Hydrazid, N 
Phenylhydrazid, N,N'-Diisopropylhydrazid und tert-Butylester. Ferner ist die Verwendung von Verbindungen 
der folgenden chemischen Formel moglich: 
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Unter diesen Estern ist die Verwendung von Polyhydroxynaphthol mit einem Naphthalinskelett in einer durch 
tert.-Butoxycarbonylgruppen geschiitzten Form aufgrund seiner verbesserten Lichtdurchlassigkeit gegeniiber 
Licht einer Wellenlange von 1 93 nm bevorzugt. 40 

Ferner ist die Verwendung einer Verbindung der folgenden allgemeinen Formel (6) mdglich: 



£J>-OCO (CH 2 ) 2 C00-<^) 

@gr coo <3 




Rll R 12 

\^ yf Formel (6) 
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45 



50 



worin bedeuten: 

R 11 und R 12 die gleich oder verschieden sein kdnnen, einzeln ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine 
Cyanogruppe, eine Nitrogruppe oder eine einwertige organische Gruppe, wobei R n und R 12 miteinander unter 
Bildung eines geschlossenen Rings verbunden sein konnen, X > C=0 oder — SO2— , Y eine zweiwertige 55 
organische Gruppe, wobei mindestens einer der Reste R 11 und R 12 und Y mit einer Substituentengruppe oder 
einer f unktionellen Gruppe, die durch eine Saure Zersetzt werden kann, versehen ist 

Beispiele fur die als R 11 oder R 12 einfiihrbare einwertige organische Gruppe sind Alkylgruppen, wie Methyl, 
Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, s-Butyl und tert-Butyl, substituierte oder unsubstituierte alicyclische 
Gruppen oder heterocyclische Gruppen, wie Cyclohexyl, Piperidyl oder Pyranin. 60 

Beispiele fiir die zweiwertige Substituentengruppe Y sind ungesattigte aliphatische Gruppen, wie Ethylen, 
Propylen und Butylen, substituierte oder unsubstituierte alicyclische Gruppen oder heterocyclische Gruppen, 
wie Cyclohexan, Pyradin, Pyran oder Morphoran. 

Wenn eine eine Verbindung mit einer Substituentengruppe oder einer funktionellen Gruppe, die in Anwesen- 
heit einer Saure unter Bildung von Zersetzungsprodukten mit der Fahigkeit zur Erzeugung von Resten, wie 65 
— (C=0)0— , — OS( = 0)2— oder — O— unter dem EinfluB einer Alkalilosung zersetzt werden kann, enthalten- 
de Harzkomponente verwendet werden soli, liegt der Gehalt an der Verbindung zweckmaBigerweise im Bereich 
von 1 — 60 MoI-%, bezogen auf die Menge der Harzgrundlage. Wenn der Gehalt an der Verbindung auBerhalb 
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dieses Bereichs liegt, kann die Auftragung der Verbindung schwierig werden. In diesem Fall kann die durch eine 
Saure zersetzbare Gruppe nicht in die Basisharzkomponente eingearbeitet werden. 

Wenn das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material als ein chemisch verstarkter Resist vom Negativtyp 
verwendet werden soil, kann der Resist durch geeignetes Zugeben eines Photos&uregenerators und eines 
5 Photovernetzungsmittels zu einem Copolymer aus einer Reaktion zwischen einer Vinylverbindung oder einer 
Acrylverbindung der allgemeinen Formel (5) mit einer Menthyl- oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen 
Formel (1) und einer alkaliloslichen Acrylverbindung der allgemeinen Formel (5), wie Methacrylsaure oder 
Acrylsaure, oder einer Vinylverbindung hergestellt werden. 

In diesem Fall konnen neben den oben anhand von Beispielen angegebenen Verbindungen mit einer Eignung 
io fur einen Positivresist als Photosauregenerator auch halogenierte alkylsubstituierte Triazin- oder Naphthylidin- 
verbindungen verwendet werden. Ferner ist die Verwendung von in der folgenden Tabelle und durch die 
folgenden chemischen Formeln dargestellten Verbindungen mdglich. 



Tabelle 3 
Midori Kagaku Co. Ltd. 

TAZ — 101 C6 542-67 - 2) 

TAZ-102 24502-22-1 

TAZ- 103 3712-60-5 

TAZ- 104 3584-23-4 

TAZ- 105 .1 17482-75-4 

30 TAZ- 1 0 6 69432-40-2 

TAZ- 110 42573-57-9 



15 



20 



25 



35 



40 



45 



50 



TAZ-113 42880-07-9 

TAZ-114 42880-08-0 

TAZ-118 151052-45-8 

TAZ-119 139545-38-3 

TAZ-120 42880-12-6 

TAZ- 115 42880-09-1 

TAZ- 116 42880-03-5 



55 



TAZ- 1 1 1 



CH 3 O 



CC1 3 

CH, 0-(oVcH=CH-<OW 



CH, O 



CC1 3 



60 



65 



TAZ- 1 1 2 



CC 1 



CH 3 S-^yCH=CHKON 



CC 1 
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N-N 



H 3 C^g>-CH=CH-< o >CC 1 3 



N-N 



H 3 C-(o)-CH=CH-< o >CBr3 



10 



N-N 

[Oj^-CH=CH-^ o ^-CC 1 



N-N 



<g)-CH=CH-^o)-CH=CH-^ o ^-CC 1 3 



15 



20 



ci 3 c-^ n y-cci 3 

CC1 3 

ci, c-f N V"(oV 0C 

N V N W 

ecu 



CI, C-f ?N ^-CH=CH-/oV 
CC1 3 



OCH 3 



ci. c-f N v<pVci 

XT XT > < 



CC 1 



Cl 3 c-f 




CC 1 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



Als Photovernetzungsmittel kann eine Vinylverbindung mit einer Epoxygruppe in ihrer Seitenkette, ein 
Acrylpolymer der allgemeinen Formel (5) oder eine Verbindung vom Melamintyp, wie methylolsubstituierte 
Triazin- oder Naphthylidinverbindungen, verwendet werden. 65 

In der obigen Beschreibung wurde das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material anhand der Verwendung 
bei chemisch verstarkten Resists erlautert. Bei der Verwendung des Iichtempfindlichen Materials als chemisch 
verstarkter Resist ist es jedoch erforderlich, daB das Polymer den foJgenden Bedingungen genugt. Das Polymer 
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muB einen Erweichungspunkt von 20° C oder dartiber und ein Mittelmolekulargewicht von 500—500 000 aufwei- 
sen. Wenn der Erweichungspunkt des die Harzkomponente des lichtempfindlichen Materials bildenden Poly- 
mers 20° C unterschreitet, kann die durch den Photosauregenerator durch Bestrahlung mit chemischer Strahlung 
erzeugte Saure in ubermaBigem MaBe in der Brennbehandlung in die Resistschicht diffundieren, wodurch die 
5 Auflosung des Resists bei der Musterbildung mdglicherweise verringert wird 

Wenn andererseits das Molekulargewicht des Polymers zu hoch ist, kann die Vernetzungsreaktion des 
Polymers gefdrdert werden, wenn die Resistzusammensetzung mit Elektronenstrahlung bestrahlt und nach 
Bestrahlen mit Elektronenstrahlung gebrannt wird, so daB die Bildqualitat oder Empfindlichkeit des Resists 
beeintrachtigt wird, wenn der Resist ein Resist vom Positivtyp ist 
io Im folgenden werden Beispiele fur die Herstellung des erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials und 
das Verfahren zur Ausbildung eines Resistmusters unter Verwendung des lichtempfindlichen Materials anhand 
von chemisch verstarkten Resists vom Positivtyp erlautert 

Wenn es gewunscht wird, das erf indungsgemaBe lichtempfindliche Material als chemisch verstarkten Resist zu 
verwenden, werden das obige Polymer, eine durch eine Saure zersetzbare Verbindung (falls erforderlich) und 
15 eine Verbindung mit der Fahigkeit zur Erzeugung einer Saure bei Bestrahlung mit chemischer Strahlung in 
einem organischen Losungsmittel geldst, worauf zur Herstellung des Resists f iltriert wird. 

Wenn das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material in derselben Weise verwendet werden soli, wie das 
bei dem herkommlichen Resist der Fall ist, werden das obige Polymer, ein Photovernetzungsmittel oder ein die 
Ruckgratkette bildendes durch Licht spaltbares Mittel in einem organischen Losungsmittel gelost, worauf zur 
20 Herstellung des Resists filtriert wird. 

Die in diesem Fall geeigneten organischen Losungsmittel sind Losungsmittel vom Ketontyp, wie Cyclohexan- 
on, Aceton, Methylethylketon oder Methylisobutylketon, Losungsmittel vom Cellosolvetyp, wie Methylcellosol- 
ve, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Methoxyethylacetat, 2-Propyloxyethylacetat oder 2-Butoxyethyiacetat, Losungsmit- 
tel vom Glykoltyp, wie Propylengiykolmonomethyletheracetat, Losungsmittel vom Estertyp, wie Ethylacetat, 
25 Butylacetat und Isoamy lace tat, Losungsmittel vom Lactontyp, wie y-ButyroIacton, stickstoffhaltige Losungsmit- 
tel, wie Dimethylsulfoxid, Hexamethylphosphortriamid, Dimethylformamid und N-Methylpyrrolidon. Diese Lo- 
sungsmittel konnen alleine oder in Kombination verwendet werden. Diese Losungsmittel kdnnen eine geeignete 
Menge aromatisches Losungsmittel, wie Xylol und Toluol, aliphatischen Alkohol, wie Isopropylalkohol, Ethylal- 
kohol, Methylalkohol, Butylalkohol, n-Butylalkohol, s-Butylalkohol, terL-Butylalkohol und Isobutylalkohol, ent- 
30 halten. 

Neben den obigen drei Komponenten kann in dem Resistmaterial auch ein grenzflachenaktives Mittel als den 
Beschichtungsfilm modifizierendes Mittel, weitere Polymerarten, wie Epoxyharze, Polymethacrylat, Propylen- 
oxid/Ethylenoxid-Copolymere und Polystyrol, sowie Farbstoffe als die Reflexion verhindernde Mittel eingear- 
beitet sein. 

35 lm folgenden wird das Verfahren zur Ausbildung eines Musters unter Verwendung des erfindungsgemaBen 

Photoresistmaterials detailliert erklart 
Die durch Auflosen der obigen Komponenten in einem organischen Losungsmittel hergestellte Photoresist- 

materiallosung wird durch Spinnbeschichten oder Tauchbeschichten auf die Subs tratoberfl ache aufgetragen. 

Die aufgetragene Schicht wird anschlieBend im allgemeinen bei einer Temperatur von 150° C oder darunter oder 
40 vorzugsweise bei einer Temperatur von 70— 120°C getrocknet, um eine lichtempfindliche Harzschicht (einen 

Resistfilm) auszubilden. Das in diesem Fall zu verwendende Substrat konnen beispielsweise Siliziumplattchen, 

Siliziumplattchen mit einem aus Isolierfilmen gebildeten Stufenteil, Elektroden oder Schaltverbindungen oder 

Rohmasken oder auch Halbleiterplattchen aus Gruppe III-V-Verbindungen (wie GaAs, AlGaAs) sein. 
Der Resistfilm wird anschlieBend einem Strahlungsmuster ausgesetzt, d. h. durch eine vorgegebene Maske mit 
45 chemischer Strahlung bestrahlt. Die bei dieser Belichtung zu verwendende chemische Strahlung kann (iblicher 

Weise UV-Strahlung kurzer Wellenlange, aber auch Elektronenstrahlung, Rontgenstrahlung, Lichtstrahlung aus 

einer Niedrigdruckquecksilberlampe, Excimerlaserstrahlung, wie KrF- oder ArF-Excimerlaserstrahlung, Syn- 

chrotronbahnstrahlung, g-Linienstrahlung sowie Ionenstrahlung sein. 

Der musterbelichtete Resistfilm wird anschlieBend durch Erwarmen desselben mit Hilfe einer Heizplatte oder 
50 eines Ofens auf eine Temperatur von nicht mehr als 150°C oder durch Bestrahlung mit Infrarotstrahlung einem 

Brennschritt unterzogen. 

Danach wird der so gebrannte Resistfilm im Rahmen eines Tauchverf ahrens oder eines SprOhverfahrens unter 
Verwendung alkalischer Losung entwickelt, um den belichteten Teil des Resistfilms selektiv zu entfernen. Dabei 
wird das gewiinschte Muster erhalten. Die als Entwickleriosung geeignete waBrige AlkalilSsung kann eine 

55 organische Alkalilosung, wie eine waBrige Losung von Tetramethylammoniumhydroxid oder eine anorganische 
Alkalilosung, wie eine waBrige Losung von Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid, sein. Diese Alkalilosungen 
werden im allgemeinen in einer Konzentration von 15% oder weniger verwendet Ferner ist die Verwendung 
weiterer organischer Losungsmittel, wie Isopropylalkohol, Ethanol, Methanol, 1-Butanol, 2-Butanol, 1-Methyl- 
1-propanol und l-Methyl-2-propanol, als Entwickleriosung moglich. Diese organischen Losungsmittel konnen 

6o einzeln oder in Kombination verwendet werden. 

Nach der Entwicklungsbehandlung werden das Substrat und der Resistfilm mit Wasser oder einer Losung 
gespult 

BEISPIELE 

65 

Diese Erfindung wird anhand der folgenden— die Erfindung in keiner Weise beschrankenden — Beispiele 
naher erlautert 
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Beispiel I 

In jedem der folgenden Beispiele wurde eine Harzkomponente mit einer Verbindung mit einem Terpenoid- 
Skelett zur Herstellung eines diese Harzkomponente enthaltenden lichterapfindlichen Materials verwendet Das 
erhaltene lichtempfindliche Material wurde bewertet. Insbesondere wurden verschiedene Arten von Verbindun- 
gen mit unterschiedlichen Terpenoidarten zur Herstellung der verschiedenartigsten Harzkomponenten einge- 
setzt. 

Synthesebeispiel 1-1 

24 g Methacrylsaure, 31 g Citronellol und 1,5 g p-Toluolsulfonsaure in 500 ml Toluol wurden bei einer Olbad- 
temperatur von 150°C 19 h lang auf RuckfluBtemperatur erwarmt. Danach wurde das Reaktionsgemisch durch 
Zusatz einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung gequentscht Das LGsungsgemisch wurde mit Ether 
extrahiert Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung, 
einer Natriumhydroxidl6sung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammoniumchloridlosung gewaschen und 
schlieBlich iiber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet Zuletzt wurde das erhalte- 
ne dlige Produkt unter vermindertem Druck eingedampf t, wobei Citronellylmethacrylat erhalten wurde. 

Bewertung des von dem in Synthesebeispiel 1-1 hergestellten Monomer herriihrenden Homopolymers: 
2,1 g Citronellylmethacrylat und 0,4 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wurden in 6 ml 
Toluol gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach dreimal wiederholtem 20-minuti- 
gem Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Losung in einem Stickstoffstrom bei 
einer Olbadtemperatur von 70° C 16 h erwarmt. Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von 600 ml 
Methanol wurde mit Methanol umgefallt. Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter verminder- 
tem Druck eingedampf t, wobei Polycitronellylmethacrylat erhalten wurde. 

Dieses Polycitronellylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L&sung wurde auf ein Quarz- 
plattchen in einer Filmdicke von 1 jam aufgetragen. Der erhaltene Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 

Weiterhin wurde der Film hinsichtlich seiner Atzrate mit Hilfe von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) 
bewertet. Die Bewertung derTrockenatzbestandigkeit erfolgte unter folgenden Bedingungen: 
Strdmungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 
Vakuum: 1,33 Pa und 
Mikrowellenleistung: 150 W. 

Anstelle des Polycitronellylmethacrylats wurden ein Novolakharz (Vergleichsbeispiel 1-1) bzw. Polymethacry- 
lat (Vergleichsbeispiel 1-2) verwendet und jeweils in Cyclohexanon gelost 

Die Losungen der Vergleichsbeispiele 1-1 und 1-2 wurden in der geschilderten Weise auf ein Quarzpiattchen 
aufgetragen, um ihre Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl zu ermitteln. Weiterhin wurde die 
Atzrate derselben bei Verwendung von gasformigem Kohlenstofftetrafluorid unter den zuvor angegebenen 
Bedingungen ermittelt. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 4. 

Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt, betrug die Atzrate von Polymethacrylat 0,3. 

Tabelle 4 





L i ch t dur chl as s i g- 
keit (1 fjim) 


Atzbestandigkeit 
( Rel ati vwert ) 


Erf indungsgemaS 


43% 


0,9 


Ver gl e i chsbe i - 
spiel 1-1 


10" 28 % 


3,9 


Vergleichsbei- 
spiel 1-2 


70% 


1 



Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, besitzt ein Polymer mit Terpenoid-Skelett eine hohe Durchlassigkeit fur den 
ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm und eine hervonragende Trockenatzbestandigkeit Im Vergleich dazu be- 
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sitzt das Novolakharz nur eine sehr geringe Durchlassigkeit fur den ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm, 
wahrend PMMA eine schlechte Trockenatzbestandigkeit aufweist 

In den folgenden Beispielen 1-1 bis 1-3 wurden Copolymere mit dem gemaB Synthesebeispiei 1-1 hergestellten 
Citronellylmethacrylat synthetisiert. Mit deren Hilfe wurden dann lichtempfindliche Materialien hergestellt. 
5 Deren Eigenschaften wurden untersucht 

Beispiel 1-1 

9 g Citronellylmethacrylat und 1 g Glycidylmethacrylat sowie 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
10 springmittel wurden in 30 ml Toluol gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 3mal wiederholter 20-minutiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Losung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur 
von 70° C in einem Stickstoffstrom erwarmt. Die Reaktion wurde durch Zusatz von Methanol gequentscht Nach 
dem Wiederausfallen mit Methanol wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum eingedampft, wobei das 
15 gewunschte Copolymer erhalten wurde. 

1 g des erhaltenen Copolymers wurde in 9 ml MethyI-3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene 
Losung in einer Dicke von 1 \im auf ein Siliziumplattchen aufgetragen wurde. Das Ganze wurde dann bei 100°C 
vorgebrannt AnschlieBend wurde der aufgetragene Film einem Elektronenstrahl (Strahlungsdosis: 10 nCcm~ 2 , 
20 keV) ausgesetzt und anschlieBend in Methylethylketon mustergerecht entwickelt Das gebildete Muster 
20 wurde bewertet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
gebildet worden war. 



Beispiel 1-2 



25 



9 g Citronellylmethacrylat, 1 g Allylmethacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationanspringmittel 
wurden in 30 ml Toluol gelost. 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt. Danach wurde die Losung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur von 
30 70° C in einem Stickstoffstrom erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von Methanol wurd 
erneut mit Methanol ausgef allt. Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter Vakuum eingedampft, 
wobei das gewtinschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Losung uberfuhrt. Die hierbei erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen, gebrannt, einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann 
35 unter den in Beispiel 1-1 beschriebenen Bedingungen zu einem zu bewertenden Muster entwickelt. 

Es wurde ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten. 

Beispiel 1-3 

40 5 g Citronellylmethacrylat, 5 g a-Chlorfluorethylacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
springmittel wurden in 28 ml Tetrahydrofuran (im folgenden als THF bezeichnet) gelost. 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minutiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60° C unter einem Stickstoffstrom erwarmt Nach dem Abschrecken bzw. Quentschen der Reaktion 

45 durch Zusatz von Hexan wurde erneut mit Hexan ausgefallt. Das erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
Vakuum eingedampft, wobei das gewunschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Ldsung Uberfuhrt Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen, gebrannt, unter den in Beispiel 1-1 angegebenen Bedingungen 
einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann mit methylisobutylketon zu einem Muster entwickelt Dieses wurde 

so bewertet 

Es wurde ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten. 

Synthesebeispiei 1-2 

55 Es wurde eine andere Art Copolymers mit dem in Synthesebeispiei M erhaltenen Monomer hergestellt Das 
erhaltene Copolymer wurde bewertet 

Citronellylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure wurden im Verhaltnis 50/30/20 zu 10 g 
Gemisch vereinigt Das Gemisch wurde zusammen mit Azoisobutyronitril in 40 ml THF geldst 
Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minutiger 
60 Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Losung 9 h lang bei einer 6l(bad)tempera- 
tur von 60° C unter einem Stickstoffstrom erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zusatz von Hexan 
gequentscht Nach dem Wiederausfallen mit Hexan wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum einge- 
dampft, wobei das gewunschte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene Losung wurde in einer Filmdicke von 1 ^im 
65 auf ein Quarzplattchen aufgetragen. Der hierbei entstandene Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% 
betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 
Der Film wurde ferner unter Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu 
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PMMA auf seine Atzrate hin untersucht Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt, betrug die Atzrate 
dieses Copolymers 03. Dies belegt benfails die Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

Die Bewertung der Trockenatzbestandigkeit erfolgte unter folgenden Bedingungen: 
Stromungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 

Vakuum: 1,33 Pa; 5 
Mikrowellenleistung: 150 W. 

In den folgenden Beispielen 1-4 bis Ml wurden chemisch verstarke Resists mit dem in Synthesebeispiel 1-2 
erhaltenen Copolymer hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-4 10 

2 g des gemaB Beispiel 1-2 erhaltenen Copolymers und 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photosauregenera- 
tor wurden in 8 ml 2-Ethoxyethylacetat gelost 

Die Losung des erhaltenen Copolymers wurde in einer Filmdicke von 0,8 Jim auf ein Siliziumplattchen 
aufgetragen und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjem" 2 ) 15 
wurde der Film in einer waBrigen Losung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt. 
Dieses wurde bewertet. Es zeigte sich, daB ein Linienmuster mit einen Linienbreitenabstand von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Weiterhin wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
Synthesebeispiel 1-1 bewertet. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 60% und die Atzbestandigkeit 20 
03 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenuber PMMA. 

Beispiele 1-5 bis 1-7 

Ein Photosauregenerator entsprechend Tabelle 5 wurde entsprechend Beispiel 1-4 auf ein Siliziumplattchen 25 
aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen denjenigen des 
Beispiels 1-4. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem dieser Beispiele 
betrug die Menge an verwendetem Photosauregenerator 0,05 g. 

Weiterhin wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filme entsprechend 
Synthesebeispiel 1-1 bewertet. Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle 5. Die Atzraten in diesen 30 
Beispielen basieren auf der Atzrate von PMMA. 



Tabelle 5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 .jam) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-5 


Di phenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-6 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-7 


NAI - 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


60 


0,3 



55 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 



Beispiel 1-8 60 

2 g des in Beispiel 1-2 hergestellten Copolymers, 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator und 
0,1 g S^-Bis^'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-USHJ-isobenzofuranon als Loslichkeitsinhibitor wurden in 
8 ml 2-Ethoxyethylacetat gelost. 

Die Ldsung des erhaltenen Copolymers wurde in einer Filmdicke von 0,8 Jim auf ein Siliziumplattchen 65 
aufgetragen und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjem" 2 ) 
wurde der Film in einer waBrigen Losung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt 
Dieses wurde bewertet. Es zeigte sich, daB ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
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\im erhalten wurde. 

Weiterhin wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
Synthesebeispiel M bewertet, wobei es sich zeigte, daB die Lichtdurchlassigkeit 55% und die Atzbestandigkeit 
0,3 betrugen. Dies belegt die Oberiegenheit dieses Resists gegenuber PMMA. 

5 

Beispiele 1-9 bis I- 11 

Wie aus Tabelle 6 hervorgeht, wurde ein Photos&uregenerator entsprechend Beispiel 1-8 auf ein Siliziumplatt- 
chen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen denjenigen 
io des Beispiels 1-8. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem dieser 
Beispiele betrug die Menge an verwendeten Photosauregenerator 0,05 g. 

Die Bewertung der Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filme erfolgte entspre- 
chend Synthesebeispiel M. Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle 6. Die Atzraten in diesen 
Beispielen sind auf denjenigen von PMMA bezogen. 

15 

Tabelle 6 



20 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-9 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-10 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


35 


I-ll 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



40 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 

ErfindungsgemaB konnen das Monomer der allgemeinen Formel (2), tert.-Butylmethacrylat (eine durch eine 
Saure zersetzbare funktionelle Gruppe) und Methacrylat (eine alkalildsliche Gruppe) in beliebigem Verhaltnis 
gemischt werden, solange nur die Menge dieser Komponenten in den schraffierten Bereich in Fig, 1 fallt 

45 

Synthesebeispiel 1-3 

Die in Synthesebeispiel 1-1 beschriebene Synthese wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe 
Menge Pinocampheol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinocamphylmethacryiat erhalten. 
so Bewertung eines aus dem im Synthesebeispiel 1-3 hergestellten Monomer herriihrenden Homopolymers: 

Polypinocamphylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel M unter Verwendung des Pinocamphylme- 
thacrylats als Monomer hergestellt. Das erhaltene Polypinocamphylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. 
Die erhaltene L5sung wurde zur Untersuchung der Transparenz fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen. Hierbei zeigte es sich, daB bei Umrechnung der Filmdicke auf 1 nm die 
55 Lichtdurchlassigkeit des Polypinocamphylmethacrylats 45% betrug. 

Der Film wurde unter den bereits erlauterten Bedingungen auf seine Atzrate bei Verwendung von gasformi- 
gem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate des Polypinocamphylmetha- 
crylats unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-12 bis 1-14 wurden Copolymere mit dem Pinocamphylmethacryiat gemaB 
60 Synthesebeispiel 1-3 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt 
Deren Eigenschaften wurden untersucht. 

Beispiel 1-12 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Pinocamphylmethacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel I- 1 in eine Losung iiberf uhrt. Diese wurde auf 
ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung erfolgten 
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entsprechend Beispiel 1-1, wobei Muster erhalten wurden. Diese wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenrauramuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m erhalten 
wurde. 

Beispiel 1-13 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinocamphylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in eine Ldsung uberfuhrt. Diese wurde auf 
ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entspra- 
chen denjenigen des Beispieis 1-2. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten 
wurde. 

Beispiel 1-14 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinocamphylmethacrylat entsprechend Synthesebeispiel 1-3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in eine Ldsung uberfuhrt Diese wurde auf 
ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entspre- 
chen denjenigen des Beispieis 1-2, wobei Muster erhalten wurden, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten 
wurde. 

Synthesebeispiel 1-4 

Es wurden verschiedene Arten von Copolymeren mit dem Monomer gemaB Synthesebeispiel 1-3 hergestellt 
und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellyime- 
thacrylat durch Pinocamphylmethacrylat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon 
geldst Ein unter Verwendung der erhaltenen Ldsung hergestellt er Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur 
einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% 
betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber der Lichtdurchlassigkeit von PMMA. 

Der Film wurde weiterhin auf seine Atzrate unter Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) 
im Vergleich zu PMMA getestet. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer 
Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-15 bis 1-22 wurden chemisch verstarke Resists mit dem Copolymer gemaB 
Synthesebeispiel 1-4 hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-15 bis Beispiel 1-18 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-4 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften 
untersucht 

Wie im Falle des Synthesebeispiels 1-1 wurden auch die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 zusammengefaBt Tabelle 7 enthalt dariiber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelie 7 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

(1 flltl) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-15 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


1-16 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


20 


1-17 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-18 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co - , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lineinbreite von 0,15 \im 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-19 bis Beispiel 1-22 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-1 1, wobei jedoch 
35 das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-4 ersetzt wurde. Unter 
Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewer- 
tet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelie 8 zusammengefaBt. Tabelie 8 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
40 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelie 8 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-19 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




1-20 


Diphenyl j odon i ym- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-21 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-22 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daS in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lineinbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-5 

5 

Die in Synthesebeispiel 1-1 beschriebene Synthese wurde wiederholt, wobei Citroneilol durch dieselbe Menge 
Geraniol ersetzt wurde. Hierbei wurde GeranyJmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem in Synthesebeispiel 1-5 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polygeranylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel M unter Verwendung des Geranylmethacrylats 
als Monomer hergestellt. Das erhaltene Polygeranylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB bei Umrechnung der Filmdicke auf 1 ^im die Lichtdurchlassig- 
keit des Polygeranylmethacrylats 45% betrug. 

Der Film wurde unter den bereits erlauterten Bedingungen auf seine Atzrate bei Verwendung von gasfdrmi- 
gem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate des Polygeranylmethacrylats 15 
unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-23 bis 1-25 wurden Copolymere mit dem gemaB Synthesebeispiel 1-5 hergestell- 
ten Geranylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien herge- 
stellt Diese wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

20 

Beispiel 1-23 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Geranylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-5 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Ldsung uberfiihrt Diese wurde 
dann auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung 
erfolgten entsprechend Beispiel 1-1, wobei Muster erhalten wurden, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten 
wurde. 

Beispiel 1-24 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Geranylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-5 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in eine Ldsung iiberfuhrt Diese wurde 35 
anschlieBend auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung erfolgten unter den in Beispiel 1-1 angegebenen Bedingungen. Hierbei wurden Muster erhalten, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p.m erhalten 
wurde. 40 

Beispiel 1-25 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Geranylmethacrylat entsprechend Synthesebeispiel 1-5 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in eine Losung iiberftthrt Diese wurde 
dann auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung 
erfolgten unter den in Beispiel 1-1 angegebenen Bedingungen, wobei Muster erhalten wurden, deren Eigenschaf- 
ten untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm erhalten 
wurde. 

Synthesebeispiel 1-6 

Es wurde eine andere Art Copolymer mit dem Monomer gemaB Synthesebeispiel 1-5 hergestellt, worauf das 55 
Copolymer auf seine Eigenschaften hin untersucht wurde. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Geranylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon 
gelost. Ein mit Hilfe dieser Ldsung auf einem Quarzplattchen gebildeter 1 \im dicker Film wurde auf seine 
Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die Licht- 60 
durchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber der Lichtdurchlassigkeit von PMMA. 

Von dem erhaltenen Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 
die Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) bestimmt Hierbei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 65 

In den folgenden Beispielen 1-26 bis 1-33 wurden chemisch verstarke Resists mit dem Copolymer gemaB 
Synthesebeispiel 1-6 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-26 bis Beispiel 1-29 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-6 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusammengefaBt. Tabelle 9 enthalt daruber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photos§uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
io bezogen. 

Tabelle 9 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 lira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-26 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-27 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0/3 


30 


1-28 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-29 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



40 Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 1-30 bis Beispiel 1-33 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-6 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
50 telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 zusammengefaBt. Tabelle 10 enthalt daruber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 10 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

( 1 j f-m ^ £r 


Atzrate 
(Relativ- 
wcrw ) 


1-30 


iTipnenyi- - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1—31 


Dipheny 1 j odonium— 
triflat 




r\ o 
U f O 


T — O 


NAT -105 
Co., Ltd.) 






1-3 3 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich,dafi in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 jim herstellbar war. 30 

Synthesebeispiel 1-7 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Fenchylalkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Fenchylmethacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-7 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyfenchylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Fen- 
chylmethacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polyfenchylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gel6st Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyfenchylmethacrylats 40 
nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 u,m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfenchylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-34 bis 1-36 wurden Copolymere mit Fenchylmethacrylat entsprechend Synthese- 45 
beispiel 1-7 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-34 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Fenchylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-7 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel M in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 55 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- tmd Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u=m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-35 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Fenchylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-7 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 65 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-36 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Fenchylmethacryiat gemSB Synthesebeispiel 1-7 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf em Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
io wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 03 urn 
erhalten wurde. ^ 

Synthesebeispiel 1-8 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-7 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde bewertet 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
at durch Fenchylmethacryiat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
20 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 nm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Syntnesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Uberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-37 bis 1-44 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Syntnesebeispiels 1-8 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

*> Beispiel 1-37 bis Beispiel 1-40 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7 wobei 
jedoch das Copolymer des Syntnesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Syntnesebeispiels 1-8 ersetzt wurde 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaften hin untersucht. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Syntnesebeispiels I-) die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebmsse sind in Tabelle 11 zusammengefaBt. Tabelle 11 enthalt daruber hinaus Angaben 
pmL a^ 6 ^ 611 ^ 16 " Photosaure & eneratoren * D «e jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von 



35 



40 



PMMA bezogen 

Tabelle 11 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-37 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


55 


1-38 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0, 3 


60 


1-39 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-40 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel Ml bis Beispiel 1-44 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-8 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaften hin untersucht. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 zusammengefaBt Tabelle 12 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiiigen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 12 15 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-41 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-42 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-43 


NAT * 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-44 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jam erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-9 



45 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Nerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-9 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 50 
Polynerylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel M hergestellt, wobei jedoch als Monomer Neryl- 
methacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polynerylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhalte- 
ne LSsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchl&ssigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polynerylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 }im 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polynerylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-45 bis 1-47 wurden Copolymere mit Nerylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-9 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 60 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-45 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 65 
thacrylat durch Nerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ^im 
erhalten wurde. 

5 

Beispiel 1-46 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Nerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 ersetzt wurde. 
io Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in LSsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die Ma&nahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
is erhalten wurde. 

Beispiel 1-47 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
20 thacrylat durch Nerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel I- 10 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-9 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde bewertet. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citroneliylmethacry- 
lat durch Nerylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 ^m dicker Film gebildet und dieser 
35 dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispieis 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit dem Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-48 bis 1-55 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispieis I- 10 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-48 bis Beispiel 1-51 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispieis I- 10 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaften hin untersucht 
50 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispieis 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind inTabelle 13 zusammengefaBt. Tabelle 13 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle 13 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xmr) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-48 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-49 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-50 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0/3 


1-51 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \tm erhalten wurde. 

Beispiel 1-52 bis Beispiel 1-55 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels I- 10 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschiiderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaften hin untersucht 

Weiterhin wurden, wie auch im Falie des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 zusammengefaBt Tabelle 14 enthalt dariiber hinaus Angaben 
liber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



DE_1 952522 1A1J_> 



47 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle 14 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-52 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-53 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


1—54 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


25 


1-55 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co, , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0, 1 5 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-1 1 

Die Syn these des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Borneol ersetzt wurde. Hierbei wurde Bornylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-1 1 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polybornylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Bornyl- 
methacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polybornylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhalte- 
ne Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
40 (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polybornylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 um 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polybornylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-56 bis 1-58 wurden Copolymere mit Bornylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel I- 11 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-56 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Bornylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-1 1 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
55 lung entsprachen denjenigen des Beispiels M. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 am 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-57 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Bornylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel Ml ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
65 wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-58 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 5 
thacrylat durch Bornylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel M 1 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. . 10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im , 

erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-12 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel Ml erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Bornylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dann auf 20 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-59 bis 1-66 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-12 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-59 bis Beispiel 1-62 30 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-12 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 35 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 15 zusammengefaBt. Tabelle 15 enthalt dartiber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf,denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 15 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


kt z rate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-59 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


50 


1-60 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


55 


1-61 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


60 


1-62 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 


65 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im herstellbar war. 

Beispiel 1-63 bis Beispiel 1-66 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-1 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-12 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestelit und deren 
Eigenschaften bewertet. 

io Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 zusammengefaBt Tabelle 16 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

is Tabelle 16 



20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-63 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-64 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-65 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-66 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-13 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cinerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cinerylmethacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-13 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polycinerylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel M hergestelit, wobei jedoch als Monomer Ciner- 
ylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polycinerylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycinerylmethacrylats nach 
55 Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 urn 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycinerylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-67 bis 1-69 wurden Copolymere mit Cinerylmethacrylat entsprechend Synthese- 
eo beispiel 1-13 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestelit, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-67 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cinerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-13 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel M in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. . . 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 

Beispiel 1-68 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cinerylmethacrylat gemSB Synthesebeispiel 1-13 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-69 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cinerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-13 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-14 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-13 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Cinerylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel&st 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlepenheit gegenOber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-70 bis 1-77 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Cqpolymer des 
Synthesebeispiels 1-14 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-70 bis Beispiel 1-73 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-14 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 17 zusammengefaBt. Tabelle 17 enthalt darQber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 17 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

1 -L flm ) -6 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-70 


*. -i- puci i y «l. 

sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 




u fixtix iy i j oaonx uin— 
triflat 




0,3 


20 


1-72 


NAT -105 

( Midori Kacraku 
Co., Ltd.) 




u / -* 


25 


1-73 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-74 bis Beispiel 1-77 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels M4 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 zusammengefaBt. Tabelle 18 entMlt darOber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 18 



50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-74 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




1-75 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-76 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


65 


1-77 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-15 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Pinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinylmethacrylat erhalten. 

Bewertungdes von dem gemaB Synthesebeispiel 1-15 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polypinylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel M hergestellt, wobei jedoch als Monomer Pinylme- 
thacrylat verwendet wurde. Dieses Polypinylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene L6sung io 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypinylmethacrylats nach Umrechnung auf 
eine Filmdicke von 1 p.m 45% betrug. . . 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polypinylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-78 bis 1-80 wurden Copolymere mit Pinylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-15 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 



Beispiel 1-78 



Synthesebeispiel 1-16 



20 



Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-15 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht Die erhaltene Losung 25 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich t daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ^m 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-79 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-15 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |xm 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-80 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 45 
thacrylat durch Pinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-15 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 



55 



Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-15 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Pinylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser eo 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahi (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-81 bis 1-88 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-16 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-81 bis Beispiel 1-84 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-16 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 19 zusammengefaBt Tabelle 19 enthalt dariiber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMM A bezogen. 

Tabelle 19 



15 
20 


Beispiel 


Photosaure— 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-81 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-82 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-83 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-84 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |im erhaltlich war. 

Beispiel 1-85 bis Beispiel 1-88 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels M6 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
so ken ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 20 zusammengefaBt. Tabelle 20 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle20 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-85 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-86 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-87 


NAT -105 
(Miaori KagaKu 
Co . , Ltd - ) 


Ol 




1-88 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co * , Ltd . ) 


60 


0 # 3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-17 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Ascaridoi ersetzt wurde. Hierbei wurde Ascaridylmethacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-17 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers : 
Polyascaridylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Ascaridylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyascaridylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fiir einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyascaridylmethacry- 40 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 u,m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyascaridylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-89 bis 1-91 wurden Copolymere mit Ascaridylmethacrylat entsprechend Synthe- 45 
sebeispiel 1-17 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-89 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ascaridylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-17 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein SHiziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 55 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-90 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ascaridylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-17 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufg tragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 65 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
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erhalten wurde. 

Beispiei 1-91 

5 Die Herstellung des Copolymers erfoigte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ascaridylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-17 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiei 1-3 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
io wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel M8 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-17 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfoigte gem&B Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Ascaridylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
20 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \tm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-92 bis 1-99 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-18 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

30 Beispiei 1-92 bis Beispiei I-95t > 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiei 1-4 bis Beispiei 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-18 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
35 Eigenschaften ermittelt. 

Weiterhin wurden, wie auch im Fatle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 21 zusammengefaBt. Tabelle 21 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 21 



45 


Beispiei 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-92 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-93 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-94 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-95 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



56 

BNSDOCID: < DE_1 952522 1A1_I_> 



DE 195 25 221 Al 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-96 bis Beispiel 1-99 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-18 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 22 zusammengefaBt Tabelle 22 enthaJt darliber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 22 15 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-96 


Tr i phenyl — 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-97 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-98 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-99 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jj.m erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel 1-19 



45 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Farnesol ersetzt wurde. Hierbei wurde Farnesylmethacrylat erhaiten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-19 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: so 
Poly farnesylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Far- 
nesylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyfarnesylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhake- 
ne Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyfarnesylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 jim 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelL Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfarnesylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-100 bis 1-102 wurden Copolymere mit Farnesylmethacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-19 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 60 
deren Eigenschaften ermittelt wurden. 

Beispiel MOO 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- es 
thacrylat durch Farnesylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-19 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-101 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Farnesylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-19 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-102 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Farnesylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-19 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-20 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-19 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Farnesylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit fregemiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-103 bis 1-110 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-20 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-103 bis Beispiel 1-106 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-20 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelie 23 zusammengefaBt Tabelle 23 enthait dartiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 23 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fira) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


1-103 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-104 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-105 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-106 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 um erhaltlich war. 30 

Beispiel 1-107 bis Beispiel 1-1 10 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-20 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 24 zusammengefaBt. Tabelle 24 enthalt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 



Tabelle 24 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-107 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-108 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0/3 


1-109 


NAT • 105 

( Mi dor i Kagaku 

Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-110 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-21 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch das Citronellol durch dieselbe Menge 
Patschulialkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Patschulylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-21 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polypatschulylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
io Patschulylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polypatschulylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit f(ir einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polypatschulylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polypatschulylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-111 bis 1-113 wurden entsprechend Synthesebeispiel 1-21 Copolymere mit 
Patschulylmethacrylat synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialmen hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel Mil 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Patschuschulylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-21 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-112 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
35 thacrylat durch Patschulylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-21 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-113 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Patschulylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-21 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

50 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-22 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-21 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Patschulylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
60 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jxm dicker Film gebildet und dieses 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-114 bis 1-121 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-22 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

60 
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Beispiel 1-114 bis Beispiel 1-117 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-22 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 5 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 25 zusammengefaBt Tabelle 25 enthalt darttber hinaus Angaben 
Ciber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 10 



Tabelle 25 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-114 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


60 


0,3 


J-115 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-116 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-117 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd-) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit ,einer 40 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich wan 

Beispiel 1-118 bis Beispiel 1-121 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 45 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-22 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 26 zusammengefaBt Tabelle 26 enthalt dariiber hinaus Angaben 50 
(iber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 



60 



65 
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Tabelle 26 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-118 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-119 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 




NAT • 105 
Co., Ltd.) 


bi 


0,3 


25 


1-121 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 urn erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-23 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch das Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Nerolidol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerolidylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-23 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polynerolidylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
N rolidylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polynerolidylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerla- 
40 serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polynerolidylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 nm45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polynerolidylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-122 bis I- 124 wurden entsprechend Synthesebeispiel 1-23 Copolymere mit 
Nerolidylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-122 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Nerolidylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-23 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
55 lung entsprachen denjenigen des Beispiels M. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |xm 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-123 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Nerolidylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-23 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
65 wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 tim 

62 
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erhalten wurde. 

Beispiel M24 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 5 
thacrylat durch Nerolidylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-23 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 1-24 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-23 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Nerolidylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 20 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 flir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-125 bis 1-132 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-24 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-125 bis Beispiel 1-128 30 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-24 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 27 zusammengefaBt Tabelle 27 enthalt daruber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 27 



35 



40 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ami) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-125 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


50 


1-126 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


55 


1-127 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


60 


1-128 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


65 
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10 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |im erhaltlich war. 

Beispiel I- 129b bis Beispiel 1-132 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-24 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 28 zusammengefaBt Tabelle 28 enthalt darfiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator, Die jeweiiigen Werte ftir die Atzrate sind auf denienieen 
von PMMA bezogen. 6 



15 



Tabelle 28 



20 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l /xiti) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-129 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-130 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-131 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co - , Ltd . ) 


61 


0,3 


40 


1-132 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



45 



55 



60 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 1-25 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Carotol ersetzt wurde. Hierbei wurde Carotylmethacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-25 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers* 
Polycarotylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Caro- 
tylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polycarotylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene 
Losung wurde auf em Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycarotylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 u.m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von,dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycarotylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen I- 1 33 bis 1-135 wurden Copolymere mit Carotylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-25 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-133 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Carotylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-25 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-134 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Carotylmethacrylat gem^B Synthesebeispiel 1-25 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragert Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-135 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Carotylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-25 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in LQsung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-26 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-25 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Carotylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 p,m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlerenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergieich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den foigenden Beispielen 1-136 bis 1-143 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-26 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-136 bis Beispiel M39 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-26 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 29 zusammengefaBt. Tabelle 29 enthalt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 29 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 |im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-136 


irxpnenyi— 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


J- J. O / 


ijxpnenyx joaonium— 
triflat 


59 


0,3 


20 


1—138 


NAT • 105 
Co., Ltd.) 


bi 


0,3 


25 


1-139 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Lmienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 



Beispiel 1-140 bis Beispiel 1-143 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-26 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilHerten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 30 zusammengefaBt. Tabelle 30 enthalt daruber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 



Tabelle 30 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-140 


Triphenyl- 
sulfoniuia- 
triflat 


55 


0,3 




1-141 


Dipheny 1 j odonimn- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-142 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


1-143 


NAI * 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |xm erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-27 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cadinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cadinylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gernaB Synthesebeispiel 1-27 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polycadinyimethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cadi- 
nylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polycadinyimethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycadinylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 um 45°/o betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelL Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polycadinyimethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-144 bis 1-146 wurden entsprechend Synthesebeispiel 1-27 Copolymere mit 
Cadinylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-144 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cadinylmethacrylat gernaB Synthesebeispiel 1-27 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 25 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-145 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cadinylmethacrylat gernaB Synthesebeispiel 1-27 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |xm 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-146 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel I-3 t wobei jedoch das Citronellylme- 45 
thacrylat durch Cadinylmethacrylat gernaB Synthesebeispiel 1-27 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

wurden. ..... 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 

erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-28 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-27 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gernaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Cadinylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 u,m dicker Film gebildet und dieser 6 o 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-147 bis 1-154 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-28 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-147 bis Beispiel 1-150 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-28 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewert t. Die Ergebnisse sind in Tabelle 31 zusammengefaBt. Tabelle 31 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

Tabelle 31 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-147 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-148 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-149 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


35 


1-150 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


60 


0,3 



40 AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 u.m erhaltlich war. 

Beispiel 1-151 bis Beispiel 1-154 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-28 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 32 zusammengefaBt Tabelle 32 enthalt dartiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



68 



BNSDOCtD: <DE_1 9525221 A1_L> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle32 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


5 


1-151 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


10 


1-152 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


1-153 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


1-154 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-29 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Lanceol ersetzt wurde. Hierbei wurde Lancylmethacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-29 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polylancylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Lancyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polylancylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
L6sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polylancylmethacrylats nach 40 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 jim 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polylancylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-155 bis 1-157 wurden Copolymere mit Lancylmethacrylat entsprechend Synthe- 45 
sebeispiel 1-29 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-155 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Lancylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-29 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-156 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Lancylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-29 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 65 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-157 

5 Die Herstellung des Copolymers erfoigte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacryiat durch Lancylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-29 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

10 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-30 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-29 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfoigte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Lancylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
20 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-158 bis 1-161 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-30 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

30 Beispiel M58 bis Beispiel M61 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-30 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 33 zusammengefaBt. Tabelle 33 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 33 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-158 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


55 


1-159 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-160 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-161 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jxm erhaltlich war. 

Beispiel 1-162 bis Beispie! 1-165 

5 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-30 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 34 zusammengefaBt. Tabelle 34 enthalt dariiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 34 is 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 (im) % 


Atzrate 

(Relativ— 

wert) 


1-162 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-163 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-164 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-165 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-31 



45 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Eudesmol ersetzt wurde. Hierbei wurde Eudesmylmethacrylat erhalten, 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-31 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 50 
Polyeudesmylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Eudesmylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyeudesmylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyeudesmylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurden von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyeudesmylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-166 bis 1-168 wurden Copolymere mit Eudesmylmethacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-31 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden iichtempfindliche Materialien hergestellt, go 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-166 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 65 
thacryiat durch Eudesmylmethacrylat gemSB Synthesebeispiel 1-31 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels M. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraurnmuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

5 

Beispiel 1-167 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Eudesmylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-31 ersetzt wurde. 
to Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich daB ein negatives Linien- und Zwischenraurnmuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
15 erhalten wurde. 

Beispiel 1-168 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
20 thacrylat durch Eudesmylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-31 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraurnmuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-32 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-31 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Eudesmylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 um dicker Film gebildet und dieser 
35 dann auf seme Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberiegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Uberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-169 bis 1-176 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-32 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-169 bis Beispiel 1-172 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-32 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 
50 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 35 zusammengefaBt Tabelle 35 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle35 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


1-169 


Tri phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-170 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-171 


NAT • 105 

(Midori KagaJcu 
Co . , Ltd • ) 


OX 




1-172 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-173 bis Beispiel 1-176 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-32 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschiiderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die DurchlSssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 36 zusammengefaBt. Tabelle 36 enthalt daruber hinaus Angaben 
Ciber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 36 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-173 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-174 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-175 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-176 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-33 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cedrol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cedrylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-33 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polycedrylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cedryl- 
io methacrylat verwendet wurde. Dieses Polycedrylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycedrylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 p,m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycedrylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-177 bis M79 wurden Copolymere mit Cedrylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-33 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-177 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cedrylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-33 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
Iung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-178 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
35 thacrylat durch Cedrylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-33 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf em Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-179 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cedrylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-33 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht. Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

so wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-34 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-33 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Cedrylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
60 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 nm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des .Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-180 bis 1-187 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-34 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-180 bis Beispiel 1-183 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-34 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falie des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 37 zusammengefaBt Tabelle 37 enthalt dariiber hinaus Angaben 
liber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 37 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-180 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-181 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-182 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-183 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jim erhaltlich war. 

Beispiel 1-184 bis Beispiel 1-187 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-34 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 38 zusammengefaBt Tabelle 38 enthalt dariiber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 38 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-184 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-185 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


1-186 


NAT- 105 

( Midori Kagaku 

Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


1-187 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-35 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Guajol ersetzt wurde. Hierbei wurde Guajylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-35 erhalteren Monomer hemihrenden Homopolymers: 
Polyguajylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Guajyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polyguajylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyguajylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 nm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyguajylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispieien 1-188 bis 1-190 wurden Copolymers mit Guajylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-35 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materiaiien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-188 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Guajylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-35 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p.m 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-189 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Guajylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-35 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
65 wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 03 ^m 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-190 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Guajylmethacrylat gemSB Synthesebeispiel 1-35 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer, Linienbreite von 0,5 |im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-36 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-35 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Guajylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegemiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-191 bis 1-198 wurden chemisch verstSrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-36 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-191 bis Beispiel 1-194 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-36 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 39 zusammengefaBt. Tabelle 39 enthalt daniber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
,von PMMA bezogen. 

Tabelle 39 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 {im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-191 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-192 


Di phenyl j odon ium- 
triflat 


59 


0 # 3 


1-193 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-194 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |im erhaltlich war. 

Beispiel 1-195 bis Beispiel M98 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-36 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

io Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 40 zusammengefaBL Tabelle 40 enthilt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosiiuregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

15 Tabelle 40 



20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-195 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 




30 


1-196 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 




35 


1-197 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-198 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-37 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Kessoglykol ersetzt wurde. Hierbei wurde Kessoglycoxylmethacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-37 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polykessoglycoxylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Kessoglycoxylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polykessoglycoxylmethacrylat wurde in Cyclohexanon 
gelost. Die erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit ftir einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polykesso- 
55 glycoxylmethacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polykessoglycoxylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen M99 bis 1-201 wurden Copolymere mit Kessoglycoxylmethacrylat entsprechend 
eo Synthesebeispiel 1-37 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-199 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Kessoglycoxylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-37 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhaiten wurde. 

Beispiel 1-200 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Kessoglycoxylmethacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-37 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhaiten wurde. 

Beispiel 1-201 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Kessoglycoxylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-37 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel 1-38 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-37 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Kessoglycoxylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon 
geldst. Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 |im dicker Film gebildet und 
dieser dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte 
es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-202 bis 1-209 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-38 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-202 bis Beispiel 1-205 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-38 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 41 zusammengefaBt Tabelle 41 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle41 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-202 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


1-203 


Diphenyl ;jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


J_ — U 


NAT- 105 

( wiaori Jxagaicu 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


25 


1-205 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,15 \xm erhaltlich war. 

Beispiel 1-206 bis Beispiel 1-209 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-38 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilHerten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 42 zusammengefaBt Tabelle 42 enthalt darttber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 42 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ptni) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-206 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




1-207 


Dipheny 1 j odoniura- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-208 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


65 


1-209 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-39 

5 

Die Syn these des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Phytol ersetzt wurde. Hierbei wurde Phytylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-39 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polyphytylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Phytyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polyphytylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene io 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrah! 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyphytylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polyphytylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-210 bis 1-212 wurden Copolymere mit Phytylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-39 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 



Beispiel 1-210 



Synthesebeispiel 1-40 



20 



Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Phytylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-39 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 25 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-211 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Phytylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-39 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-212 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 45 
thacrylat durch Phytylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-39 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in L5sung gebracht Die erhaltene Lbsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
erhalten wurde. 



55 



Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-39 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Phytylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dieser 60 
dann auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-213 bis 1-220 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-40 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 
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Beispiel 1-213 bis Beispiel 1-216 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synth sebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-40 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 43 zusammengefaBt. Tabelle 43 enthalt daruber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
10 von PMMA bezogen. 

Tabelle 43 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-213 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-214 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-215 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


35 


1-216 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jam erhaltlich war. 

Beispiel 1-217 bis Beispiel 1-220 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-40 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 44 zusammengefaBt Tabelle 44 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



82 



BNSDOCID: <DE_19525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle44 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


1-217 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0/3 


10 


1-218 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


1-219 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


1-220 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \xm erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-41 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Sclareol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sclarylmethacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-41 erhalten^n Monomer herrtihrenden Homopolymers: 
Polysclarylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sclaryl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polysclarylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrah! 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polysclarylmethacrylats nach 40 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polysclarylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-221 bis 1-223 wurden Copolymere mit Sclarylmethacrylat entsprechend Synthe- 45 
sebeispiel 1-41 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-221 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sclarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-41 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
Iung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 55 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ^im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-222 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sclarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-4 1 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 65 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-223 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sclarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-41 ersetzj wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend B ispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene L5sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
io wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-42 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-41 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Sclarylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
20 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 1-224 bis 1-231 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-42 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

30 Beispiel 1-224 bis Beispiel 1-227 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-42 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 45 zusammengefaBt Tabelle 45 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 45 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-224 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-225 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-226 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-227 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 erhaltlich war. 

Beispiel 1-228 bis Beispiel 1-231 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-42 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 46 zusammengefaBt Tabelle 46 enthalt daruber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 46 15 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-228 


Triphenyl- 
sulfoniura- 
triflat 


55 


0,3 


25 


1-229 


Diphenyl jodoniuin- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-230 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


35 


1-231 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


40 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 45 

Synthesebeispiel 1-43 

Die Syn these des Synthesebeispiels M wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Manool ersetzt wurde. Hierbei wurde Manylmethacrylat erhalten. so 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-43 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polymanylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Manyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polymanylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polymanylmethacrylats nach 55 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermitteit Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polymanylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispieien 1-232 bis 1-234 wurden Copolymere mit Manylmethacrylat entsprechend Synthe- 60 
sebeispiel 1-43 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 



Beispiel 1-232 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Manylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-43 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel M in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
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wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
5 erhalten wurde. 

Beispiel 1-233 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
io thacrylat durch Manylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-43 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen- Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften untersucht 
wurden, 

15 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-234 

20 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Manylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-43 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene L8sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

25 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-44 

30 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-43 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Manylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
35 Unter Verwendung dieser Losung wurde^auf einem Quarzplattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-ExcimerlaserstraM (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfbrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
40 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-235 bis 1-242 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-44 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

45 Beispiel 1-235 bis Beispiel 1-238 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-44 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
50 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 47 zusammengefaBt Tabelle 47 enthalt darOber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle47 



Beispiel 


Photosaure- 
generaitor 


Li ch t dur ch- 
lSssigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-235 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-236 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-237 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-238 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jim erhaltlich war. 

Beispiel 1-239 bis Beispiel 1-242 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-44 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 48 zusammengefaBt Tabelie 48 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 48 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li ch t dur ch- 
lassigkeit 
(l /m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-239 


Triphenyl- 
sulfoniuiu- 
triflat 


55 


0,3 


1-240 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-241 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-242 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-45 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citroneliol durch dieselbe Menge 
Hinokio! ersetzt wurde. Hierbei wurde Hinokylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-45 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyhinokylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel M hergestellt, wobei jedoch als Monomer Hin- 
io okylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyhinokylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyhinokylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 u,m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyhinokylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-243 bis 1-245 wurden Copolymere mit Hinokylmethacrylat entsprechend Syn- 
thesebeispiel 1-45 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-243 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Hinokylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-45 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-244 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
35 thacrylat durch Hinokylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-45 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend BeispiH 1-2 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-245 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Hinokylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-45 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

50 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-46 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-45 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Hinokylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
eo Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-246 bis 1-253 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-46 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-246 bis Beispiel 1-249 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Syntheseb ispiels 1-46 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 49 zusammengefaBt Tabelle 49 enthait darQber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 43 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


1-246 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-247 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-248 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-249 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0 t 15 um erhaltlich war. 

Beispiel 1-250 bis Beispiel 1-253 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-46 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 50 zusammengefaBt Tabelle 50 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 50 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-250 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-251 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


T — R O 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-253 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-47 

Die Synthese des Synthesebeispiels M wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Ferruginol ersetzt wurde. Hierbei wurde Ferruginylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 147 erhalten-n Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Polyferruginylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Ferruginylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyferruginylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerla- 
40 serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyferruginylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 jim 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkoh lens toff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyferruginylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-254 bis 1-256 wurde Copolymere mit entsprechend Synthesebeispiel 1-47 
Ferruginylmethacrylat synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-254 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfoigte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ferruginylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-47 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel M in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
55 lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ujn 
erhalten wurde. 

€0 Beispiel 1-255 

Die Herstellung des Copolymers erfoigte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ferruginylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-47 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
65 wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-256 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ferruginylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-47 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-48 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-47 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Ferruginylmethacrylal ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel&st 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 ^tm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB-die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-257 bis 1-264 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-48 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-257 bis Beispiel 1-260 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-48 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 51 zusammengefaBt Tabelle 51 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 51 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-257 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


1-258 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0, 3 


1-259 


NAT ■ 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-260 


NAI - 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jxm erhaltlich war. 

Beispiel 1-261 bis Beispiel 1-264 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-48 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

10 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 52 zusammengefaBt. Tabelle 52 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

is Tabelle 52 



20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /*m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-261 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-262 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0/3 


35 


1-263 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


40 


1-264 


NAI • 105 

( Midori Kagaku 

Co w Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-49 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Totarol ersetzt wurde. Hierbei wurde Totarylmethacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-49 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Poly totarylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Tota- 
rylmethacrylat verwendet-wurde. Dieses Polytotarylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelOst Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polytotarylmethacrylats nach 
55 Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 um 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polytotarylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-265 bis 1-267 wurden Copolymere mit Totarylmethacrylat entsprechend Synthe- 
60 sebeispiel 1-49 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-265 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Totarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-49 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die rhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

5 

Beispiel 1-266 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Totarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-49 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung io 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 15 

Beispiel 1-267 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Totarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-49 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 25 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-50 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-49 erhaltenen Monomer hergestellt 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Totarylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 (xm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 35 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberle^enheit gegeniiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von i fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. In den folgenden Beispielen 1-268 bis 1-275 wurden chemisch 40 
verstarkte Resists mit dem Copolymer des Synthesebeispiels 1-50 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin 
untersucht. 

Beispiel 1-268 bis Beispiel 1-271 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-50 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 53 zusammengefaBt Tabelle 53 enthalt daruber hinaus Angaben ttber den 
jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von 
PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle53 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-268 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


T— O^Q 

j. zoy 


DxpnenyX 3 oaonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


1-270 


NAT -105 

f Midori Kacraku 

Co . , Ltd • ) 


£1 
O X 


0,3 


25 


1-271 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 um erhaltlich wan 

Beispiel 1-272 bis Beispiel 1-275 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-50 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 54 zusammengefaBt. Tabelle 54 enthalt darttber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 54 



45 
50 


Beispiel 


Photo s aur e - 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 txm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-272 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0/3 




1-273 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-274 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


1-275 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-51 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Sugiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sugylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-51 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polysugylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sugyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polysugylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene io 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polysugylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohienstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polysugylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-276 bis 1-278 wurden Copolymere mit Sugylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-51 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden Hchtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-276 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sugylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-51 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-277 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sugylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-51 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-278 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sugylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-51 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-52 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-51 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Sugylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jam dicker Film gebildet und dieser 60 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA, 

In den folgenden Beispielen 1-279 bis 1-286 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-52 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-279 bis Beispiel 1-282 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-52 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 55 zusammengefaBt. Tabelle 55 enthalt dariiber hinaus Angaben 
iiberden jeweiis verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

Tabelle 55 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-279 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat 


60 


0,3 


25 


1-280 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-281 


NAT • 105 

(Midori KagaJcu 
Co., Ltd-) 


61 


0,3 


35 


1-282 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



40 AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 |im erhaltlich war. 

Beispiel 1-283 bis Beispiel 1-286 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-52 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 56 zusammengefaBt. Tabelle 56 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 56 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pra) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


1-283 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 




1-284 


D ipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-285 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-286 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 jim er hal ten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-53 

24 g Acrylsaure, 31 g Citronellol und 1,5 g p-Toluolsulfonsaure in 500 ml Toluol wurden bei einer Olbadternpe- 
ratur von 150°C 19 h lang auf RuckfluBtemperatur erwarmt Danach wurde das Reaktionsgemisch durch Zusatz 35 
einer salzgesattigten Natriumbicarbonatlosung gequentscht Das Ldsungsgemisch wurde mit Ether extrahiert 
Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung, einer 
Natriumhydroxidlosung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammoniumchloridlosung gewaschen und 
schlieBlich iiber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet Zuletzt wurde das erhalte- 
ne olige Produkt unter vermindertem Druck eingedampft, wobei Citronellylacrylat erhalten wurde. 40 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-53 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polycitronellylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Citronel- 
lylacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polycitronellylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycitronellyiacrylats nach 45 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 jxm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurden von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycitronellylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-287 bis 1-289 wurden Copolymere mit Citronellylacrylat entsprechend Synthese- 50 
beispiel 1-53 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-287 

55 

Die Hersteilung des Copolymers erfoigte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Citronellylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-53 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels M. Hierbei wurden Muster gebildeVderen Eigenschaften untersucht 60 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ]*m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-288 65 

Die Hersteilung des Copolymers erfoigte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Citronellylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-53 ersetzt wurde. 
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Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2* Hierbei wurden Muster gebiidet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

5 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u^m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-289 

io Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Citronellylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-53 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Losung gebracht Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebiidet, deren Eigenschaften untersucht 

15 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-54 

20 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-53 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Citronellylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st 
25 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 um dicker Film gebiidet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
30 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f(ir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-290 bis 1-297 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-54 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

35 Beispiel 1-290 bis Beispiel 1-293 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-54 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
40 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 57 zusammengefaBt Tabelle 57 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle57 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


1-290 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-291 


Di phenyl j odoni vaa- 
triflat 


59 


rt o 


1—292 


NAT • 105 

( MlaOrl jxagaKU 
Co., Ltd.) 


O -L. 


O 5 
u , o 


1-293 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 um erhaltlich war. 

Beispiel 1-294 bis Beispiel 1-297 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-54 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M,die Durchlassigkeit und Trockeniitzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 58 zusammengefaBt Tabelle 58 enthalt darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 58 



Beispiel 


Phot os aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-294 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-295 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


1-296 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-297 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-55 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Pinocampheol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinocamphylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-55 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polypinocamphylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
io Pinocamphylacrylat verwendet wurde. Dieses Polypinocamphylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhal- 
tene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaser- 
strahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypinocamphylacrylats 
nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
is dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polypinocamphylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-298 bis 1-300 wurden Copolymere mit Pinocamphylacrylat entsprechend Syn- 
thesebeispiel 1-55 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-298 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-55 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-299 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Pinocamphylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-55 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ^m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-300 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-55 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

so bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-56 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-55 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost 
60 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jxm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 1-301 bis 1-308 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-56 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-301 bis Beispiel 1-304 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-56 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 59 zusammengefaBt Tabelle 59 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 59 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-301 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


1-302 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0 f 3 


X-303 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-304 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 u,m erhaitlich war. 

Beispiel 1-305 bis Beispiel 1-308 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-56 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 60 zusammengefaBt Tabelle 60 enthalt dariiber hinaus Angaben 
liber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle60 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 lira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-305 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


X-306 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


1-307 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-308 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 u.m erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-57 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Geraniol ersetzt wurde. Hierbei wurde Geranylacrylat erhalten. 

Bewertungdes von dem gemaB Synthesebeispiel 1-57 erhalteren Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polygeranylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Geranyla- 
crylat verwendet wurde. Dieses Polygeranylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Losung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polygeranylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 u.m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polygeranylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 f Ur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-309 bis 1-311 wurden Copolymere mit Geranylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-57 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Mate rial ien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-309 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Geranylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-57 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-310 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Geranylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-57 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
65 Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-311 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 5 
durch Geranylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-57 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p,m 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 1-58 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-57 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Geranylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser dann auf 20 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-312 bis 1-319 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-58 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-312 bis Beispiel 1-315 30 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-58 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 35 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 61 zusammengefaBt Tabelle 61 enthait daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 61 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-312 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-313 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-314 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . t Ltd . ) 


61 


0,3 


1-315 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co , , Ltd • ) 


60 


0,3 
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10 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Limenbreite von 0,15 u.m erhaltlich war. 

Beispiel 1-316 bis Beispiel 1-319 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-58 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. e 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 62 zusammengefaBt Tabelle 62 enthalt dartiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denienigen 
vonPMMAbezogen. to 



15 



Tabelle 62 



20 


Beispiel 


Piiotosaure- 
generator 


Lichtdurch- 

(1 /Ml) % 


Atzrate 

I Keiatlv - 

wert) 


25 


1-316 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0 # 3 


30 


1-317 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-318 


NAT ■ 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-319 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-59 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Fenchylalkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Fenchylacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-59 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polyfenchylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Fenchyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polyfenchylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Losung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitte n. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyf enchylacrylats nach Umrechnung auf eine 
55 Filmdicke von 1 nm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfenchylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-320 bis 1-322 wurden Copolymere mit Fenchylacrylat entsprechend Synthese- 
60 beispiel 1-59 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-320 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-59 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwickiung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
erhalten wurde. 

5 

Beispiel 1-321 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-59 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragert Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwickiung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-322 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-59 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwickiung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-60 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-59 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Unter 
Verwendung dieser L6sung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dann auf seine 
Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die Licht- 
durchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-323 bis 1-330 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-60 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-323 bis Beispiel 1-326 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-60 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 63 zusammengefaBt Tabelle 63 enthalt daruber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle 63 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-323 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


60 


0,3 


15 


1-324 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


1-325 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-326 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*,) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 |im erhal tlich war. 

Beispiel 1-327 bis Beispiel 1-330 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-60 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 64 zusammengefaBt Tabelle 64 enthalt daruber hinaus Angaben 
40 iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 64 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ptm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-327 


Triplienyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




1-328 


Diphenyl jodoni um- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-329 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-330 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-61 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronello! durch dieselbe Menge 
Nerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-61 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polynerylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Nerylacrylat 
verwendet wurde. Dieses Polynerylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Ldsung wurde auf ein io 
Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polynerylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 jxm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polynerylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-331 bis 1-333 wurden Copolymere mit Nerylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-61 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-331 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-61 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 25 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-332 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-61 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-333 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-61 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-62 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-61 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-334 bis 1-341 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-62 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-334 bis Beispiel 1-337 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-62 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 65 zusammengefaBt. Tabelle 65 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

Tabelle 65 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-334 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-335 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-336 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


35 


1-337 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich wan 

Beispiel 1-338 bis Beispiel 1-341 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-62 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 66 zusammengefaBt. Tabelle 66 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle66 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


1-338 


Triphenyl— 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1—339 


Dipheny 1 j odoniuiri— 
triflat 




n *s 
U , o 




NAT - 105 
Co . , Ltd . ) 


ox 


n ^ 
u , o 


1-341 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 30 

Synthese beispiel 1-63 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Borneo! ersetzt wurde. Hierbei wurde Bornylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-63 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polybornylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Bornyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polybornylacrylat wurde in Cyclohexanon geidst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchliissigkeit des Polybornylacrylats nach Umrechnung auf eine 40 
Filmdicke von 1 jj.m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polybornylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-342 bis 1-344 wurden Copoiymere mit Bornylacrylat entsprechend Synthesebei- 45 
spiel 1-63 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden Iichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-342 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-63 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-343 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-63 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in L6sung gebracht. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-344 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-63 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
io bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-64 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-63 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Unter 
20 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 nm dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-345 bis 1-352 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-64 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

30 Beispiel 1-345 bis Beispiel 1-348 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-64 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 67 zusammengefaBt. Tabelle 67 enthait dartiber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 67 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-3 45 


Tri phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-346 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-347 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


65 


1-348 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedera der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-349 bis Beispiei 1-352 

5 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-64 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 68 zusammengefaBt Tabelle 68 enthalt dariiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 68 15 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-349 


Triphenyl- 
sulf oniura- 
triflat 


55 


0,3 


1-350 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-351 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


1-352 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-65 



45 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cinerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cinerylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-65 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: so 
Polycinerylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cineryl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polycinerylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Losung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycinerylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycinerylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-353 bis 1-355 wurden Copolymere mit Cinerylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-65 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- eo 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-353 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 55 
durch Cinerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-65 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei z igte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 

5 

Beispiel 1-354 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cinerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-65 ersetzt wurde. 
to Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die Mafinahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
is erhalten wurde. 

Beispiel 1-355 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
20 durch Cinerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-65 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-66 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-65 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cinerylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 urn dicker Film gebildet und dieser dann auf 
35 seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-356 bis 1-363 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-66 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-356 bis Beispiel 1-359 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-66 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 
so Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 69 zusammengefaBt. Tabelle 69 enthalt dartiber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle69 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


1-356 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


1-357 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


1-358 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


1-359 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \Lm erhaltlich war. 30 

Beispiel 1-360 bis Beispiel 1-363 



Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-66 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 70 zusammengefaBt Tabelle 70 enthalt daruber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 



Tabelle 70 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-360 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-361 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-362 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-363 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 p.m erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-67 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronello! durch dieselbe Menge 
Pinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-67 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polypinylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Pinylacrylat 
to verwendet wurde. Dieses Polypinylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene L6sung wurde auf ein 
Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypinylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 u,m45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darOber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polypinylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-364 bis 1-366 wurden Copolymere mit Pinylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-67 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden Iichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-364 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-67 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-365 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Pinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-67 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-366 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-67 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

50 bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-68 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-67 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
60 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei V rwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-367 bis 1-374 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-68 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 
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Beispiel 1-367 bis Beispiel 1-370 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-68 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 71 zusammengefaBt Tabelle 71 enthait daruber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 71 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xia) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-367 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-368 


D i phen y 1 j odon ium- 
triflat 


59 


0,3 


1-369 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-370 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 u.m erhaltlich war. 

Beispiel 1-371 bis Beispiel 1-374 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-68 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 72 zusammengefaBt Tabelle 72 enthait darQber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 72 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-371 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-372 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


± — O / J 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co* , Ltd, ) 


61 


0,3 


25 j 


1-374 


NAI-105 

( Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich f daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0, 1 5 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-69 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Ascandole ersetzt wurde. Hierbei wurde Ascaridylacryiat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-69 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyascandylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Ascari- 
dylacryiat verwendet wurde. Dieses Polyascaridylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
40 ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyascaridylacryiats nach Umrechnung auf 
eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyascandylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-375 bis 1-377 wurden Copolymere mit Ascaridylacryiat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-69 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-375 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ascaridylacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-69 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
55 Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 03 urn 
erhalten wurde. 



60 Beispiel 1-376 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ascaridylacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-69 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
65 Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden, 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-377 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacryiat 
durch Ascaridylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-69 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in L6sung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 *im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-70 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-69 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacryiat 
durch Ascaridylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jim dicker FOm gebildet und dieses dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-378 bis 1-385 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-70 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-378 bis Beispiel 1-381 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-70 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 73 zusammengefaBt Tabelle 73 enthalt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 73 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Atm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-378 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-379 


Dipheny 1 j odoniuro- 
triflat 


59 


0,3 


1-380 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-381 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 
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AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \Lm erhaltlich war. 

Beispiel 1-382 bis Beispiel 1-385 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-70 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 74 zusammengefaBt. Tabelle 74 enthalt darQber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



15 



Tabelle 74 



20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-382 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-383 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0 # 3 


35 


1-384 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-385 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u,m erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-71 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Farnesol ersetzt wurde. Hierbei wurde Farnesylacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-71 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyfarnesylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Farnesyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polyfarnesylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyfarnesylacrylats nach Umrechnung auf 
55 eme Filmdicke von 1 jim 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfarnesylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-386 bis 1-388 wurden Copolymere mit Farnesylacrylat entsprechend Synthese- 
60 beispiel 1-71 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-386 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-71 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-387 



Beispiel 1-389 bis Beispiel 1-392 
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Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-71 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene io 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 15 

Beispiel 1-388 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-71 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 [im 25 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-72 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-71 erhaitenen Monomer hergestellt. 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine, Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 35 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit ^egentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-389 bis 1-396 wurden chemisch verstMrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-72 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-72 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 75 zusammengefaBt Tabelle 75 enthalt darUber hinaus Angaben 
liber den jeweils verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 
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Tabelle 75 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 M*0 % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-389 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


1-390 


Diphenyl jodoniuro- 
triflat 


59 


0,3 


20 




NAT * 105 

I Mxaoirx Kagajcu 

Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-392 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-393 bis Beispiel 1-396 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-72 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchliissigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 76 zusammengefaBt. Tabelle 76 enthalt dariiber hinaus Angaben 
40 iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 76 



45 
50 


Beispiel 


Photos aur e— 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-393 


Tr i phenyl - 
sulf oniuim— 
triflat 


55 


0,3 




1-394 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-395 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-396 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-73 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Patschulialkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Patschulylacrylat erhaltea 

Bewertungdes von dem gemaB Synthesebeispiel 1-73 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polypatschulylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Pat- 
schulylacrylat verwendet wurde. Dieses Polypatschulylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene io 
Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypatschulylacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 u,m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polypatschulylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-397 bis 1-399 wurden Copolymere mit Patschulylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-73 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-397 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Patschulylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-73 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 25 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-398 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Patschulylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-73 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-399 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 45 
durch Patschulylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-73 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-74 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-73 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Patschulylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf eo 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-400 bis 1-407 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-74 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-400 bis Beispiei 1-403 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel M bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-74 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 77 zusammengefaBt Tabelle 77 enthalt darQber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

Tabelle 77 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-400 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-401 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-402 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-403 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |xm erhaltlich war. 

Beispiel 1-404 bis Beispiel 1-407 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-1 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-74 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 78 zusammengefaBt Tabelle 78 enthalt darQber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 78 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /Lzm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


1-404 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


10 


1-405 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


1-406 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd- ) 


61 


0,3 


20 


1-407 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-75 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Nerolidol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerolidylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-75 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Poiynerolidylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Neroli- 
dylacrylat verwendet wurde. Dieses Poiynerolidylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Poiynerolidylacrylats nach Umrechnung auf 40 
eine Filmdicke von 1 jim 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurden von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Poiynerolidylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-408 bis 1-410 wurden Copolymere mit Nerolidylacrylat entsprechend Synthese- 45 
beispiel 1-75 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-408 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-75 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-409 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-75 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
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erhalten wurde. 



Beispiel 1-410 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-75 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
io bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 1-76 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-75 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
20 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 ^m dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seme Durchlassigkeit-fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich f daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-411 bis 1-418 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-76 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

30 Beispiel 1-41 1 bis Beispiel 1-414 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-76 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 79 zusammengefaBt Tabelle 79 enthait daruber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 79 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-411 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-412 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0/3 


60 


1-413 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


1-414 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



124 



BNSDOCID: <DE_J 9525221 A1„L> 



DE 195 25 221 Al 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich wan 

Beispiel 1-415 bis Beispiel 1-418 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-76 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 80 zusammengefaBt Tabelle 80 enthalt dartiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 80 is 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-415 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


25 


1-416 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-417 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


35 


1-418 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


60 


0,3 





Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 ixm erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-77 



45 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Carotol ersetzt wurde. Hierbei wurde Carotylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-77 erhaltenen Monomer hernihrenden Homopolymers: 50 
Poiycarotyiacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Carotyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Poiycarotyiacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene Losung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchl&ssigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Poiycarotylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 |xm 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Poiycarotyiacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-419 bis 1-421 wurden Copolymere mit Carotylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-77 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 60 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-419 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 65 
durch Carotylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-77 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

5 

Beispiel 1-420 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Carotylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-77 ersetzt wurde. 
io Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
is erhalten wurde. 

Beispiel 1-421 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
20 durch Carotylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-77 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-78 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-77 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Carotylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einera Quarzpiattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser dann auf 
35 seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit segemiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-422 bis 1-429 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-78 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-422 bis Beispiel 1-425 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-78 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 
50 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 81 zusammengefaBt Tabelle 81 enthait dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle81 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jzm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


1-422 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


1-423 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


1-424 


NAT-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


20 


1-425 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 30 

Beispiel 1-426 bis Beispiel 1-429 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-78 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im. Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 82 zusammengefaBt. Tabelle 82 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 



Tabelle 82 



Beispiel 


Photos aur e- 
generator 


Li cht durch- 
lassigkeit 
(1 jLzm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-426 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-427 


Dipheny 1 jodoniuxn- 
triflat 


59 


0,3 


1-428 


NAT-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-429 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-79 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cadinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cadinylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-79 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polycadinylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cadinyl- 
io acrylat verwendet wurde. Dieses Polycadinylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene Losung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycadinylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 ^im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycadinylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-430 bis 1-432 wurden Copolymere mit Cadinylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-79 synthetisierL Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-430 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cadinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-79 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in LSsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-431 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Cadinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-79 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-432 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cadinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-79 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

so bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p.m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-80 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-79 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cadinylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel&st Unter 
6 o Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 urn dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-433 bis 1-440 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-80 synthetisi rt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 
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Beispiel M33 bis Beispiel 1-436 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-80 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die DurchlSssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 83 zusammengefaBt Tabelle 83 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 83 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-433 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-434 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-435 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co-, Ltd.) 


61 


0,3 


1-436 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-437 bis Beispiel 1-440 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-80 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 84 zusammengefaBt Tabelle 84 en thai t dariiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 84 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-437 


Triphenyl— 
sulf oniuia- 
triflat 


55 


0,3 


15 


T — A 


U-L^neriy jl j uaoniulu"* 
triflat 


r- 

59 


0,3 


20 


1-439 


NAT- 105 

f Midori KacraJcu 
Co . , Ltd . ) 




0,3 


25 


1-440 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-81 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Lanceol ersetzt wurde. Hierbei wurde Lancylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-81 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polylancylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch ais Monomer Lancylacry- 
lat yerwendet wurde. Dieses Polylancylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Losung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
40 Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polylancylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 ^tm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polylancylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-441 bis 1-443 wurden Copolymere mit Lancylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-81 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 



50 



Beispiel 1-441 



Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Lancylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-81 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
55 Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-442 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Lancylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-81 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
65 Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p.m 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-443 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 5 
durch Lancylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-81 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in LSsung gebracht. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. . 10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 

erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-82 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-81 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Lancylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 *im dicker Film gebildet und dieser dann auf 20 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-444 bis 1-451 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-82 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-444 bis Beispiel 1-447 30 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-82 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 35 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 85 zusammengefaBt Tabelle 85 enthalt daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 85 



Beispiel 


Photo saure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-444 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


50 


1-445 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


55 


1-446 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


60 


1-447 


NAI * 105 
(Midori Kagaku 
Co - , Ltd . ) 


60 


0,3 


65 



131 



BNSDOCID: <DE 19525221 A 1_l_> 



DE 195 25 221 Al 



10 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-448 bis Beispiel 1-451 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-82 ersetzt wurde 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet e 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 86 zusammengefaBt. Tabelle 86 enthalt darQber hinaus Angaben 
uber den jeweus verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiiigen Werte fur die Atzrate sind auf denienigen 
von PMMA bezogen. J & 



15 



Tabelle 86 



20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassicrlceit 
(1 fim) % 


Atzrate 
wert) 


25 


1-448 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-449 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-450 


NAT * 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-451 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-83 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Eudesmol ersetzt wurde. Hierbei wurde Eudesmylacrylat erhalten. 
so Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-83 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers* 
Polyeudesmylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Eudes- 
mylacrylat verwendet wurde. Dieses Polyeudesmylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene Losung 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyeudesmylacrylats nach Umrechnung auf 
55 eine Filmdicke von 1 jxm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyeudesmylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-452 bis 1-454 wurden Copolymere mit Eudesmylacrylat entsprechend Synthese- 
eo beispiel 1-83 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-452 

65 Die Herstellung des Copolymers rfolgt entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-83 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-453 



Beispiel 1-455 bis Beispiel 1*458 
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Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-83 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in L6sung gebracht Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 15 

Beispiel 1-454 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-83 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in L6sung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 25 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-84 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-83 erhaltenen Monomer hergestellt. 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften bin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelds t. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzpl&ttchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 35 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit ^egenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-455 bis 1-462 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-84 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-84 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 87 zusammengefaBt Tabelie 87 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 
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TabeIIe87 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-455 


Triohenvl — 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


1-456 


trif lat 


ET ft 
59 


0/3 


20 


1-457 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


O 3 


25 


1-458 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 um erhaltlich war. 

Beispiel 1-459 bis Beispiel 1-462 

• P ie H ers i, eI,un g der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-84 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eieen- 
schatten bewertet. & 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 88 zusammengefaBt Tabelle 88 enthalt dariiber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. J 6 

Tabelle 88 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-459 


Tr i phenyl - 
sulf oniuia- 
triflat 


55 


0,3 




1-460 


Diphenyl jodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-461 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co*, Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-462 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-85 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederhoit, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cedrol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cedrylacrylat erhaltea 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-85 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polycedrylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cedrylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polycedrylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene Losung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermittein. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycedrylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 nm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film-dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasf6rmigem Tetrafluorkohienstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycedrylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMM A 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-463 bis 1-465 wurden Copolymere mit Cedrylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-85 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-463 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-85 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 25 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-464 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-85 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-465 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-85 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-86 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-85 erhaltenen Monomer hergesteilt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jxm dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohienstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-466 bis 1-473 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-86 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-466 bis Beispiel 1-469 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-86 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und TrockenStzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 89 zusammengefaBt. Tabelle 89 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

Tabelle 89 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Atm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-466 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-467 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-468 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-469 


NAI- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 

Beispiel M70 bis Beispiel 1-473 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-86 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebiidet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 90 zusammengefaBt. Tabelle 90 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 90 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

/ 1 itrrt \ S» 
\ x fJJa ) *6 


Atzrate 
(Relativ- 
wsr t ) 


5 


1-470 


XX X L^nti-iiy X 

sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


10 


T— AVI 
x *± t X 


jLnifcsny x j wuunx um 

triflat 


-J -3 




15 


X ** / 4 


NAT- 105 

(niuuri J\.cigcus.u 
Co . , Ltd . ) 


D X 


U , 3 


20 


1-473 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-87 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Guajol ersetzt wurde. Hierbei wurde Guajylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-87 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyguajylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Guajylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polyguajylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene L6sung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyguajylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 40 
von 1 nm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyguajylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-474 bis 1-476 wurden Copolymere mit Guajylacrylat entsprechend Synthesebei- 45 
spiel 1-87 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-474 

50 

Die Hersteliung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-87 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-475 60 

Die Hersteliung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-87 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf in Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-476 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-87 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
io bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-88 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-87 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
20 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-477 bis 1-484 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-88 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

30 Beispiel 1-477 bis Beispiel 1-480 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-88 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 91 zusammengefaBt Tabelle 91 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 91 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-477 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-478 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-479 


NAT 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


61 


0,3 


65 


1-480 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-481 bis Beispiel 1-484 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-88 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- io 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 92 zusammengefaBt Tabelle 92 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 92 15 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-481 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat 


55 


0,3 


1-482 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


1-483 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-484 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-89 



45 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Kessoglycol ersetzt wurde. Hierbei wurde Kessoglycoxylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-89 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers : 50 
Polykessoglycoxylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Kessoglycoxylacrylat verwendet wurde. Dieses Polykessoglycoxylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost. Die 
erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polykessoglycoxylacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polykessoglycoxylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-485 bis 1-487 wurden Copolymere mit Kessoglycoxylacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-89 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, eo 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-485 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 55 
durch Kessoglycoxylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-89 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde, 

5 

Beispiel 1-486 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Kessoglycoxylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-89 ersetzt wurde. 
io Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
is erhalten wurde. 



Beispiel 1-487 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
20 durch Kessoglycoxylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-89 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 03 urn 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 1-90 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-89 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Kessoglycoxylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 urn dicker Film gebildet und dann auf 
35 seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit fregenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Uberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-488 bis 1-495 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-90 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-488 bis Beispiel 1-491 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-90 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 
so Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 93 zusammengefaBt Tabelle 93 enthalt daruber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 



60 



65 
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Tabelle93 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


1-488 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


1-489 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


1-490 


NAT ' 105 
(Midori Kagaku 
Co,, Ltd.) 


61 


0,3 


20 


1-491 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \xm erhaltlich war. 30 

Beispiel 1-492 bis Beispiel 1-495 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-90 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im. Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 94 zusammengefaBt Tabelle 94 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 94 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-492 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-493 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-494 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-495 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele em Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Synth sebeispiel 1-91 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol, durch dieselbe Menge 
Phytol ersetzt wurde. Hierbei wurde Phytylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-91 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyphytylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Phytylacry- 
io lat verwendet wurde. Dieses Polyphytylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Losung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyphytylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 |im 45% bet rug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyphytylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-496 bis 1-498 wurden Copolymere mit Phytylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-9 1 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-496 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-91 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-497 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Phytylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-91 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \irn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-498 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-91 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

50 bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-92 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-91 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
eo Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jxm dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-499 bis 1-506 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-92 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

142 



BNSDOC1D: <DE_1 9525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 Al 



Beispiel 1-499 bis Beispiel 1-502 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-92 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 95 zusammengefaBt Tabelle 95 enthalt daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 95 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-499 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-500 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-501 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-502 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 ^im erhaltlich war. 

Beispiel 1-503 bis Beispiel 1-506 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-92 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 96 zusammengefaBt Tabelle 96 enthalt dartiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle96 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
I -L /xin ) & 


Jltzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-503 


sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-504 


triflat 




0,3 


20 


1-505 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 




25 


1-506 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 jam erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-93 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederhoit, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 bclareol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sclarylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-93 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers- 
Polysclarylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sclaryl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polysclarylacrylat wurde in Cyclohexanon gelbst Die erhaltene Losung wurde 
auf em Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
40 enmtte In. Hierbei zeigte es sich, daB die Uchtdurchiassigkeit des Polysclarylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 u.m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung yon gasformigem Tetrafluorkohienstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polysclarylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 
45 - In , fo!ge L nder ? Beis P ieien 1-507 bis 1-509 wurden Copolymere mit Sclarylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-93 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden Iichtempfindliche Materialien hergestellt deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-507 

50 

^ Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sclarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-93 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
55 Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien. und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. ^ 

Beispiel 1-508 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sclarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-93 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
65 Ldsung wurde auf em Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lini nbreite von 0,5 u,m 
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erhalten wurde. 

Beispiel 1-509 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 5 
durch Sclarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-93 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. . 10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-94 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-93 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sclarylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 20 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-510 bis 1-517 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-94 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-5 1 0 bis Beispiel 1-5 1 3 30 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-94 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I-i , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 97 zusammengefaBt Tabelle 97 enthalt dartiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 97 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-510 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


50 


1-511 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0, 3 


55 


1-512 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


60 


1-513 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 


65 
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to 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 urn erhaltlich war. 

Beispiel 1-514 bis Beispiel 1-517 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis, Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-94 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 98 zusammengefaBt Tabelle 98 enthalt daruber hinaus Angaben 
(iber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



15 



Tabelle 98 



20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-514 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-515 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-516 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


40 


1-517 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0/3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 (im erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-95 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Manool ersetzt wurde. Hierbei wurde Manylacrylat erhalten. 

50 Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-95 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers* 
Polymanylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Manylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polymanylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polymanylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 

55 von 1 u,m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polymanylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-518 bis 1-520 wurden Copolymere mit Manylacrylat entsprechend Synthesebei- 
eo spiel 1-95 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden Hchtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-518 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Manylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-95 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraumrauster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-519 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das CitronelJylacrylat 
durch Manylacrylat gem£B Synthesebeispiel 1-95 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in L6sung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-520 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das CitronelJylacrylat 
durch Manylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-95 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-96 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-95 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das CitronelJylacrylat 
durch Manylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 um dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit <?egenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-521 bis 1-528 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-96 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-521 bis Beispiel 1-524 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-96 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 99 zusammengefaBt Tabelle 99 entha.lt daruber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle99 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


JLtzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 


1-521 


i jrxpnenyi— 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


1—52 2 


ux^Jiieiiy i joaoniulu" 

triflat 


59 


0,3 


20 


1-523 


NAT- 105 

( Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 




0,3 


25 


1-524 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 1 


60 


0,3 



30 



35 



40 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-525 bis Beispiel 1-528 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-96 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eicen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 100 zusammengefaBt Tabelie 100 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiiigen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



Tabelle 100 



45 



50 



55 



60 



65 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-525 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-526 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-527 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-528 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-97 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Hinokiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Hinokylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-97 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polyhinokylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Hinokyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polyhinokylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Losung wurde io 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyhinokylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 |im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polyhinokylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-529 bis 1-531 wurden Copolymere mit Hinokylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-97 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-529 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Hinokylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-97 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht. Die erhaltene 25 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ^m 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-530 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Hinokylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-97 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |xm 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-531 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Hinokylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-97 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-98 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-97 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Hinokylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-532 bis 1-539 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-98 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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10 



Beispiel 1-532 bis Beispiel 1-535 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-98 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt. Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 101 zusammengefaBt Tabelle 101 enthalt darttber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



Tabelle 101 



15 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-532 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-533 


Diphenyl jodoniuirt- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-534 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-535 


NAI . 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0/3 



40 



45 



50 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Lmienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-536 bis Beispiel 1-539 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-98 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 102 zusammengefaBt. Tabelle 102 enthalt dariiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 



60 



65 
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Tabelle 102 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 


1-536 


jLi xpneiiy j. 

sulfonium- 

triflat 


55 


0,3 


T— p; 7*7 

J_ Z> J / 


triflat 






1-538 


NAT- 105 
(Midori Kacraku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-539 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer LinJenbreite von 
0,15 Jim erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-99 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Ferruginol ersetzt wurde. Hierbei wurde Ferruginylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-99 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: 
Polyferruginyiacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Ferru- 
ginylacrylat verwendet wurde. Dieses Polyferruginyiacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyfermginylacrylats nach 40 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 p.m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyferruginyiacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-540 bis 1-542 wurden Copolymere mit Ferruginylacrylat entsprechend Synthese- 45 
beispiei 1-99 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden Iichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-540 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacryiat 
durch Ferruginylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-99 ersetzt wurde. 

Das hierbei ,erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-541 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacryiat 
durch Ferruginylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-99 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \Lm 
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erhalten wurde. 



Beispiel 1-542 



5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ferruginylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-99 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht. Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

io bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel I- 100 

15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-99 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemMB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ferruginylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Unter 
20 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seme Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-543 bis 1-550 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels I- 100 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



30 Beispiel 1-543 bis Beispiel 1-546 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-100 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 103 zusammengefaBt Tabelle 103 enthait dariiber hinaus Angaben 
uber den jewetls verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



40 



Tabelle 103 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-543 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-544 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-545 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-546 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \xm erhaltlich war. 

Beispiel 1-547 bis Beispiel 1-550 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels I- 100 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- h> 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 104 zusammengefaBt. Tabelle 104 enthait dariiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 104 is 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-547 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


25 


1-548 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-549 


NAT* 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-550 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 





40 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel I- 101 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Totarol ersetzt wurde, Hierbei wurde Totarylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-101 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: so 
Polytotarylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Totaryl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polytotarylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene Losung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit des Polytotarylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 |im 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polytotarylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-551 bis 1-553 wurden Copolymere mit Totarylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel I- 101 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren eo 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-551 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 65 
durch Totarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-101 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
un tersuch t wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhaiten wurde. 



Beispi 11-552 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Totarylacrylat gemaB Synthesebeispiel I- 101 ersetzt wurde. 
10 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
15 erhaiten wurde. 



Beispiel 1-553 

Di « Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
20 durch Totarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-101 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhaiten wurde. 



Synthesebeispiel 1-102 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-101 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Totarylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 urn dicker Film gebildet und dieser dann auf 
35 seuie Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Uberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 1-554 bis 1-561 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-102 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



Beispiel 1-554 bis Beispiel 1-557 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7 wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-102 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 
so Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 105 zusammengefaBt Tabelle 105 enthalt daruber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 6 



55 



60 



65 
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Tabelle 105 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


5 

■.- 


1-554 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


1-555 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 




NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


1-557 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, dafi in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenrauramuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 |im erhaltlich war. 30 

Beispiel 1-558 bis Beispiel 1-561 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-102 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilHerten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 106 zusammengefaBt Tabelle 106 enthalt dariiber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 



Tabelle 106 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Aim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-558 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-559 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-560 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-561 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiel ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-103 

5 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurd wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Sugiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sugylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel M03 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Polysugylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sugylacrylat 
io verwendet wurde. Dieses Polysugylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein 
Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polysugyiacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 u.m 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polysugylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-562 bis 1-564 wurden Copolymere mit Sugylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-103 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

20 

Beispiel 1-562 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sugylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-103 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in LSsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-563 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Sugylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-103 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-564 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sugylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-103 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

so bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-104 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel M03 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sugylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
60 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Cberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Uberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-565 bis 1-572 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-104 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-565 bis Beispiel 1-568 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel M bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels M04 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I-i, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 107 zusammengefaBt Tabelle 107 enthait dariiber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 107 



Beispiel 


Pho tos aur e - 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-565 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-566 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-567 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


61 


0,3 


1-568 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-569 bis Beispiel 1-572 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-104 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 108 zusammengefaBt. Tabelle 108 enthait dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 108 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-569 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-570 


Diphenyl jodonium*- 
triflat 


59 


0,3 


20 


1-571 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-572 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 [im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-105 

Das als Loslichkeitsinhibitor in den obigen Beispielen verwendete 3,3-Bis-4^ert-butoxycarbonylphthalinyI- 
35 l(3H)-isobenzofuranon wurde wie folgt hergestellt. 5,4 g 3,3-Bis-4'-hydroxynaphthaIinyl-l(3H)-isoben2ofuranon 
wurde in 300 ml Acetonitnl gelost, worauf 03 mg 4'-Dimethyiaminopyridin zugegeben wurden. Diese Losung 
wurde tropf enweise mit 68 g Di-tert.-butylpyrocarbonat f das in 20 mi Acetonitril gelost war, versetzt, worauf das 
Ganze 1 h bei Raumtemperatur erwarmt wurde. AnschlieBend wurde die Losung mit Ethylacetat extrahiert, mit 
einer waBrigen Zitronensaurelosung, einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung und salzgesattigter Salzla- 
40 ke gewaschen und schlieBlich uber wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. AnschlieBend wurde das Produkt 
umknstallisiert. 

Beispiel II 

45 In jedem der folgenden Beispiele wurde eine Basisharzkomponente mit einer Verbindung mit Menthyl- oder 
Menthylderiyatgruppe als Skelett zur Herstellung eines lichtempfindlichen Materials verwendet. Das erhaltene 
hchtempfindhche Material wurde bewertet Insbesondere wurden verschiedene Arten von Verbindungen und 
verschiedene Verhaltnisse der Copolymerkomponenten zur Herstellung der verschiedensten Basisharze einee- 
setzt. ° 



50 



Synthesebeispiel II-l 



24 g Methacryisaure, 31 g Menthol und 15 g p-Toluolsulfonsaure in einer Losung in 500 ml Toluol wurden bei 
einer Olbadtemperatur von 150°C 19 h lang auf RQckfluBtemperatur erwarmt. Danach wurde das Reaktionsge- 

55 misch durch Zusatz einer salzgesattigten Natriumhydrogencarbonatlosung gequentscht Das Ldsungsgemisch 
wurde mit Ether extrahiert. Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natrium- 
bicarbonatlosung, einer waBrigen Natriumhydroxidlosung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammonium- 
chlondlosung gewaschen und schlieBlich uber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrock- 
net. Zuletzt wurde das erhaltene dlige Produkt unter vermindertem Druck eingedampft, wobei Menthylmetha- 

60 crylat erhalten wurde. 

Bewertung des von dem in Synthesebeispiel II-l hergestellten Monomer herriihrenden Homopolymers: 
2,1 g Menthylmethacrylat und 0,4 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wurden in 6 ml Toluol 
gelost. 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach dreimal wiederholtem 20-minuti- 
65 gem Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Losung 16 h in einem Stickstoffstrom 
bei einer Olbadtemperatur von 70° C erwarmt. Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von 600 ml 
Methanol wurde mit Methanol abermals gefallt Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
Vakuum eingedampft, wobei Polymenthylmethacrylat erhalten wurde. 
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Dieses Polymenthylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarz- 
plattchen in einer Filmdicke von 1 u,m aufgetragen. Der erhaltene Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 

Weiterhin wurde der Film mit Hilfe von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) auf seine Atzrate hin 
untersucht. Die Bewertung der Trockenatzbestandigkeit erfolgte unter folgenden Bedingungen: 
Strdmungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 
Vakuum: 133 Pa und 
Mikrowellenleistung: 150 W. 

Anstelle des Polymenthylmethacrylats wurde ein Novoiakharz (Vergleichsbeispiel II-l) bzw. Polymethacrylat 
(Vergleichsbeispiel II-2) verwendet und jeweils in Cyclohexanon geldst 

Die Ldsungen der Vergleichsbeispiele II-l und II-2 wurden in der geschilderten Weise auf ein Quarzplattchen 
aufgetragen, um ihre Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl zu ermitteln. Weiterhin wurde die 
Atzrate derselben bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff unter den zuvor angegebenen 
Bedingungen ermittelt Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 109. 

Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt, betrug die Atzrate von Polymethacrylat 0,3. 

Tabelle 109 





Li chtdur chlass ig- 
keit (1 11m) 


Atzbestandigkeit 
(Relativwert) 


Erf indungsgemafi 


43% 


0,9 


Vergleichsbei- 
spiel II-l 


10 -28 % 


3,9 


Ver g lei chsbe i - 
spiel II-2 


70% 


1 



Wie aus Tabelle 109 hervorgeht, besitzt ein Polymer mit Terpenoid-Skelett eine hohe Durchlassigkeit fur den 
ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm und eine hervorragende Trockenatzbestandigkeit Im Vergleich dazu be- 
sitzt das Novoiakharz nur eine sehr geringe Durchlassigkeit fiir den ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm, 
wahrend PMMA eine schlechte Trockenatzbestandigkeit aufweist 

In den folgenden Beispielen II-l bis II-3 wurden Copolymere mit dem gem£B Synthesebeispiel IM hergestell- 
ten Polymenthylmethacrylat synthetisiert Mit deren Hilfe wurden dann lichtempfindliche Materialien herge- 
stellt, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel II-l 

9 g Menthylmethacrylat und 1 g Glycidylmethacrylat sowie 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
springmittel wurden in 30 ml Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 3mal wiederholter 20-minutiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur 
von 70° C in einem Stickstoffstrom erwarmt Die Reaktion wurde durch Zusatz von Methanol gequentscht. Nach 
dem Wiederausfallen mit Methanol wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum eingedampft, wobei das 
gewiinschte Copolymer erhalten wurde. 

1 g des erhaltenen Copolymers wurde in 9 ml MethyI-3-methoxypropionat geldst, worauf die erhaltene 
Ldsung in einer Dicke von 1 jim auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Das Ganze wurde dann bei 100°C 
vorgebrannt AnschlieBend wurde der aufgetragene Film einem Elektronenstrahl (Strahlungsdosis: 10 uCcm"" 2 , 
20 keV) ausgesetzt und anschlieBend in Methylethylketon mustergerecht entwickelt Das gebildete Muster 
wurde bewertet. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
gebildet wurde. 
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Beispiel II-2 

9 g Menthylmethacrylat, 1 g Allylmethacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel 
wurden in 30 ml Toluol ge!6st 

Die erhaltene Ldsung wurde mit fltissigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die L5sung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur von 
70° C in einem Stickstoff strom erwarmt. Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von Methanol wurde 
erneut mit Methanol ausgefallt Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter Vakuum eingedampft, 
wobei das gewiinschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel II- 1 in eine Ldsung uberfuhrt Die hierbei erhaltene 
Losung wurde unter den in Beispiel II- 1 beschriebenen Bedingungen auf ein Siliziumplattchen aufgetragen, 
gebrannt, einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann zu einem zu bewertenden Muster entwickelt 

Es wurde ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn erhaltea 

Beispiel II-3 

5 g Menthylmethacrylat, 5 g a-Chlorfluorethylacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
springmittel wurden in 28 ml Tetrahydrofuran (im folgenden als THF" bezeichnet) gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit fltissigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minutiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt. Danach wurde die Ldsung 16 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60° C in einem Stickstoff strom erwarmt. Nach dem Abschrecken bzw. Quentschen der Reaktion durch 
Zusatz von Hexan wurde erneut mit Hexan ausgefallt. Das erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
Vakuum eingedampft, wobei das gewiinschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel II-l in eine Ldsung uberfuhrt Die erhaltene Losung 
wurde unter den in Beispiel IM angegebenen Bedingungen auf ein Siliziumplattchen aufgetragen, gebrannt, 
einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann mit Methylisobutylketon zu einem Muster entwickelt. Dieses 
wurde bewertet. 

Es wurde ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn erhalten. 

Synthesebeispiel II-2 

Es wurde eine andere Art Copolymer mit dem in Synthesebeispiel II- 1 erhaltenen Monomer hergestellt Das 
erhaltene Copolymer wurde bewertet 

Menthylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure wurden im Verhaltnis 50/30/20 zu 10 g Ge- 
misch vermischt Das Gemisch wurde zusammen mit Azoisobutyronitril in 40 ml THF gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minutiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Losung 9 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60° C in einem Stickstoffstrom erwarmt AnschiieBend wurde die Reaktion durch Zusatz von Hexan 
gequentscht Nach dem Wiederausfallen mit Hexan wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum einge- 
dampft, wobei das gewiinschte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Losung wurde in einer Filmdicke von 1 u.m 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen. Der hierbei erhaltene Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% 
betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde ferner unter Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu 
PMMA auf seine Atzrate hin untersucht Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt betrug die Atzrate 
dieses Copolymers 03. Dies belegt ebenfalls die Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

Die Bewertung der Trockenatzbestandigkeit erfolgte unter folgenden Bedingungen: 
Stromungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 
Vakuum: 1,33 Pa; 
Mikrowellenleistung: 150 W. 

In den folgenden Beispielen II-4 bis IM1 wurden chemisch verstarke Resists mit dem in Synthesebeispiel II-2 
erhaltenen Copolymer hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-4 

2 g des gemaB Beispiel II-2 erhaltenen Copolymers und 0,04 g Triphenylsulfoniumtrifiat als Photosauregene- 
rator wurden in 8 ml 2-Ethoxyethylacetat geldst 

Die Losung des erhaltenen Copolymers wurde in einer Filmdicke von 0,8 jim auf ein Siliziumplattchen 
aufgetragen und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjem"-*) 
wurde der Film in einer waBrigen Losung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt 
Dieses wurde bewertet. Es zeigte sich, daB ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
um erhalten wurde. 

Weiterhin wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
Synthesebeispiel IM bewertet Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 60% und die Atzbestandig- 
keit 0,3 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenuber PMMA. 
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Beispiele II-5 bis II-7 

Unter Verwendung des in Tabelle 110 dargestellten Photosauregenerators wurden gemaB Beispiel II-4 
chemisch verstarkte Resists hergestellt. Die Ldsungen wurden jeweils entsprechend Beispiel II-4 auf ein Silizi- 
umplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen 5 
denjenigen des Beispiels II-4. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem 
dieser Beispiele betrug die Menge an verwendetem Photosauregenerator 0,05 g. 

Weiterhin wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filrae entsprechend 
Synthesebeispiel II- 1 bewertet Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle 110. Die Atzraten, in diesen 
Beispielen sind auf die Atzrate von PMMA bezogen. 10 

Tabelle 110 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


II-5 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


II-6 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


II-7 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



35 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel II-8 

40 

2 g des in Beispiel II-2 hergestellten Copolymers, 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator 
und 0,1 g 3,3-Bis-4 / -tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon wurden in 8 ml 2-Ethoxyethyl- 
acetat gelost. 

Die erhaltene Copolymerlosung wurde in einer Filmdicke von 0,8 u,m auf ein Siliziumplattchen aufgetragen 
und dann bei 1 00° C vorgebrannt. Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjcm" 2 ) wurde der Film 45 
in einer waBrigen Losung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt Dieses wurde 
bewertet. Es zeigte sich, daB ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm erhalten 
wurde. 

Weiterhin wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
Synthesebeispiel II- 1 bewertet, wobei es sich zeigte, daB die Lichtdurchlassigkeit 55% und die Atzbestandigkeit 50 
03 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenUber PMMA 

Beispiele II-9 bis 11-11 

Unter Verwendung des in Tabelle 111 dargestellten Photosauregenerators wurden gemaB Beispiel II-8 55 
chemisch verstarkte Resists hergestellt. Die Ldsungen wurden jeweils entsprechend Beispiel II-8 auf ein Silizi- 
umplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen 
denjenigen des Beispiels II-8. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem 
dieser Beispiele betrug die Menge an verwendetem Photosauregenerator 0,05 g. 

Die Bewertung der Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filme erfolgte entspre- 60 
chend Synthesebeispiel IM. Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle 111. Die Atzraten in diesen 
Beispielen sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle 111 



5 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jxm) % 


JLtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


II-9 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-10 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


11-11 


NAI . 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



25 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

In diesen Beispielen konnen Menthylmethacrylat (das Monomer der allgemeinen Forme! (2)), tert-Butylme- 
thacrylat (eine durch erne Saure zersetzbare funktionelle Gruppe) und Methacrylat (eine alkalilosliche Gruppe) 
mitemander in beliebigem Verhaltnis gemischt werden, solange nur die Menge dieser Komponenten in den 
30 schraffierten Bereich in Fig. 1 fallt 

Synthesebeispiel II-3 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacryIat/tert.-ButylmethacryIat/Methacrylsaure auf 50/25/25 geanden wurde 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
PMMA ZCIgte CS S SCine LichtdurcW * ssi S keit 740/0 betr «S- Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-12 bis 11-19 wurden chemisch verstarke Resists mit dem Copolymer gemaB 
45 Synthesebeispiel II-3 hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-12 bis Beispiel 11-15 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-3 ersetzt wurde 
Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften 
untersucht. 

Wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden auch die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 12 zusammengefaBt Tabelle 1 12 enthalt daruber hinaus Angaben ttber den 
55 yerwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellell2 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 [Mm) % 


At 2 rate 
(Relativ- 
wert ) 


5 


11-12 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-13 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0 , 3 


15 


11-14 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0/3 


20 


11-15 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-16 bis Beispiel 11-19 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels iI-3 und 3,3-Bis- 35 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- 1 -(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-3-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 13 zusammengefaBt Tabelle 113 enthalt daruber hinaus Angaben uber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

45 
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Tabellell3 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-16 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11—17 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


TT— T Q 
X J. — J. © 


NAT • 105 
inxaojri. KagaKU 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-19 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedera Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-4 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis Ment- 
35 hy]methacry1at/tert.-ButylmethacryIat/Methacrylsaure auf 50/20/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Per auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-20 bis 11-27 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-4 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-20 bis Beispiel 11-23 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-4 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabeile 1 14 zusammengefaBt Tabelle 1 14 enthalt darOber hinaus Angaben uber den 
55 verwendeten Photosaureenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA bezo- 
gen. 
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Tabelle 114 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-20 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-21 


Dipheny 1 j odon iuro- 
triflat 


59 


0,3 


11-22 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-23 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |xm erhalten wurde. 

Beispiel II-24 bis Beispiel 11-27 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Syntbesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-4 und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyIoxynaphthalinyI- 1 -(3H)-isobenzof uranon durch 33-Bis-2'-tert-butoxycarbonyIoxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 15 zusammengefaBt. Tabelle 115 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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TabeUe 115 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

\ J- fJUlll J *o 


Atzrate 
(Relativ- 
were ) 


10 


11-24 


Tr i Dhenvl — 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-25 


Dipheny 1 jodoniuin— 
triflat 


59 




20 


11-26 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 




25 


11-27 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \tm 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 45/35/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-28 bis 11-35 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-5 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-28 bis Beispiel 11-31 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-5 ersetzt'wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 14 zusammengefaBt Tabelle 1 14 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
55 verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellell6 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Aim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-28 


Triphenyl— 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-29 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


C ft 

59 


0,3 


II — 30 


NAT* 105 

I Miaori jxagajcu 

Co., Ltd.) 


Ol 




11-31 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-32 bis Beispiel 11-35 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-5 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbo nyloxynaphthalinyl-l-(3H)-isobenzofurannn durch 3,3-Bis-5'-tertbutoxycarbonyIoxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 17 zusammengefaBt. Tabelle 117 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellell7 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ftm) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 


11-32 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


XX— 33 


Dipnenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11—34 


NAT • 105 

V llJLUUil Ixdy ci U. 

Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-35 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0 15 urn 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-6 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert. -Butylmethacrylat/Methacryls§ure auf 45/30/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebiidete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 Der Film wurde, im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-36 bis 11-43 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-6 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-36 bis Beispiel II-39 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-6 ersetzt wurde 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. & 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebmsse sind in Tabelle 118 zusammengefaBt. Tabelle 118 enthait darttber hinaus Angaben tiber den 
55 yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenieen von PMMA 
bezogen. ° 
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TabelleU8 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


11-36 


Trxpnenyx-* 
sulfonium- 
triflat 


60 


0/3 


±± — •5 / 


jj i pnen y x j ocion x um 
triflat 




0 3 


TT-38 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-39 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 erhalten wurde. 

Beispiel II-40 bis Beispiel 11-43 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-6 r -tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 119 zusammengefaBt Tabelle 119 enthalt daruber hinaus Angaben tiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 119 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 


11-40 


*Pr i tvh pnvl — 

sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-41 


DXTDlienvl "indnn i utn— 

triflat 




0/3 


20 


11-42 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 




25 


11-43 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 



Synthesebeispiel II-7 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylme thacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 45/25/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Iichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

40 m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-44 bis 11-51 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-7 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-44 bis Beispiel 11-47 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-7 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eieen- 
schaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 120 zusammengefaBt Tabelle 120 enthalt dariiber hinaus Angaben ttber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 120 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


11-44 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-45 


Di phenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-46 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0/3 


11-47 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0/3 



Es zeigte sich» daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \xm erhalten wurde. 

Beispiel II-48 bis Beispiel 11-51 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-7 und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyIoxynaphthalinyl- 1 -(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-7'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestelh und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 121 zusammengefaBt. Tabelle 121 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 121 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-48 


inpnenyjL— 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 




Dipneny l iodonmm- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-50 


NAT • 105 

( Midori Kaoalcu 

Co., Ltd.) 


O X 


0,3 


25 


11-51 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0.15 um 
30 erhalten wurde. ^ 

Synthesebeispiel II-8 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis Ment- 
35 nylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacryls§ure auf 45/20/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
PMMA ZC,gte eS SICh> SCine LichtdurchI * ssi £ keit 740/0 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-52 bis 11-59 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-8 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-52 bis Beispiel 11-55 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-8 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 122 zusammengefaBt. Tabelle 122 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 122 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


At 2 rate 
(Relativ- 


11-52 


Tnpnenyx- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-53 


Diphenyl jodonium— 
triflat 




U , J 


11-54 


NAT • 105 

[ KxQOri JvayaKU 

Co., Ltd.) 




0 3 


11-55 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

Beispiel 11-56 bis Beispiel 11-59 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-II, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-8 und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- 1 -(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-8'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
ha!inyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 123 zusammengefaBt. Tabelle 123 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 123 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-56 


1 J^lpnenyl"- , 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1X"0 / 


Dxpneny l 3 oaon 1x1m— 
triflat 


59 


0,3 


20 


il"Do 


NAT- 105 

(M1QOITX Kagaxu 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-59 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 u.m 
30 erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel II-9 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/40/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 n Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohienstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-60 bis 11-67 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer d s 

45 Synthesebeispiels II-9 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-60 bis Beispiel H-63 

Die Herstellung der chemisch verstiirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-9 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 124 zusammengefaBt. Tabelle 124 enthait daruber hinaus Angaben ttber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 124 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

( 1 flTB. ) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


5 


11-60 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-61 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0/3 


15 


11-62 


NAT -105 
(Midori Kagajcu 
Co., Ltd.) 


OX 




20 


11-63 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-64 bis Beispiel 11-67 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-9 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthaIinyl-l -(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis- I'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
haiinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 125 zusammengefaBt Tabelle 125 enthalt dariiber hinaus Angaben Uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 125 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
( 1 fxm ) s 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-64 


sulf onium— 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-65 


UJ, r UCil i* J uuunx Lim 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-66 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


71 




25 


11-67 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 



35 



40 



45 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 



30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-10 



Die Herstellung des Copolymers gemiiB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hyImethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/35/25 geandert wurde 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost D*r auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
PMMA ZC,gte 65 SCine Lichtdurchl assigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 



Der Film wurde im Vergle lC h zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-68 bis 11-75 wurden chemisch verstSrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-10 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 



Beispiel 11-68 bis Beispiel 11-71 



Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM0 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
fcigenschaften bewertet. 

Wie auch irn Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse smd in Tabelle 126 zusammengefaBt Tabelle 126 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 



60 



65 



176 



BNSDOCID: <DE 19525221 A1J_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle 126 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-68 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-69 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-70 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


20 


11-71 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhal ten wurde. 30 

Beispiel 11-72 bis Beispiel 11-75 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-10 und 33-Bis- 35 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 3 t 3-Bis-2'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyM-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und TrockenStzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 127 zusammengefaBt. Tabelle 127 enthalt darUber hinaus Angaben uber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 127 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


At z rate 
(Relativ- 

Wei L J 


in 


11-72 


Tr inhenvl — 
sulf onium- 
triflat 


65 


0,3 


15 


11-73 


D i phen v 1 i odon ium— 
triflat 


69 


n *a 
u i o 


20 


11-74 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


71 


0,3 


25 


11-75 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 11-11 

Die Herstellung des Copolymers gemfiB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/30/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost D^r auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberiegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 n Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemafi Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberie- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-76 bis 11-83 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-11 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-76 bis Beispiel H-79 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-11 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 128 zusammengefaBt Tabelle 128 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 128 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

f 1 I ivn \ 9* 

\ X plu J % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


11-76 


Tit i phenyl — 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-77 


Dipheny 1 j odonium— 
triflat 


59 


0,3 


XJ.— / O 


NAT • 105 
Co . , Ltd . ) 






11-79 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-80 bis Beispiel 11-83 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-11 und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthaIinyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-3'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
haIiny!-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermi ttelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 29 zusammengefaBt. Tabelle 129 enthalt daraber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 129 



5 


Beispiel 


_ Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-80 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


65 


0,3 


15 


XT Ol 


Dipheny 1 ] odonium- 
triflat 


69 


0,3 


20 


11-82 


NAT • 105 
Co., Ltd.) 


71 


0,3 


25 


11-83 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0 15 urn 
rnalten wurde. ^ 



30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel IM2 



Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 nylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/25/35 geandert wurde 

«..2!fhS?? te ^f C °P°'y mer , wu r de Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkett fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
PMMA Ze ' gte 65 S1 ° SCine Llchtdurcn,assi g keit 74 % betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 

40 X, Der * F ' ,m ^ urde ] m Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF«) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen II-84 bis 11-91 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II- 12 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-84 bis Beispiel 11-87 

• P i£ L H ,f rSt £" Un ^ der ch ? misch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-12 ersetzt 

Kgenschaften be^ertet wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 

* .y^ a, i. ch ^ alle de ? Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse smd m Tabelle 130 zusammengefaBt Tabelle 130 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber den 

55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 



60 



65 



180 



BNSDOCID: <DE_19525221A1J_> 



DE 195 25 221 Al 



Tabelle 130 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /tin) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-84 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-85 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


XI — 86 


NAT- 105 
Co., Ltd.) 






11-87 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-88 bis Beispiel 11-91 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-12 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyIoxynaphthalinyl- 1 -(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-4'-tert.-butoxycarbonyIoxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isonaphthaIinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 131 zusammengefaBL Tabelle 131 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellel31 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-88 


Triptienyl- 
sulf oniuitt- 
trif lat 


65 


0,3 


15 


11-89 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


69 


0,3 


20 


11-90 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


71 


0,3 


25 


11-91 


NAI • 105 

( Midori Kagaku 

Co . , Ltd . ) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-13 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/MethacryIsaure auf 40/20/40 geSndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimertaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemSB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-92 bis 11-99 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels H-13 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-92 bis Beispiel 11-95 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-13 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 132 zusammengefaBt. Tabelle 132 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 132 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-92 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-93 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-94 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


Ox 




11-95 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-96 bis Beispiel 11-99 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-13 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- 1 -(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-5'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 133 zusammengefaBt. Tabelle 133 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 133 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-96 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat 


65 


0,3 


15 


II— 97 


Dipheny 1 j odon 1 um- 
triflat 


69 


0,3 


20 


JL -L 17 o 


NAT • 105 
vmzqoiti Kacfajcu 
Co., Ltd.) 


71 


0,3 


25 


11-99 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-14 

Die Hersteliung des Copolymers gemSB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/45/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 
In den folgenden Beispielen 11-100 bis 11-107 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-14 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II- 100 bis Beispiel 11-103 

Die Hersteliung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-14 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteHt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 134 zusammengefaBt Tabelle 134 enthalt daniber hinaus Angaben uber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 

bezogen. 
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Tabelle 134 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li ch tdur ch- 
lassigkeit 
(1 /za) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


11-100 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 




11-101 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0/3 


11-102 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0/3 


11-103 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel IM04 bis Beispiel 11-107 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-14 und 3,3-Bis- 
4'- ter t-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- 1 -(3H)-isobenzof uranon durch 3,3-Bis-6'- tert-butoxycarbonyloxynapht- 
haiinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 135 zusammengefaBt Tabelle 135 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 135 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 

lassigkeit 

(1 /xm) % 
• 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-104 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


65 


0,3 


15 


XX— 105 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


69 


0,3 


20 


TT— 1 C\fk 

-L. -L. J. \J O 


NAT • 105 
Co. , Ltd. ) 


7X 


0,3 


25 


11-107 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-15 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hyImethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/40/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nra) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit eefieniiber 
PMMA. 

40 m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-108 bis 11-115 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-15 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-108 bis Beispiel II-l 11 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-15 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 136 zusammengefaBt Tabelle 136 enthalt daruber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 136 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-108 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-109 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0 , 3 


11-110 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


61 


O , 3 


11-111 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 [im erhalten wurde. 

Beispiel II-l 12 bis Beispiel II-l 15 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Symhesebeispieis 11-15 und 3,3-Bis- 
4'- tert.-butoxycarbony!oxynaphthaIiny 1- 1 -(3H)-isobenzof uranon durch 3,3-Bis-7'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
haIinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- i die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 137 zusammengefaBt. Tabelle 137 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 137 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

(1 flTR) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 




11-112 


lripiienyi" 
sulfonium- 
triflat 


65 


0,3 


15 


11—113 


u j_^jiifcjiiy x j oaon x urn— 

triflat 


69 


0,3 


20 


11-114 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


71 




25 


11-115 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0 15 um 
30 erhalten wurde. ^ 

Synthesebeispiel IM6 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 nyImethacrylat/tert.-Butylrnethacrylat/Methacrylsaure auf 35/35/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einern Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nra) hin untersucht 
PMMA ZCIgte CS SICh ' SeinC LichtdurchIassi S keit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung vori gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-116 bis 11-123 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-16 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel IM 16 bis Beispiel 11-119 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-16 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse smd in Tabelle 138 zusammengefaBt Tabelle 138 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. * & 
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Tabelle 138 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


11-116 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-117 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


11-118 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-119 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 Jim erhalten wurde, 

Beispiel IM20 bis Beispiel II- 123 

Die Herstellung chemisch verstiirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-16 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthaIinyl-l-(3H)-isobenzofuranondurch 3,3-Bis-8'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestelit und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 139 zusammengefaBt. Tabelle 139 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 139 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-120 


xrzpnenyi— 
sulfonium- 
triflat 


65 


0,3 


15 


II- 121 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


69 


0,3 


20 


11-122 


NAT • 105 

( Midori Kacralcu 
Co . , Ltd • ) 


71 
/ J. 


O , 3 


25 


11-123 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-17 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
35 thacrylat durch Ethoxyethylmethacrylat ersetzt und das Verhaitnis Menthylmethacrylat/Ethoxyethylmethacry- 
lat/Methacrylsaure auf 35/30/35 ge&ndert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyciohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
40 PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel H-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 
45 In den folgenden Beispielen II-124 bis 11-131 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II- 17 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel IM24 bis Beispiel 11-127 

so Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-17 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
55 telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 140 zusammengefaBt Tabelle 140 enthah dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 140 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-124 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-125 


Diphenyl3odonxum- 
triflat 


59 


0 , 3 


11-126 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-127 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-128 bis Beispiel 11-131 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-17 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 141 zusammengefaBt. Tabelle 141 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten P ho tosaure generator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 141 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-128 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-129 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-130 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-131 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Faile ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jam 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-18 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert.-Butylme- 
thacrylat durch 3-Oxycyclohexylmethacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/3-OxocyclohexyI- 
methacrylat/Methacrylsaure auf 35/25/40 geandert wurdea 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
io ausgebildete Fiim wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
15 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-132 bis 11-139 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-18 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

20 Beispiel 11-132 bis Beispiel 11-135 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1 1-4 bis Beispiel 11-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-18 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
25 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 142 zusammengefaBt Tabelle 142 enthalt darUber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 

Tabelle 142 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-132 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-133 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-134 


NAT • 105 

( Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-135 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
60 0,15 |xm erhalten wurde. 

Beispiel 11-136 bis Beispiel 11-139 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
65 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-18 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 143 zusammengefafit Tabelle 143 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 143 5 



Beispiel 


Photo s aure - 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(i pm) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


11-136 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-137 


Diphenyl jodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


11-138 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-139 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-19 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch tert.-Butyl-3-naphthyl-2-propenoat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/tert.-Butyl- 
3-naphthy]-2-propenoat/Methacrylsaure auf 35/20/45 geandert wurden. 40 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 45 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies beiegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-140 bis 11-147 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-19 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht. 50 

Beispiel 11-140 bis Beispiel 11-143 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-19 ersetzt 55 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 144 zusammengefaBt Tabelle 144 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA eo 
bezogen. 



65 
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Tabelle 144 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-140 


Triphenyl— 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 




Diphenyl j odonium— 
triflat 


59 


0,3 


20 


11—142 


NAT* 105 
Co., Ltd.) 


ol 


0,3 


25 


11-143 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-144 bis Beispiel 11-147 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 19 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 145 zusammengefaBt Tabelle 145 enthalt darOber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 145 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-144 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-145 


D ipheny 1 j odon i um- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-146 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-147 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daS in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-20 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Isobornylmethacrylat ersetzt und das Verhaitnis Menthylmethacrylat/Isobornylmethacrylat/ 
Methacrylsaure auf 30/50/20 geandert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht to 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies beiegt die Oberle- 15 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den foigenden Beispielen IM48 bis IM55 wurden chemisch verstSrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-20 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-148 bis Beispiel 11-151 20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-20 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet m 25 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 146 zusammengefaBt. Tabelle 146 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 

Tabelle 146 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-148 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-149 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-150 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-151 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 60 

Beispiel 11-152 bis Beispiel 11-155 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-20 ersetzt 65 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 147 zusammengefaBt Tabelle 147 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
d n verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

5 Tabelle 147 



10 


Beispiel 


Photosaure- 


Lichtdurch- 

-LabSiyJvcl L 

(l y.m) % 


Atzrate 
( Re la t lv- 
wert) 


15 


11-152 


Tr i orien vl — 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


20 


11-153 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0 3 


25 


11-154 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


30 


11-155 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel IT-21 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Tetrahydropyranylmethacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Tetrahydropyra- 
nylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/45/25 geandert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-156 bis IM63 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-21 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel II-156 bis Beispiel 11-159 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
55 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-21 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 148 zusammengefaBt Tabelle 148 enthalt darUber hinaus Angaben Uber den 
60 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 148 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-156 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


60 


0/3 


11-157 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-158 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-159 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

Beispiel 11-160 bis Beispiel IM63 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-21 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 149 zusammengefaBt. Tabelle 149 enthak dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 149 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-160 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-161 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


11-162 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-163 


NAI - 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel H-22 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Ethoxyethylacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Ethoxyethylacrylat/Metha- 
crylsaur auf 30/40/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
10 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
15 Atzrate dieses Copolymers unter Annahrne einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-164 bis 11-171 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-22 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

20 Beispiel II- 1 64 bis Beispiel 11-167 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-22 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
25 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 150 zusammengefaBt Tabelle 150 enthalt darfiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 

Tabelle 150 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(i pirn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-164 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-165 


D i phenyl j odon iuia- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-166 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


55 


11-167 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
60 0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-168 bis Beispiel 11-171 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
65 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-22 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 151 zusammengefaBt. Tabelle 151 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 151 5 



Beispiel 


Photosaure- 
gener*ato3r 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /Ltm) % 


Atzrate 
wert) 


11-168 


Tr i pheny 1 — 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




uipnenyi j oa.om_ um— 
triflat 




U, J 


11-170 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-171 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ^im 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel IJ-23 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch 3-Oxocyclohexylacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/3-OxocycIohexylacry- 
lat/Methacrylsaure auf 30/35/35 geandert wurden. 40 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 45 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-172 bis 11-179 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-23 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 50 

Beispiel 11-172 bis Beispiel 11-175 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-23 ersetzt 55 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 152 zusammengefaBt Tabelle 152 enthalt darttber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 60 
bezogen. 
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Tabelle 152 



5 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-172 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-173 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


TT.1 7^ 
11 X / He 


NAT * 105 

{ ni CIO 171 AayaKU 

Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-175 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 fim erhalten wurde. 

Beispiel 11-176 bis Beispiel 11-179 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-23 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 153 zusammengefaBt. Tabelle 153 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 153 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li cht dur ch- 
lassigkeit 
(1 Aim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-176 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-177 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-178 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-179 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-24 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Tetrahydropyranylacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Tetrahydropyranyl- 
acryiat/Methacrylsaure auf 30/30/40 geandert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. io 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seme 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses C6polymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberle- is 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-180 bis 11-187 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-24 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-180 bis Beispiel IM83 20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-24 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet m 25 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die 5 Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 154 zusammengefaBt Tabeile 154 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 

Tabelle 154 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jna) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-180 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


40 


11-181 


Dipheny 1 j odoniuiti- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-182 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


50 


11-183 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 60 

Beispiel 11-184 bis Beispiel 11-187 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-24 ersetzt 65 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 155 zusammengefaBt. Tabelle 155 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

5 Tabelle 155 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 
( Relativ- 
wert) 


15 


11-184 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


20 


11-185 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


25 


11-186 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


30 ' 


11-187 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. r 

35 

Synthesebeispiel 11-25 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert.-Butylme- 
thacrylat durch Isobornylacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Isobornylacrlyat/Methacryl- 
40 saure auf 30/25/45 geandert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

45 „ Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA In den folgenden Beispielen 11-188 bis 11-195 wurden chemisch 
verstarkte Resists mit dem Copolymer des Synthesebeispiels 11-25 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin 

50 untersucht. 

Beispiel 11-188 bis Beispiel 11-191 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
55 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-25 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 156 zusammengefaBt Tabelle 156 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
50 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 156 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


5 


11-188 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-189 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


c rt 

59 


0,3 


15 


11-190 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


rt o 

0,3 


20 


11-191 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd ♦ ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \xm erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-192 bis Beispiel 11-195 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-25 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 157 zusammengefaBt. Tabelle 157 enth&lt dariiber hinaus Angaben tiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 157 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-192 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-193 


Diphenyl j odoniunt- 
triflat 


59 


0,3 


11-194 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-195 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-26 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hyImethacryIat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/20/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen IM96 bis II-203 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-26 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-196 bis Beispiel 11-199 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels N-26 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 158 zusammengefaBt Tabelle 158 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 158 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-196 


Trinaphthyl 
sulfonium- 
trif lat 


65 


0,3 


45 


11-197 


Dinaphthyl- 
jodiumtrif lat 


74 


0,3 


50 


11-198 


Dinaphthyl- 
sulf onyl- 
methan 


61 


0,3 


55 


11-199 


NAT- 103 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-200 bis Beispiel 11-203 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-26 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 159 zusammengefaBt Tabelle 159 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 159 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

( 1 urn \ Sr 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 




Tr i naph thy 1 - 

cnl "PfJ'n T 1 17T1 — 
SUJLi. \J1LJL. UlU 

triflat 


60 


0 , 3 


15 


11-201 


Dinaphthyl- 

t o don iumt r i f 1 a t 


74 


0,3 




11-202 


Dinaphthyl- 
sulf onyl- 
methan 


61 


0,3 


20 


11-203 


NAT ■ 103 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-27 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert.-Butyimethacrylat/Methacrylsaure auf 25/55/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-204 bis 11-211 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-27 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-204 bis Beispiel 11-207 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists entsprechend Beispiel 11-4 bis Beispiel II-7 wurde unter 
Verwendung der in Tabelle 160 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das, Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-27 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 160 zusarnmengefaBt Tabelle 160 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 
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Tabelle 160 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 

lassicrkei t 
(1 fim) % 


Atzrate 
wert) 


10 


11-204 


NDS-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


58 


0,3 


15 


11-205 


CMS -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


55 




20 


11-206 


DAM- 301 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


54 


0,3 


25 


11-207 


SI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


53 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite 
0,15 \im erhalten wurde. 



35 



Beispiel II-208 bis Beispiel 11-211 



Die Herstellung chemisch verstarkter Resists entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11 wurde unter 
Verwendung der in Tabelle 161 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-27 ersetzt wurde. Unter Verwendune 
der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 
40 Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 161 zusammengefaBt Tabelle 161 enthalt daruber hinaus Angaben Uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 9 



45 



50 



55 



60 
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Tabelle 161 



Beispiel 


Photosaure- 

^V^^ J — 1 ~MJ 1 4* 

generator 


Lichtdurch- 
(1 /xia) % 


Atzrate 
wert) 


11-208 


JMUo - luD 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd - ) 


53 


0,3 


XT o n Q 


CMS • luo 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


CI 


U f m> 


11-210 


DAM . 301 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


54 


0,3 


11-211 


SI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


51 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedera Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhaken wurde. 

Synthesebeispiel 11-28 



Beispiel 11-212 bis Beispiel 11-215 



30 



35 



Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 1 1-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacryIat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/50/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betmg. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 40 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 45 

In den folgenden Beispielen 11-212 bis 11-219 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-28 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



50 



Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 wurde unter 
Verwendung der in Tabelle 162 dargestellten Photos&uregenertoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-28 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit errnit- 55 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 162 zusammengefaBt Tabelle 162 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 



65 



207 



BNSDOCID: <DE„J 9525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle 162 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 £im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-212 


NDI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 


15 


II- 213 


EPI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


69 


0,3 


20 


11-214 


Jr J. ■ Iuj 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


65 


0,3 


25 


11-215 


FDS-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


65 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

Beispiel 11-216 bis Beispiel 11-219 

35 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll wurde unter 
Verwendung der in Tabelle 163 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-28 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 
40 Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 163 zusammengefafit Tabelle 163 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



50 



55 



60 



65 
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Tabelle 163 



Beispiel 


Piiotosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-216 


NDI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 


11-217 


EPI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


65 


0,3 


11-218 


PI -105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


63 


0,3 


11-219 


FDS-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


62 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwichenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 30 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-29 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 35 
hylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/45/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA, 40 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit dem Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-220 bis 11-227 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 45 
Synthesebeispiels 11-29 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-220 bis Beispiel 11-223 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 wurde unter 50 
Verwendung der in Tabelle 164 dargestellten Photos auregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-29 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt undderen Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 164 zusammengefaBt Tabelle 164 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 55 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 



65 
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Tabelle 164 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 tim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-220 


Dinaphthylmethyl- 

sulfonium- 

triflat 


68 


0,3 


15 


11-221 


Naphthyldimethyl- 
sulfoniurotrif lat 


70 


0,3 


20 


11-222 


Naphthylmethyl- 

jodonium- 

triflat 


70 


0,3 


25 


11-223 


Dinaphthyl- 
phenylsulf oniuia- 
triflat 


65 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 um erhalten wurde. 

Beispiel II-224 bis Beispiel 11-227 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11 wurde unter 
35 Verwendung der in Tabelle 165 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-29 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 165 zusammengefaBt Tabelle 165 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 165 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 tim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-224 


D in aph t hy lme thy 1 - 

sulfonium- 

triflat 


65 


0,3 




11-225 


Naphthy 1 d ime thy 1 - 
sulf oniumtrif lat 


68 


0,3 


60 


11-226 


Naphthy lme thy 1 - 

jodonium- 

triflat 


68 


0,3 


65 


11-227 


Dinaphthyl- 
phenylsulf onium- 
triflat 


63 


0,3 
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Es zeigte sich daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-30 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/40/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebiidete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber i 0 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegentiber PMMA. is 

In den folgenden Beispieien II-228 bis 11-235 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-30 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-228 bis Beispiel 11-231 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel 11*7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-30 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 166 zusammengefaBt Tabelle 166 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 166 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ;ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-228 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-229 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-230 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-231 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-232 bis Beispiel 11-235 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-30 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 167 zusammengefaBt Tabelle 167 enthalt daruber hinaus Angaben uber 



211 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 Al 

den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 167 



10 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 lira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


*T~ T" O O 

±X — Z 3 2 


Triphenyl- 
suironium- 
triflat 


55 


0/3 


20 


11-233 


Diphenyl jodoniiom- 
trif lafc 


59 


0,3 


11-234 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-235 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 p.m 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel II-3 1 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacryiat/tert.-ButyImethacrylat/Methacrylsaure auf 25/35/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser L6sung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate, von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-236 bis II-243 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-31 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

50 Beispiel II-236 bis Beispiel 11-239 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-31 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 168 zusammengefaBt. Tabelle 168 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 168 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


11-236 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-237 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-238 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-239 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-240 bis Beispiel 11-243 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispieis 11-31 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockeniitzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 169 zusammengefaBt Tabelle 169 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 169 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mia) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-240 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-241 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-242 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-243 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ^im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-32 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/30/45 ge&ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Gberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-244 bis 11-251 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-32 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-244 bis Beispiel 11-247 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-32 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 170 zusammengefaBt Tabelle 170 enthalt dariiber hinaus Angaben liber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 170 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-244 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-245 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-246 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-247 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

60 

Beispiel II-248 bis Beispiel 11-251 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-32 ersetzt 
$5 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 171 zusammengefaBt. Tabelle 171 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelie 171 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

( 1 /XTtl ) *6 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


TX_ I/O 


Triphenyl- 
suxromuiQ— 
triflat 


DO 




11-249 


Diphenyl jodonium- 


59 


0,3 


11-250 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-251 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenrauramuster mit einer Linienbreite von 0,15 }im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-33 35 

Die Hersteilung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 1 1-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/25/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-252 bis 11-259 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-33 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 



Beispiel 11-252 bis Beispiel 11-255 50 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-33 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelie 172 zusammengefaBt Tabelie 172 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 172 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 firm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-252 


Tr i phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


II— 253 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


TT— O R A 


NAT • 105 

^niaon rvo.ga.K.u. 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-255 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-256 bis Beispiel 11-259 

Die Hersteliung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-33 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 73 zusammengefaBt Tabelle 173 enthalt darOber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



Tabelle 173 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-256 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-257 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-258 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-259 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedera Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-34 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hyImethacryIat/tert.-ButyImethacryiat/MethacryIsaure auf 25/20/55 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber J0 
PMMA. . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem£B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-260 bis 11-267 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-34 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-260 bis Beispiel 11-263 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel iI-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-34 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 174 zusammengefaBt. Tabelle 174 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiiigen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 174 30 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fan) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-260 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-261 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-262 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-263 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-264 bis Beispiel 11-267 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-34 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 175 zusammengefaBt. Tabelle 175 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 175 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li ch tdur ch- 
lassigkeit 

( 1 f fin ^ 2r 


Atzrate 
(Relativ- 
weirt ) 


15 


11-264 


Triphenyl- 
triflat 




0,3 


20 


11-265 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




11-266 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-267 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel II-35 

16 g Maleinsaure, 20 g Menthol und 10 g p-Toluolsulfonsaure wurden 10 h bei einer Olbadtemperatur von 
150°C in 30 ml Toluol unter RuckfluB erwarmt. AnschlieBend wurde das Reaktionsgemisch durch Zugabe einer 
salzgesa^tigten Natriumbicarbonatlosung gequenscht. Das Gemisch wurde mit Ether extrahiert, die organischen 
40 Schichten vereinigt und mit salzgesattigter Natriumbicarbonatlosung und salzgesattigter Ammoniumchloridlb- 
sung gewaschen. Nach einem Trocknen Qber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat wurde das 
erhaltene olige Produkt einer fraktionierten Destination unterworfen, wobei Maleinsauremonomenthylester 
und Dimenthylmaleat erhalten wurden. 

2,5 g Maleinsauremonomenthylester, 1 g 2-Methyl-2-propanol und 0,7 g p-Toluolsulfonsaure wurden 19 h bei 
45 einer Olbadtemperatur von 150°C in 30 ml Toluol unter RuckfluB erwarmt. AnschlieBend wurde das Reaktions- 
gemisch durch Zugabe einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung gequenscht Das Gemisch wurde mit 
Ether extrahiert, die organischen Schichten vereinigt und mit salzgesattigter Natriumbicarbonatlosung, waBri- 
ger Natriumhydroxidlosung und salzgesattigter Ammomumchloridlbsung gewaschen. Nach einem Trocknen 
iiber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat wurde das erhaltene dlige Produkt einer Destilla- 
50 tion bei verringertem Druck unterworfen, wobei Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat erhalten wurde. 
Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 11-35 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
10 g Menthyl-3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propenoat wurden zusammen mit 0,5 g Azoisobutyronitril als Polyme- 
risationsanspringmittel in 40 ml THF geldst. 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20minutigem 
55 Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt. AnschlieBend wurde die Losung 10 h bei einer Olbadtempera- 
tur von 60° C in einem Stickstoffstrom erwarmt. AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von 600 ml 
Hexan gequenscht. Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und unter Vakuum 
eingeengt, wobei Polymenthyl-3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propenoat erhalten wurde. 
Die oben beschriebene Polymerisationsreaktion wurde unter denselben Bedingungen wiederholt, wobei 
so jedoch 1 0 g Dimenthylmaleat als Monomer verwendet wurden. Dabei wurde Polydimenthylmaleat erhalten. 

Die oben beschriebene Polymerisationsreaktion wurde unter denselben Bedingungen wiederholt, wobei 
jedoch 10 g Maleinsauremonomenthylester als Monomer verwendet wurden. Dabei wurde Polymaleinsauremo- 
nomenthylester erhalten. 

Jedes der so erhaltenen Polymere wurde in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Losung auf ein 
65 Quarzplattchen aufgetragen wurde, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) gemaB 
Synthesebeispiel II- 1 zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polymenthyl- 
3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoats 50% betrug, wahrend fur Polydimenthylmaleat ein Wert von 43% (dieser 
entspricht nahezu dem von PMMA) erhalten wurde. 
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Weiterhin wurden unter den Bedingungen fiir das Monomer in Synthesebeispiel II-2 die Atzraten dieser 
Poiymere im Vergleich zu der von PMMA bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) 
bestiramt. Dabei zeigte es sich, da8 die Atzraten dieser Copolymere unter Annahme einer Atzrate von 1 fur 
PMMA 0,3 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieser Poiymere gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen wurden Copolymere mit Dimenthylmaleat, Menthyl-3-butoxycarbonyl-2Z-prope- 5 
noat bzw. Maleinsauremonomenthylester gemaB Synthesebeispiel 11-35 synthetisiert Unter deren Verwendung 
wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 11-268 

10 

5 g Dimenthylmaleat, 0,5 g Glycidylmethacrylat und 0,25 g Azoisobutyronitril als Photosauregenerator wur- 
den in 15 ml Toluol gelost 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II-l einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene Losung 
entsprechend Beispiel II- 1 auf ein Siiiziumplattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 15 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-269 20 

1 g Dimenthylmaleat, 0,1 g Allylmethacrylat und 0,05 g Azoisobutyronitril als Photosauregenerator wurden in 
15 ml Toluol gelost. 

Die erhaltene Losung wurde entsprechend Beispiel II-2 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene Losung 25 
entsprechend Beispiel II-2 auf ein Siiiziumplattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

30 

Beispiel 11-270 

1 g Dimenthylmaleat, 1 g a-Chlorfluoracrylat und 0,1 g Azoisobutyronitril als Photosauregenerator wurden in 
3 ml THF gelost. 

Die erhaltene Losung wurde entsprechend Beispiel II-3 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 35 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene Losung 
entsprechend Beispiel II-3 auf ein Siiiziumplattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 40 

Beispiel 11-271 

Das Vorgehen des Beispiels 11-268 wurde wiederholt, wobei jedoch Dimenthylmaleat durch 0,8 g Menthyl- 
3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propenoat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde anschlieBend entspre- 45 
chend Beispiel 11-268 in eine L6sung Qberfuhrt Letztere wurde zur Ausbildung eines Musters verwendet. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
erhalten wurde. 

Beispiel II-272 50 

Das Vorgehen des Beispiels II-269 wurde wiederholt, wobei jedoch Dimenthylmaleat durch 0,8 g Menthyl- 
3-tert.-butoxycarbonyI-2Z-propenoat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde anschlieBend entspre- 
chend Beispiel 11-269 in eine Losung Qberfuhrt Letztere wurde zur Ausbildung eines Musters verwendet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 55 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-273 

Das Vorgehen des Beispiels 11-270 wurde wiederholt, wobei jedoch Dimenthylmaleat durch 0,8 g Menthyl- 50 
3~tert.-butoxycarbonyI-2Z-propenoat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde anschlieBend entspre- 
chend Beispiel 11-270 in eine Losung Qberfuhrt Letztere wurde zur Ausbildung eines Musters verwendet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

In den folgenden Beispielen 11-274 bis 11-281 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 65 
Synthesebeispiels 11-35 jeweils synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 11-274 bis Beispiel H-277 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis II-7, wobei jedoch 
das Homopolymer (PoIymethyl-3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propenoat) des Synthesebeispiels II-2 durch das Co- 
5 polymer des Synthesebeispiels 11-35 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 176 zusammengefaBt Tabelle 176 enthalt dariiber hinaus Angaben 
io uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 176 



13 
20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


11-274 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 




11-275 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


11-276 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


61 


0,3 


35 


11-277 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



40 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-278 bis Beispiel 11-281 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Homopolymer (Polymaleinsauremonomenthylester) des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer 
des Synthesebeispiels 11-35 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
so Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndig- 
keit ermittek. Die Ergebnisse sind in Tabelle 177 zusammengefaBt Tabelle 177 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle 177 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Atm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-278 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-279 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-280 


MAT ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-281 


NAI • 105 

C Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-36 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert.-butoxycarbony!-2Z-propenoat/MethacryIsaure auf 70/30 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel H-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen H-282 bis 11-289 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-36 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-282 bis Beispiel 11-285 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-36 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 178 zusammengefaBt Tabelle 178 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 178 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-282 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11—283 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 




NAT ■ 105 

\ M.iQOjri jxagaKu 

Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-285 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-286 bis Beispiel 11-289 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-36 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durch&ssigkeit und TrockenatzbestSndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 179 zusarnmengefaBt. Tabelle 179 enthait daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 179 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jam) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-286 


Triphenyl- 
sulf oniuxn- 
triflat 


55 


0,3 


11-287 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-288 


NAT - 105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-289 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-37 

5 

Die Herstellung des Copolymers gem£B Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhahnis 
Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/MethacryIsaure auf 75/25 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber i0 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-290 bis 11-297 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-37 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-290 bis Beispiel 11-293 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-37 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 180 zusammengefaBt Tabelle 180 enthait dariiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 180 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-290 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-291 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-292 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-293 


NAI * 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-294 bis Beispiel II-297 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-37 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 181 zusammengefaBt Tabelle 181 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 181 



10 


Beispiel 


Ptiotosaure- 
generator 


Li chtdur ch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 

WCit ) 


15 




Triptienyl- 

crn 1 foni nm— 

triflat 






20 


11-295 


Diphenyl jodonium- 

trif lat 


59 


0,3 


11-296 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd-) 


61 


0,3 


25 


11-297 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 p.m 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-38 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 80/20 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemSB Synthesebeispiel 11-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-298 bis 11-305 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-38 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 Beispiel 11-298 bis Beispiel 11-301 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-38 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 182 zusammengefaBt Tabelle 182 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 182 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-298 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-299 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-300 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0/3 


20 


11-301 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-302 bis Beispiel 11-305 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-38 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 183 zusammengefaBt. Tabelle 183 enthalt daiiiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 183 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-302 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-303 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-304 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-305 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-39 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert.-butoxycarbonyI-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 65/35 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf&rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-306 bis 11-313 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-39 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-306 bis Beispiel II-309 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-39 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 184 zusammengefaBt Tabelle 184 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 184 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-306 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


45 


11-307 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-308 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


55 


11-309 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co*, Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-310 bis Beispiel 11-313 

Die Herstellung chemisch v rstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-39 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 185 zusammengefaBt Tabelle 185 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 185 

5 



Beispiel 


Photo s aure - 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

(1 fJM) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-310 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-311 


Diptienyl jodonium- 


59 


0,3 


11-312 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-313 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-40 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methaciylsaure auf 60/40 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-314 bis 11-321 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-40 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-314 bis Beispiel 11-317 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-40 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 186 zusammengefaBt Tabelle 186 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 
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Tabelle 186 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-314 


Triphenyl— 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11—315 


Dipheny 1 j odoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11 J JLO 


NAT • 105 

iraiuori KagaKu 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-317 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-318 bis Beispiel 11-321 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-40 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eicen- 
schaften bewertet. & 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse smd in Tabelle 187 zusammengefaBt Tabelle 187 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



Tabelle 187 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-318 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


55 


0,3 




11-319 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-320 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd - ) 


61 


0,3 


65 


11-321 


NAI- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-41 

Die Hersteilung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 55/45 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-322 bis 11-329 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-41 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-322 bis Beispiel 11-325 

Die Hersteilung der chemisch verstirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-41 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 188 zusammengefaBt. Tabelie 188 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 188 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-322 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


11-323 


Diphenyl jodoniuia- 
trif lat 


59 


0/3 


11-324 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-325 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

Beispiel 11-326 bis Beispiel 11-329 

Die Hersteilung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-41 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 189 zusammengefaBt Tabelle 189 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber 
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den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelie 189 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
( 1 um ) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wort ) 


15 


11-326 


Triphenyl- 
sulf onium— 
triflat 


55 




20 


11-327 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




XI-328 


NAT ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-329 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhaiten wurde. 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



Synthesebeispiel II-42 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 50/50 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seme Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

t Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-330 bis 11-337 wurden chemisch verstSrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-41 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel II-330 bis Beispiel 11-333 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 f wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-42 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels 11-1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelie 190 zusammengefaBt. Tabelie 190 enthalt daruber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 190 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fira) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-330 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0 r 3 


10 


11-331 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-332 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-333 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-334 bis Beispiel 11-337 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-42 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 191 zusammengefaBt. Tabelle 191 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosaure generator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 191 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


L i cli t dur ch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-334 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0/3 


11-335 


Dipheny 1 jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


11-336 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-337 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-43 

5 

In diesem Synthesebeispiel wurde ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemaB Synthesebeispiel H-35 
synthetisiert und auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Dazu wurden Dimenthylmaleat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis von 35/40/25 
vermischt, um 10 g des Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit Azoisobutyronitril als Polymeri- 
l o sationsanspringmittel in 40 ml THF gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die Losung in einem Stickstoffstrom 9 h 
bei einer Olbadtemperatur von 60° C erwarmt. AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht. Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und im Vakuum eingeengt, 
1 5 wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 gelost, worauf die erhaltene 
Ldsung auf ein Quarzplattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegenuber PMMA. 

20 Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-338 bis 11-345 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer gemaB 

25 Synthesebeispiel II-43 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-338 bis Beispiel 11-341 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
30 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-43 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 192 zusammengefaBt Tabelle 192 enthalt dariiber hinaus Angaben ttber 
35 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 192 



40 
45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li chtdur ch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


11-338 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 




11-339 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


55 


11-340 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


60 


11-341 


NAI * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



65 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 
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Beispiel 11-342 bis Beispiel 11-345 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-43 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 193 zusammengefaBt Tabelle 193 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 193 



10 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 (£m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-342 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-343 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-344 


NAT • 105 

C Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-345 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 40 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II -44 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 45 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/32,5/32,5 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die ttberlegenheit gegenuber 
PMMA. 50 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf&rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-346 bis II-353 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 55 
Synthesebeispiels 11-44 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-346 bis Beispiel 11-349 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei eo 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-44 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 194 zusammengefaBt Tabelle 166 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 65 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 194 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-346 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-347 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 




NAT • 105 

/mr^ -J J _ - - ^ 

[ Miaori Kagaku 
Co., Ltd,) 


61 


0,3 


25 


11-349 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 nm erhalten wurde. 

Beispiel 11-350 bis Beispiel 11-353 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-44 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 195 zusammengefaBt Tabelle 195 enthalt darttber hinaus Angaben uber 
to den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 195 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Aim) % 


&tzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-350 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


55 


0,3 




11-351 


Diphenyl jodoniuxti- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-352 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-353 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-45 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/25/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber i 0 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-354 bis 11-361 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-45 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-354 bis Beispiel 11-357 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-45 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 196 zusammengefaBt. Tabelle 196 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 196 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-354 


Tri phenyl - 
sulf oniuxn- 
triflat 


60 


0,3 


11-355 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-356 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-357 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

Beispiel 11-358 bis Beispiel 11-361 



60 



Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-l 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-45 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 197 zusammengefaBt. Tabelle 197 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 197 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

I jl ftm ) i> 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


15 


JL. JL mj \J 


Triphenyl- 

O *JL JL JL Ul 1 JL Ulll 

triflat 








11-359 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


20 


IX-360 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


61 


0,3 


25 


11-361 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-46 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/45/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-362 bis 11-369 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-46 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

50 Beispiel 11-362 bis Beispiel 1 1-365 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-46 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 198 zusammengefaBt Tabelle 198 enthalt dariiber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 



236 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1_I_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle 198 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-362 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-363 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-364 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-365 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 um erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-366 bis Beispiel 11-369 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-46 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 199 zusammengefaBt Tabelle 199 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 199 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-366 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-367 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-368 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-369 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-47 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/40/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-370 bis 11-377 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-47 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-370bis Beispiel 11-373 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-47 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 200 zusammengefaBt Tabeile 200 enthalt daruber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 200 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-370 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-371 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-372 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-373 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-374 bis Beispiel 11-377 

Die H rstellung chemisch verstarkter R sists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-47 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 201 zusammengefaBt Tabelle 201 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 201 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /on) -$ 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-374 


Triphenyl- 
sulf oniuxn- 
triflat 


55 


0,3 


11-375 


Diphenylj odon i urn- 
tririat 


59 


0,3 


11-376 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
CO . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-377 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 nm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-48 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/MethacryIsaure auf 30/30/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geidst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-378 bis 11-385 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-48 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 



Beispiel 11-378 bis Beispiel 11-381 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-48 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabeile 202 zusammengefaBt Tabelle 202 enthalt daruber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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Tabelle202 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-378 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


15 


11-379 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


59 


0,3 


20 


11-380 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-381 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u,m erhalten wurde. 

Beispiel 11-382 bis Beispiel 11-385 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-48 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und TrockenStzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 203 zusammengef aBt Tabelle 203 enthalt daruber hinaus Angaben fiber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen, 

Tabelle 203 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fj.m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-382 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


55 


0,3 


11-383 


Dipheny lj odon i um- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-384 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-385 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mil einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-49 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/M thacrylsaure auf 30/25/45 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber i 0 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-386 bis 11-393 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-49 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-386 bis Beispiel 11-389 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-49 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 204 zusammengefaBt Tabelle 204 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 204 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-386 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-387 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


59 


0,3 


11-388 


NAT * 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-389 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-390 bis Beispiel 11-393 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-49 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 205 zusammengefaBt. Tabelle 205 enthalt dariiber hinaus Angaben tiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 205 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-390 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-391 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-392 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-393 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co, , Ltd. ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-50 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
DimenthyImethacrylat/tert.-ButylmethacryIat/MethacryIsaure auf 25/50/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-394 bis 11-401 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-50 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 Beispiel 11-394 bis Beispiel II-397 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-50 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 206 zusammengefaBt. Tabelle 206 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 206 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fjm) % 


jltzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-394 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-395 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-396 


NAT • 105 

( Midor x Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


U , J 


20 


11-397 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 jira erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-398 bis Beispiel 11-401 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-50 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkett 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 207 zusammengefaBt. Tabelle 207 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 207 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-398 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-399 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-400 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-401 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co-, Ltd-) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 11-51 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/45/30 geSndert wurd . 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
jo Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-402 bis 11-409 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-51 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-402 bis Beispiel H-405 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-51 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hereestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse smd in Tabelle 208 zusammengefaBt Tabelle 208 enthalt dariiber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



30 Tabelle 208 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-402 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0/3 


45 


11-403 


D i phenyl j odonium- 
trif lat 


59 


0,3 


50 


11-404 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-405 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 p,m erhalten wurde. 

60 

Beispiel H-406 bis Beispiel 11-409 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-51 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 209 zusammengefaBt Tabelle 209 enthalt dariiber hinaus Angaben Uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle209 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 


11-406 


Tri phenyl - 
s u 1 f on ium— 
trif lat 


55 


0,3 


15 


11-407 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




11-408 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-409 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1 1-52 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel H-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimentbylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/40/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-410 bis 11-417 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-52 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 



Beispiel 11-410 bis Beispiel 11-413 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-52 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 210 zusammengefaBt Tabelle 210 enthalt darflber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle210 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /-tin) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-410 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-411 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-412 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


25 


11-413 


NAI . 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-414 bis Beispiel 11-417 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-52 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 21 1 zusammengefaBt Tabelle 21 1 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 211 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


&t2rate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-414 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-415 


Dipheny 1 j odon ium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-416 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


65 


11-417 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. f Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-53 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/30/45 ge&idert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber to 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemSB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-418 bis II-425 wurden chemisch verstjlrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-53 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-418 bis Beispiel 11-421 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-53 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 212 zusammengefaBt Tabelle 212 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 212 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-418 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-419 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-420 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-421 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |xm erhalten wurde. 

60 

Beispiel II-422 bis Beispiel 11-425 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel H-ll t wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-53 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- es 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 213 zusammengefaBt. Tabelle 213 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle213 



to 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


XX— 422 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


20 


11-423 


Diphenyl jodoniura- 
trif lat 


59 


0,3 


25 
30 


11-424 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-425 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-54 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-ButylmethacryIat/Methacrylsaure auf 25/25/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit Mr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-426 bis 11-433 wurden chemisch verstSrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-54 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-426 bis Beispiel 11-429 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-54 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 214 zusammengefaBt Tabelle 214 enthalt darOber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
go bezogen. 
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Tabelle214 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-426 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-427 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-428 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-429 


NAI ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0 f 3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-430 bis Beispiel 11-433 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-54 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 215 zusammengefaSt Tabelle 215 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 215 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zia) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-430 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-431 


Diphenyl jodoniusi- 
triflat 


59 


0,3 


11-432 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-433 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ura 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 11-55 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemiiB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/55/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine LichtdurchUissigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-434 bis 11-441 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels H-55 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-434 bis Beispiel H-437 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-55 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 216 zusammengefaBt Tabelle 216 enthalt dartiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



30 Tabelle 216 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /«n) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


H-434 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-435 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


50 


11-436 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


55 


11-437 


NAI-105 

( Mi dor i Kagaku 

Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-438 bis Beispiel 11-441 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-55 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 217 zusammengefaBt Tabelle 217 enthalt daruber hinaus Angaben tiber 
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den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 217 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


TT-438 


Triphenyl- 
sulf oniunt— 
triflat 


55 


0,3 


11-439 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-440 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


61 


0,3 


11-441 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd - ) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-56 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/50/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahi (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispieien 11-442 bis 11-449 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-56 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht. 

Beispiel 11-442 bis Beispiel 11-445 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-56 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 218 zusammengefaBt. Tabelle 218 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 



65 
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Tabelle218 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-442 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


!5 


11-443 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


20 


11-444 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


25 


11-445 


NAI . 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 fim erhalten wurde. 

Beispiel 11-446 bis Beispiel H-449 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel H-ll, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-56 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 219 zusammengefaBt Tabelle 219 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 219 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /na) % 


Jltzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-446 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-447 


D i phenyl j odon ium- 
trif lat 


59 


0,3 


60 


11-448 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-449 


NAI • 105 

(Mi dor i Kagaku 

Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-57 

Die Herstellung des Copolymers gem^B Synthesebeispiel II-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/40/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-450 bis II-457 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-57 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-450 bis Beispiel II-453 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-57 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 220 zusammengefaBt Tabelle 220 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 220 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li chtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-450 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-451 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-452 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-453 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

Beispiel 11-454 bis Beispiel 11-457 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-57 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 221 zusammengefaBt Tabelle 221 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle221 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
( 1 /xm ) ^ 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


XT— 4.54 


Triphenyl- 

triflat 


DO 


0,3 




11-455 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-456 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-457 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-58 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimethylmethacrylat/tert.-Butylrnethacrylat/Methacrylsaure auf 20/35/45 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
as Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-458 bis 11-465 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-58 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 Beispiel 11-458 bis Beispiel 11-461 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-58 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 222 zusammengefaBt Tabelle 222 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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Tabelle222 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /wn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-458 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-459 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-460 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0 f 3 


20 


11-461 


NAI - 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 jim erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-462 bis Beispiel 11-465 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-58 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 223 zusammengefaBt. Tabelle 223 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 223 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-462 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-463 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


11-464 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-465 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-59 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/30/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelSst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
10 Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die (Jberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-466 bis 11-473 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-59 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-466 bis Beispiel 11-469 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-59 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 224 zusammengefaBt Tabelle 224 enthalt daruber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 224 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-466 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0/3 


45 


11-467 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


50 


11-468 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-469 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-470 bis Beispiel 11-473 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-59 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 225 zusammengefaBt. Tabelle 225 enthalt darUber hinaus Angaben Uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 225 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

/ 1 urn } % 


Atzrate 
(Relativ- 

w ^ a. ^- J 


* 

10 


XI ft / \J 


Triphenyl- 

DUlIUIllUiU 

triflat 


•~t 


O 3 
u / 


15 


n-471 


Dipheny 1 jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 




11-472 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-473 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-60 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethaci^iat/Methacrylsaure auf 20/25/55 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrah! (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-474 bis 11-481 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-60 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-474 bis Beispiel 11-477 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-60 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 226 zusammengefaBt Tabelle 226 enthalt darttber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 



65 
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Tabelle 226 



5 


Beispiel 


Photos aur e- 
generator 


Li chtdur ch- 
lassigkeit 
(1 iim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-474 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-475 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


-Li / D 


NAT -105 
inxciori Kagaxu 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-477 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 \im erhalten wurde. 

Beispiel IM78 bis Beispiel 11-481 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-60 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 227 zusammengefaBt. Tabelle 227 enthalt daruber hinaus Angaben Uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 227 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-478- 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-479 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-480 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-481 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-61 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dirnenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/60/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geiost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber io 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seme 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegemiber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen II-482 bis 11-489 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-61 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-482 bis Beispiel 11-485 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-61 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 228 zusammengefaBt. Tabelle 228 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 

Tabelle 228 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /nn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-482 


Triphenyl- 
sulfoniura- 
triflat 


60 


0,3 


11-483 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


11-484 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd - ) 


61 


0/3 


11-485 


NAI-105 

( Midori Kagaku 
Co . , Ltd - ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-486 bis Beispiel 11-489 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-61 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 229 zusammengefaBt Tabelle 229 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



Tabelle 229 

5 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 
were ) 


15 


11-486 


Triphenyl- 
sul f oniiiTn— 
triflat 








11-487 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-488 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-489 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-62 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/45/35 geindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser L6sung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-490 bis II-497 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-62 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

so Beispiel 11-490 bis Beispiel 11-493 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-62 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 230 zusammengef aBt Tabelle 230 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle230 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /nri) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-490 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-491 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-492 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-493 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co- , Ltd. ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 um erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-494 bis Beispiel 11-497 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-62 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelie 231 zusammengefaBt. Tabelle 231 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 231 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-494 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


55 


0,3 


11-495 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-496 


NAT * 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-497 


NAI ■ 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



261 



BNSDOCID: <DE_19525221 A1_l_> 



DE 195 25 221 Al 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel 11-63 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
DimenthyImethacryIat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/35/45 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-498 bis 11-505 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-63 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-498 bis Beispiel 11-501 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-63 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 232 zusammengefaBt Tabelle 232 enthait daruber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 232 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-498 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat 


60 


0,3 


45 


11-499 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-500 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0/3 


55 


11-501 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhaiten wurde. 

60 

Beispiel 11-502 bis Beispiel II-505 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-63 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 233 zusammengefaBt. Tabelle 233 enthait daruber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 233 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

{ x /lltl ) ^ 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


11-502 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0/3 


11-503 


Diphenyl jodonium- 
tnriat 


59 


0,3 


11-504 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-505 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-64 

Die Herstellung des Copolymers gemaB- Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
DimenthyImethacryiat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/20/60 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-506 bis 11-513 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-64 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-506 bis Beispiel 11-509 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-64 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 234 zusammengefaBt Tabelle 234 enthalt daruber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



263 



:_1 9525221 A1_I_> 



DE 195 25 221 Al 

TabeUe 234 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-506 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-507 


Diphenyl j odoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


20 


T t c.r\Q 

11-D08 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-509 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel H-510 bis Beispiel 11-513 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-64 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in TabeUe 235 zusammengefaBt. Tabelle 235 enthalt daruber hinaus Angaben Uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 235 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-510 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-511 


Dipheny 1 j odon ium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-512 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-513 


NAI - 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-65 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemafi Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Diraenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 15/60/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucbt. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 50 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Syntbesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. is 

In den folgenden Beispielen 11-514 bis 11-521 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-65 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-514 bis Beispiel 11-517 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel 11-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-64 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 236 zusammengefaBt. Tabelle 236 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 236 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-514 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


11-515 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-516 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-517 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-518 bis Beispiel 11-521 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-65 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in d r geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 237 zusammengefaBt Tabelle 237 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 237 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li ch t dur ch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


15 


11-518 


Tri phenyl- 
sulf onium— 
trif lat 


55 


KJ / J 


20 


11-519 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




11-520 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-521 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. 



35 Synthesebeispiel 11-66 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 15/55/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelosL Der auf einem Quarzplattchen mit dieser L6sung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-522 bis 11-529 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-66 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

so Beispiel 11-522 bis Beispiel II-525 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists srfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-66 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 238 zusammengefaBt Tabelle 238 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 238 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fjna) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-522 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-523 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-524 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-525 


NAI • 105 

( Mi do r i Kagaku 

Co * , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-526 bis Beispiel II-529 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-66 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 239 zusammengefaBt. Tabelle 239 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 239 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li cht durch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-526 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-527 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-528 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-529 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-67 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 15/50/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
1 5 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-530 bis II-537 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-67 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-530 bis Beispiel 11-533 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-67 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 240 zusammengefaBt. Tabelle 240 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator, Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 240 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ixm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-530 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


45 


11-531 


Diphenyl jodonium— 
trif lat 


59 


0,3 


50 


11-532 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


55 


11-533 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-534 bis Beispiel 11-537 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-67 ersetzt 
es wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synth sebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzb standigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 241 zusammengefaBt. Tabelle 241 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 241 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

( 1 am > £r 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


11 — 034 


Triphenyl- 
sul f onxum— 
triflat 


3D 


0,3 


11-535 


Diphenyl jodonium- 

LL J.L J.aL 


59 


0,3 


11-536 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-537 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co w Ltd.) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-68 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-ButyimethacryIat/Methacrylsaure auf 15/45/40 ge£ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-538 bis 11-545 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-68 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



Beispiel 11-538 bis Beispiel 11-541 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-68 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 242 zusammengefaBt Tabelle 242 enthah daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 242 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-538 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-539 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-540 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-541 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-542 bis Beispiel 11-545 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-68 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden-in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 243 zusammengefaBt. Tabelle 243 enthalt darQber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 243 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-542 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-543 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-544 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-545 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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[ Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 

erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-69 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylraethacrylat/Methacrylsaure auf 15/40/45 ge&ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber io 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergieich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA* 15 

In den folgenden Beispielen 11-546 bis 11-553 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-69 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-546 bis Beispiel 11-549 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-69 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 244 zusammengefaBt Tabelle 244 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabeile 244 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-546 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-547 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-548 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-549 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-550 bis Beispiel 11-553 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-69 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 245 zusammengefaBt Tabelle 245 enthalt dariiber hinaus Angaben Uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 245 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 

weru ) 


15 


11-550 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 






20 


11-551 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




11-552 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. / Ltd. ) 


61 


0,3 


25 


11-553 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jam 
erhalten wurde. 



35 Synthesebeispiel 11-70 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 15/35/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. 

m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-554 bis 11-561 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-70 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

so Beispiel 11-554 bis Beispiel 11-557 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-70 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 246 zusammengefaBt Tabelle 246 enthalt darCiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 246 



Beispiel 


Photo saure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-554 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-555 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


15 


11-556 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-557 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 jim erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-558 bis Beispiel H-561 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-70 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 247 zusammengefaBt Tabelle 247 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 247 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fMm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-558 


Triphenyl- 
sulf oniuiti- 
triflat 


55 


0,3 


11-559 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-560 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-561 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispie! H-71 

5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert.-ButylmethacryIat/Methacrylsaure auf 15/30/55 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit sesenuber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-562 bis 11-569 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-71 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-562 bis Beispiel 11-565 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-71 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 248 zusammengefaBt Tabelle 248 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 248 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-562 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-563 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


50 


11-564 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-565. 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u-m erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-566 bis Beispiel 11-569 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-71 ersetzt 
65 wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 249 zusammengefaBt. Tabelle 249 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 249 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
fl urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


TT— 566 

«i_ -i. JUL) 


Triphenyl- 
sulf oniuni" 
triflat 


55 


0,3 


11-567 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-568 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


61 


0,3 


11-569 


NAI- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 u,m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-72 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 15/25/60 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-570 bis 11-577 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-72 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 



Beispiel 11-570 bis Beispiel 11-573 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-72 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und TrockenStzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 250 zusammengefaBt Tabelle 250 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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Tabelle 250 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-570 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-571 


Di phenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-572 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-573 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0, 1 5 jim erhal ten wurde. 

Beispiel H-574 bis Beispiel 11-577 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-72 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und TrockenStzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 251 zusammengefaBt. Tabelle 251 enthalt daniber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 251 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-574 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-575 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


60 


11-576 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


65 


11-577 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-73 

26 g Maleinsaure, 24 g Menthol und 15 g p-ToluolsuIfonsSure wurden 19 h bei einer Olbadtemperatur von 
150°C in 500 ml Toluol unter RuckfluB erwarmt. AnschlieBend wurde das Reaktionsgeraisch durch Zugabe einer 
salzgesattigten Natriumbicarbonatlosung gequenscht. Das Gemisch wurde mit Ether extrahiert, die organischen 
Schichten vereinigt und mit salzgesattigter Natriumbicarbonatldsung, waBriger Natriumhydroxidl6sung und 
salzgesattigter Ammoniumchloridldsung gewaschen. Nach einera Trocknen iiber salzgesattigter Salzlake und 
wasserfreiem Natriumsulfat wurde das erhaltene dlige Produkt unter verringertem Druck eingeengt, wobei 
Menthylacrylat erhalten wurden. 

5 g Menthylacrylat und 0,2 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wurden in 20 ml THF 
geldst. 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 3mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die Losung 16 h bei einer Olbadtempera- 
tur von 70° C in einem Stickstoffstrom erwarmt. AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von 600 ml 
Methanol gequenscht. Nach abermaligem Ausf alien mit Methanol wurde das Produkt filtriert und unter Vakuum 
eingeengt, wobei Polymenthylacrylat erhalten wurde. 

Dieses Polymenthylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des so gebildeten Polymenthylacrylatfilms 43% betrug (dies ent- 
spricht nahezu dem von PMMA). 

Weiterhin wurde unter den Bedingungen fur das Monomer in Synthesebeispiel II- 1 seine Atzrate bei Verw en- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) bestimmt. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate des Poly- 
menthylacrylatfilms unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberegenheit des 
Polymenthylacrylatfilms gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-579 bis 11-581 wurden Copolymere mit Polymenthylacrylat gemaB Synthesebei- 
spiel 11-73 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 11-579 

9 g Menthylacrylat, 1 g Glyidylmethacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel 
wurden in 30 mi Toluol gelost. 

Die erhaltene Losung wurde entsprechend Beispiel II- 1 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene Losung 
entsprechend Beispiel II- 1 auf ein Siliziumplattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 03 jxm 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-580 

9 g Menthylacrylat, 1 g Allylmethacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wur- 
den in 30 ml Toluol gelost. 

Die erhaltene Losung wurde entsprechend Beispiel II- 2 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl- 3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene Losung 
entsprechend Beispiel II-7 auf ein Siliziumplattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-581 

5 g Menthylacrylat, 5 g a-Chlortrifluorethylacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspring- 
mittel wurden in 28 ml THF gelost. 

Die erhaltene Losung wurde entsprechend Beispiel II-3 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in MethyI-3-methoxypropionat gelost, worauf die erhaltene Ldsung 
entsprechend Beispiel II-3 auf ein Siliziumplattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 03 u.m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-74 

In diesem Synthesebeispiel wurde ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemaB Synthesebeispiel 11-73 
synthetisiert und auf seine Eigenschaften hin untersucht 
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Dazu wurden Menthylacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis von 50/30/20 
vermischt, um 10 g eines Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit 0,5 g Azoisobutyronitril als 
Polymerisationsanspringmittel in 40 ml THF gelost. 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minUtigem 
5 Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die L6sung in einem Stickstoffstrom 9 h 
bei einer Olbadtemperatur von 60 C erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht. Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und im Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 gelost, worauf die erhaltene 
io Losung auf ein Quarzplattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegeniiber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
15 sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-582 bis 11-589 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer gem&B 
Synthesebeispiel 11-74 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

20 Beispiel II-582 bis Beispiel 11-585 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-74 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestelh und deren Eigen- 
25 schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 252 zusammengefaBt Tabelle 252 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 

Tabelle 252 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-582 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-583 


D i phenyl j odon ium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-584 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-485 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co w Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
60 0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-586 bis Beispiel 11-589 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
65 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-74 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestelh und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weit rhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 253 zusammengefaBt Tabelle 253 enthalt daruber hinaus Angaben Uber 
den verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 253 5 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ— 

wert) 


11-586 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-587 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-588 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-589 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-75 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 50/25/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene L6- 40 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 45 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-590 bis II-597 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-75 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

50 

Beispiel 11-590 bis Beispiel 11-593 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-75 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 55 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 254 zusammengefaBt Tabelle 254 enthalt dariiber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 60 



65 
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Tabelle 254 



5 


Beispiel 


Photo saure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

^ J. fJ>m ) 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 


11-590 


sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


TT— 591 


triflat 




0/3 


20 


11-592 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0 1 
u , J 


25 


11-593 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
so 0, 1 5 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-594 bis Beispiel 11-597 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-75 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestindigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 255 zusammengefaBt. Tabelle 255 enthalt daruber hinaus Angaben Uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 255 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-594 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-595 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-596 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-597 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraumrauster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel 11-76 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 50/20/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieQend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelSst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegen- 
heit gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-598 bis 11-601 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-76 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-598 bis Beispiel 11-601 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-76 ersetzt 
wurde, Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 256 zusammengefaBt. Tabelle 256 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 256 



Beispiel 


Photo s aur e - 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-598 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-599 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-600 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-601 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhaiten wurde. 

Beispiel 11-602 bis Beispiel 11-605 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-76 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 257 zusammengefaBt Tabelle 257 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 257 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

/ -l t tm \ ft- 

V 1 JLtm ; % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


15 




Triphenyl- 

^Ani lima. 

triflat 


DO 


0,3 




11-603 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


20 


11-604 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. f Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-605 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-77 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 45/35/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieQend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene L6- 
40 sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
45 dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-606 bis 11-613 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-77 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

50 Beispiel II-606 bis Beispiel 11-609 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-77 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 258 zusammen^efaBt Tabelle 258 enthalt darttber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle258 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-606 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-607 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-608 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co - , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-609 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd - ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jam erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-610 bis Beispiel 11-613 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-77 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 259 zusammengefaOt Tabelle 259 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 259 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-610 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-611 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-612 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-613 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-78 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 45/30725 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gel6st Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberleeenheit 
gegenuberPMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
is Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-614 bis 11-621 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-78 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-614 bis Beispiel 11-617 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-78 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 260 zusammengefaBt Tabelle 260 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 260 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-614 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


45 


11-615 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-616 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-617 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-618 bis Beispiel 11-621 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-78 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 261 zusammengefaBt. Tabelle 261 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fin* die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelie261 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
( 1 fira ) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


T" TP >r 1 o 

11—618 


Triphenyl— 
sulf onium— 
triflat 


cr rr 


0,3 


11-619 


Diphenyl jodonium- 


59 


0,3 


11-620 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-621 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-79 35 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 45/25/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 40 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 45 
Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-622 bis 11-629 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-79 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 



Beispiel II-622 bis Beispiel 11-625 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-79 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 262 zusammengefaBt. Tabelle 262 en thai t daruber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 262 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-622 


jl r xpnenyx— 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 




d lpneny x j oaonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11—624 


NAT • 105 

^Mi rjnri TfarraVn 
V m»^*.^J- JL JVCiy ClJvLi. 

Co . , Ltd . ) 


Dl 


0,3 


25 


11-625 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-626 bis Beispiel 11-629 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-79 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 263 zusammengefaBt Tabelle 263 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 263 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-626 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-627 


Diphenyl jodoniuiu- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-628 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-629 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-80 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 45/20/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-630 bis 11-637 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-80 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel II-630 bis Beispiel 11-633 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-80 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 264 zusammengefaBt Tabelle 264 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 264 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-630 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-631 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-632 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-633 


NAI -105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-634 bis Beispiel 11-637 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II T 2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-80 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 265 zusammengefaBt Tabelle 265 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 265 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Licht durch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 
(Relativ- 

WC^ J 


15 


11-634 


Triphenyl- 
sulf onium— 
triflat 


55 






11-635 


D i phenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-636 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


25 


11-637 


NAI- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-81 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 40/40/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gei6st. Die erhaltene L6- 
40 sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
45 dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-638 bis 11-645 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-81 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 Beispiel 11-638 bis Beispiel 11-641 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-81 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 266 zusammengefaBt Tabelle 266 enthalt dariiber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelie266 



Beispiel 


Photosaure- 

generator 


Lichtdurch- 
(1 /xm) % 


Atzrate 
wert) 


11-638 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


60 


0,3 


11-639 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-640 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-641 


NAI * 105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 30 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-642 bis Beispiel 11-645 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 35 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-81 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 267 zusammengefaBt Tabelle 267 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



45 



50 



55 



60 
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Tabelle 267 



5 


Beispiel 


Photo s aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


r r 

10 


11-642 


Tirxpnenyi— 
sulf oniuiti- 
triflat 


55 


0,3 


15 


T t sr a o 


T"\ £ vnVs ^>^^« ^ ^3 — J — — n, , 

uipnenyi joaoniuin- 
triflat 


59 


0,3 


20 


X J_ O *r *z 


NAT • 105 

^ lYixaoirx Js.agciJvii 
Co., Ltd.) 


^ i 
ol 


0,3 


:>5 


11-645 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich f daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 p.m 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-82 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthyladrylat, tert-Butylmetha- 
35 crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 40/35/25 zur Hersteilung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelbst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die DurchlSssigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-646 bis II-653 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-82 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-646 bis Beispiel 11-649 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-82 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockeniitzbestandigkeit ermit- 
teln. Die Ergebnisse sind in Tabelle 268 zusammengefaBt Tabelle 268 enth&lt daruber hinaus Angaben iiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 



65 
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Tabelle268 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-646 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-647 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-648 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


11-649 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \xm erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-650 bis Beispiel 11-653 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-82 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 269 zusammengefaBt Tabelle 269 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 269 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-650 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-651 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-652 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-653 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-83 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 40/30/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
is Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-654 bis 11-661 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-83 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-654 bis Beispiel 11-657 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-83 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 270 zusammengefaBt Tabelle 270 enthalt darttber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



30 Tabelle 270 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m*0 % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-654 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-655 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-656 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-657 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-658 bis Beispiel 11-661 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-83 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 271 zusammengefaBt Tabelle 271 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle271 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


10 


11-658 


Triphenyl- 
sulf oniiiia- 
triflat 


55 


0 3 


15 


11-659 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 




11-660 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


11-661 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0/3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-84 35 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 40/25/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberiegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberiegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-662 bis 11-669 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-84 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-662 bis Beispiel 11-665 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-84 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 272 zusammengefaBt Tabelle 272 enthalt daruber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 



65 
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Tabelle 272 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-662 


Tr i phenyl - 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-663 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-664 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-665 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-666 bis Beispiel 11-669 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-84 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 273 zusammengefaBt. Tabelle 273 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 273 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-666 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


55 


0,3 


11-667 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-668 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-669 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-85 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch MenthyJacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 40/20/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit f£ir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit i 0 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluqrkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenQber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-670 bis 11-677 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-85 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-670 bis Beispiel 11-673 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-85 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 274 zusammengefaBt Tabelle 274 enth&lt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogert 

Tabelle 274 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-670 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


40 


11-671 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-672 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


50 


II-6.73 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co- , Ltd. ) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 60 

Beispiel 11-674 bis Beispiel 11-677 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-85 ersetzt 65 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 275 zusammengefaBt Tabelle 275 enthalt daniber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

5 Tabelle 275 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fin) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-674 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-675 


Dipheny 1 j odonium- 
uririat 


59 


0,3 


> 

25 


11-676 


NAT-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


30 


11-677 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-86 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 35/45/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die LichtdurchUissigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-678 bis 11-685 wurden chemisch verst§rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-86 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 

Beispiel II-678 bis Beispiel H-681 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-86 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 276 zusammengefaBt Tabelle 276 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
so bezogen. 
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Tabelle276 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-678 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-679 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-680 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


11-681 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-682 bis Beispiel 11-685 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-86 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 277 zusammengefaSt. Tabelle 277 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 277 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 lira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-682 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-683 


Diphenyl jodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


11-684 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-685 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-87 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 35/40/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. 

Die erhaltene Losung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Ex- 
io cimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln, Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt 
die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
1 5 Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-686 bis 11-693 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-87 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-686 bis Beispiel 11-689 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-87 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 278 zusammengefaBt Tabelle 278 enthait darliber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 278 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 joa) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-686 


Tri phenyl - 
sulfonium- 
trif lat 


60 


0,3 


45 


11-687 


Diphenyl jodonium— 
trif lat 


59 


0,3 


50 


11-688 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-689 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-690 bis Beispiel II-692 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-87 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigk it und TrockenatzbestSndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 279 zusammengefaBt Tabelle 279 enthait dariiber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 279 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-690 


Triphenyl- 
sulf onium— 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-691 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




11-692 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-693 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-88 35 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 35/35/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gel6st. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 40 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluqrkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 45 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-694 bis 11-701 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-88 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



Beispiel 11-694 bis Beispiel 11-697 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-88 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 280 zusammengefaBt Tabelle 280 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle280 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /an) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-694 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-695 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11—696 


NAT • 105 

( Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0/3 


25 


11-697 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-698 bis Beispiel H-701 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-88 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IH die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind inTabelle 281 zusammengef aBt Tabelie 281 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelie 281 



50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-698 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0/3 




11-699 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-700 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-701 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiei II-89 

Das Vorgehen von Synthesebeispiei 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 35/30/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschliefiend entsprechend Synthesebeispiei 11-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluqrkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-702 bis 11-709 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-89 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-702 bis Beispiel II-705 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-89 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 282 zusammengefaBt. Tabeile 282 enthalt daruber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregenerator, Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 282 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-702 


Triphenyl- 
sulfoniuiu- 
triflat 


60 


0,3 


11-703 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-704 


NAT ■ 105 

C Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-705 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

Beispiel 11-706 bis Beispiel 11-709 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-89 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 283 zusammengefaBt Tabelle 283 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle283 



to 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-706 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-707 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-708 


NAT • 105 

(Mi dor i Kagaku 

Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-709 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-90 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 35/25/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L6- 
40 sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
45 dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispieien 11-710 bis 11-717 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-90 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

so Beispiel 11-710 bis Beispiel H-713 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-90 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 284 zusammengefaBt Tabelle 284 enthalt daniber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 284 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-710 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


60 


0 f 3 


11-711 


D i pheny 1 j odon i um- 
triflat 


59 


0/3 


11-712 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0/3 


11-713 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0, 3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 jim erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-714 bis Beispiel 11-717 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-90 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 285 zusammengefaBt. Tabelle 285 enthalt daruber hinaus Angaben liber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 285 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li chtdur ch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-714 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-715 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-716 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co.,, Ltd.) 


61 


0,3 


11-717 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-91 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 35/20/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geI6st Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit des 
is Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den foigenden Beispielen 11-718 bis 11-725 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-9 1 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht. 

Beispiel 11-718 bis Beispiel 11-721 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-91 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelie 286 zusammengefaBt Tabelle 286 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 286 



35 


Beispiel 


Photo saure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jum) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-718 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-719 


Dipheny 1 j odon iuirt- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-720 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-721 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-722 bis Beispiel II-725 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-91 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 287 zusammengefaBt. Tabelle 287 enthalt darttber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen, 

Tabelle 287 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-722 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-723 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-724 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-725 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-92 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
cryiat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/50/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Lo- 40 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrniigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 45 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-726 bis 11-733 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synth esebeispiels 11-92 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 

Beispiel 11-726 bis Beispiel 11-729 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-92 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 288 zusammengefaBt Tabelle 288 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle288 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /aa) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-726 


xrxpnenyl— 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


TT-797 


uipnenyi 30a.on1u.m- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-728 


NAT • 105 
(Midori Kacralcu 
Co . , Ltd . ) 


0 X 


0,3 


25 


11-729 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-730 bis Beispiel II-733 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-92 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittek. Die Ergebnisse sind in Tabelle 289 zusammengefaBt Tabelle 289 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



Tabelle 289 



45 
50 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-730 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-731 


Diphenyl j odonium- 
trif lat 


59 


0,3 


60 


11-732 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-733 


NAI- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-93 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/45/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-734 bis 11-741 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-93 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-734 bis Beispiel II-737 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-93 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 290 zusammengefaBt. Tabelle 290 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 290 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-734 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-735 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-736 


NAT- 105 
(Midori KagaJcu 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-737 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-738 bis Beispiel 11-741 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-93 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 291 zusammengefaBt Tabelle 291 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 291 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-738 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


20 


11-739 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


25 


11-740 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 




11-741 


NAI- 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-94 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/40/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-742 bis 1 1-749 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-94 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 

Beispiel II-742 bis Beispiel H-745 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-94 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 292 zusammengefaBt Tabelle 292 enthalt daruber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
go bezogen. 



65 



308 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1 _l_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle292 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 §m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-742 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-743 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-744 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd - ) 


61 


0,3 


11-745 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 u.m erhal t en wurde. 30 

Beispiel 11-746 bis Beispiel 11-749 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-94 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 293 zusammengefaBt Tabelle 293 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 293 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-746 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-747 


Diphenyl jodoniuxn- 
triflat 


59 


0,3 


11-748 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-749 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 nm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-95 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 30/35/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Lo- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
io (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegen- 
heit gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
15 Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-750 bis 11-757 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-95 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-750 bis Beispiel 11-753 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-95 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 294 zusammengefaBt. Tabelle 294 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 294 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(l ji*0 % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-750 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-751 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 
55 


11-752 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-753 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 pjn erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-754 bis Beispiel II-757 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-95 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Di Ergebnisse sind in Tabelle 295 zusammengefaBt Tabelle 295 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle295 



5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li cht durch- 
lassigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 

W CI W J 


10 


II— 7o4 


Triphenyl- 
suironiuitt" 
triflat 






15 


11-755 


Diphenyl jodonium- 


59 


0,3 




11-756 


NAT • 105 

( Midori Kagaku . 
Co - , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-757 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Fatle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 u.m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispie! 11-96 35 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/30/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelSst Die erhaltene Lo- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 40 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohienstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 45 
Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-758 bis 11-765 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-96 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



Beispiel 11-758 bis Beispiel 11-761 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-96 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren . 
Eigenschaften bewertet. 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse ,sind in Tabelle 296 zusammengefaBt Tabelle 296 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 296 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 

(1 /2Itl) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-758 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-759 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-760 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-761 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



30 Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-762 bis Beispiel 11-765 

35 Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-96 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
40 ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 297 zusammengefaBt Tabelle 297 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



45 



50 



55 



60 



65 



312 



BNSDOCID: <DE 19525221 A 1_(_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle297 



Beispiel 


Photosaure- 
crenerator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Am) % 


&tzrate 

(Relativ— 

wert) 


11-762 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-763 


Di phenyl j odon iuia- 
triflat 


59 


0,3 


11-764 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-765 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 11-97 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/25/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 35 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel TI-74 in Gyclohexanon gelost. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchtassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 40 
Verwendung von gasformigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-766 bis II-773 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-97 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 45 

Beispiel 11-766 bis Beispiel 11-769 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-97 ersetzt 50 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 298 zusammengefaBt Tabelle 298 enthalt daruber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 55 
bezogen. 
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Tabelle 298 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 [im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-766 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-767 


Diphenyl jodoniuiri- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-768 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-769 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich t daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u,m erhalten wurde. 

Beispiel 11-770 bis Beispiel 11-773 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-97 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 299 zusammengefaBt. Tabelle 299 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 299 



45 
50 


Beispiel 


Photo s aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-770 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-771 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-772 


NAT- 105 

(Mi dor i Kagaku 

Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-773 


NAT . 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 u.m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-98 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butyimetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/20/50 zur Herstellung eines Gemisches verraischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-774 bis 11-781 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-98 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-774 bis Beispiel 11-777 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-98 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch irn Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 300 zusammengefaBt. Tabelle 300 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 300 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-774 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-775 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-776 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-777 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-778 bis Beispiel 11-781 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-98 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 301 zusammengefaBt. Tabelle 301 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 301 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
crenerator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 tim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-778 


Triphenyl— 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


20 


11-779 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


25 


11-780 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-781 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0 # 3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel H-99 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/55/20 zur HersteUung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-782 bis 11-789 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels H-99 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 

Beispiel 11-782 bis Beispiel 11-785 

Die HersteUung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-99 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 302 zusammengefaBt Tabelle 302 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 



65 
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Tabelle302 



Beispiel 


Photosaure- 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jLim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-782 


Triphenyl- 
sulfoniuxn- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-783 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-784 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-785 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 30 
0,15 jam erhalten wurde. 

Beispiel 11-786 bis Beispiel 11-789 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 35 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-99 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind inTabelle 303 zusammengefaBt Tabelle 303 enthalt daruber hinaus Angaben iiber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



45 



50 



55 



60 



65 
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Tabelle 303 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Aim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-786 


Tr i phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-787 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


-LJL — /oo 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-789 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-100 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
35 crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/50/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel IT-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlecenheit 
gegenuber PMMA. * 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f Qr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-790 bis 11-797 wurden chemisch verstMrkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-100 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-790 bis Beispiel 11-793 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM0O ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse smd in Tabelle 304 zusammengef aBt Tabelle 304 enthait darilber hinaus Angaben flber den 
55 yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 
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Tabelle 304 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ftm) % 


Atzrate 

(Relativ— 

wert) 


5 


11-790 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-791 


D ipheny 1 j odon i um- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-792 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0/3 


20 


11-793 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 u,m erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-794 bis Beispiel N-797 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-100 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 305 zusammengef aBt Tabelle 305 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 305 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-794 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat 


55. 


0,3 


11-795 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-796 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
CO, , Ltd, ) 


61 


0,3 


11-797 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-101 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-ButyImetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/45/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon gelost. Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74<>/o betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
is Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-798 bis 11-805 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-101 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-798 bis Beispiel H-801 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-101 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 306 zusammengefaBt Tabelle 306 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 Tabelle 306 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-798 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0/3 


45 


11-799 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-800 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


55 


11-801 


NAT . 105 
(Midori Kagaku 
Co,, Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-802 bis Beispiel 11-805 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-101 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
rmittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 307 zusammengefaBt. Tabelle 307 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 307 

5 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

( I MTTi ^ % 


Atzrate 
(Relativ- 

WC1 W J 


10 


JLJ_ © VI ^ 


Triphenyl- 

& UX1 Wl IX Li ILL 

triflat 


EC 


U , J 


15 


11-803 


Dipheny 1 j odoniuia- 


59 


0,3 




11-804 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-805 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 


25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-102 35 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert.-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/40/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gel6st. Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohl ens toff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-806 bis 11-813 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-102 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-806 bis Beispiel 11-809 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-102 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 308 zusammengefaBt Tabelle 308 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 



65 
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Tabelle 308 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-806 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11—807 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11—808 


NAT * 105 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-809 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 p,m erhalten wurde. 

Beispiel 11-810 bis Beispiel 11-813 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-102 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschildenen Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 309 zusammengefaBt. Tabelle 309 enthalt daruber hi n a us Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 309 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-810 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-811 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-812 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-813 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, da6 in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II- 103 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/35/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelost. Die erhaitene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit io 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 15 

In den folgenden Beispielen 11-814 bis 11-821 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-103 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-814 bis Beispiel 11-817 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-103 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 25 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 310 zusarnmengefaBt. Tabelle 310 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 310 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-814 


Triphenyl- 
sulf onium— 
triflat 


60 


0,3 


11-815 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-816 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 




11-817 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 nm erhalten wurde. 60 

Beispiel 11-818 bis Beispiel 11-821 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-103 ersetzt 65 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 311 zusammengefaBt Tabelle 311 enthalt daruber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

5 Tabelle 311 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-818 


Tr i pheny 1 — 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


20 


11-819 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


25 


11-820 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


30 


11-821 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 am 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel II 104 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butyhnetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/30/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gel6st Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegeniiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-822 bis II-829 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-104 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 

Beispiel 11-822 bis Beispiel 11-825 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-104 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 312 zusammengefaBt Tabelle 312 enthalt daruber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 



65 
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Tabelle312 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-822 


Triphexiyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-823 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-824 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


20 


11-825 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-826 bis Beispiel 11-829 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-104 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilde-ten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 313 zusammengefaBt. Tabelle 313 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 313 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xro) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-826 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0/3 


11-827 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-828 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-829 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd „ ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-105 

5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/25/50 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
is Copolymers gegenuber PMMA In den folgenden Beispielen 11-830 bis 11-837 wurden chemisch verstarkte 
Resists mit dem Copolymer des Synthesebeispiels II- 105 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-830 bis Beispiel II-833 

20 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-105 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet. 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
25 telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 314 zusammengefaBt Tabelle 314 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



Tabelle 314 

30 



35 


Beispiel 


Photosaure — 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-830 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 




11-831 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-832 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co*, Ltd.) 


61 


0,3 


50 


11-833 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

60 Beispiel 11-834 bis Beispiel 11-837 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-105 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
65 schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 315 zusammengefaBt Tabelle 315 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
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bezogen. 

Tabelle315 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Licntaurcn- 
lassigkeit 
(1 jitm) % 


(Relativ- 
wert) 


11-834 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trxf lat 


55 


0,3 


11-835 


Diphenyl jodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


11-836 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-837 


NAI * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-106 

35 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/20/55 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daS die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 40 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 45 

In den folgenden Beispielen 11-838 bis 11-845 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-106 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-838 bis Beispiel 11-841 

50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-106 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 55 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 316 zusammengefaBt Tabelle 316 enthalt dariiber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 



65 
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Tabelle316 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 vra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-838 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


15 


11-839 


Di phenyl j odoni um- 
triflat 


59 


0,3 


20 


II— 840 


NAT- 105 

V ilXUVJJL X JxCt^ClJ^U 

CO . , Ltd . ) 


bl 


0,3 


25 


11-841 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 p,m erhalten wurde. 

Beispiel 11-842 bis Beispiel 11-845 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-106 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 317 zusammengefaBt. Tabelle 317 enthalt daruber hinaus Angaben Ober 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 317 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-842 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-843 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-844 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-845 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



328 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1_I_> 



DE 195 25 221 Al 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-107 

In diesem Synthesebeispiel wurde ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemaB Synthesebeispiel II-l 
synthetisiert und auf seine Eigenschaften hin untersucht. 

Dazu wurden Menthylmethacrylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis von 30/70 vermischt, um 10 g des 
Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit 0,5 g Azoisobutyronitril ais Polymerisationsanspring- 
mittel in 40 ml THF gelost. 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt. AnschlieBend wurde die LGsung in einem Stickstoffstrom 9 h 
bei einer Olbadtemperatur von 60° C erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und im Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 gelost, worauf die erhaltene 
Losung auf ein Quarzplattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit fur eine ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegenuber PMMA, 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

Beispiel 11-846 bis Beispiel 11-849 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-107 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 318 zusammengefaBt Tabelle 318 enthalt darflber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 318 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li cht dur ch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-846 


Tr i phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-847 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-848 


NAT* 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


61 


0,3 


11-849 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0 7 3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 
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Synthesebeispiel 11-108 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaltnis 35/65 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
5 entsprechend Synthesebeispiel II- 107 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, urn die Transparenz hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
io sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

Beispiel 11-850 bis Beispiel 11-853 

is Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 108 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-3-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyI-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung des Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

20 Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 319 zusammengefaBt Tabelle 319 enthalt darQber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

25 Tabelle 319 



30 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /zm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-850 


Triphenyl- 
sulfoniuiti- 
triflat 


55 


0,3 


40 


11-851 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 
50 


11-852 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-853 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0/3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

55 

Synthesebeispiel 11-109 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaltnis 40/60 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
60 ntsprechend Synthesebeispiel II- 107 in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, urn die Transparenz hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA 
Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
65 sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA 
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Beispiel 11-854 bis Beispiel 11-857 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-109 und 3,3- Bis- 
4'-tert-butoxycarbony!oxynaphthalinyI- l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-3'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 5 
halinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung des Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 320 zusammengefaBt Tabelle 320 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den venvendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 10 
bezogen. 



Tabelle 320 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 um) % 


Xtzrate 
(Relativ- 
weirt ) 


11-854 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-855 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


11-856 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-857 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



40 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-l 10 

45 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaltnis 45/55 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 50 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

55 

Beispiel 11-858 bis Beispiel 11-861 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-l 10 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyIoxynaphthalinyI-l(3H)-isobenzofuranon durch S^-Bis-S'-tert-butoxycarbonyloxynapht- eo 
haIinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 321 zusammengefaBt. Tabelle 321 enthalt daruber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA es 
bezogen. 
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Tabelle321 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-858 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-859 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-860 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-861 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0/3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 u,m 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-111 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
35 crylsaure in einem Verhaltnis 50/50 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon geldst, ^'orauf die erhaltene L5sung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, um die DurchlSssigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 
Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
40 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt. Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA 

Beispiel 11-862 bis Beispiel 11-865 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-111 und 3, 
3-Bis-4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-6'-tert.-butoxycarbonyIox- 
ynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
50 ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 322 zusammengefaBt. Tabelle 322 enthalt darQber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Beispiel 


Photosaure- 
generator* 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 tim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-862 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-863 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-864 


NAT ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-865 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer Linienbreite von 
0,1 5 jxm erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel II- 1 12 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaltnis 55/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 35 
entsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberiegenheit gegeniiber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt. Hierbei zeigte es 40 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberiegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

Beispiel 11-866 bis Beispiel 11-869 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM 12 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-7'-tert.-butoxycarbonyIoxynapht- 
halinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 50 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 323 zusammengefaBt Tabelle 323 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle323 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 lira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-866 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-867 


D ipheny 1 j odon itra- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-868 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


25 


11-869 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II- 1 13 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
35 crylsaure in einem Verhaltnis 60/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 
Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
40 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt. Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 flir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

Beispiel 11-870 bis Beispiel II-873 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-113 und 3, 
3-Bis-4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-8'-tert-butoxycarbonyIox- 
ynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
50 ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 324 zusammengefaBt. Tabelle 324 enthalt daraber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-870 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-871 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-872 


NAT-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-873 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 iim erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel II- 114 

In diesem Synthesebeispiel wird ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemaB Synthesebeispiel 11-73 
synthetisiert und auf seine Eigenschaften hin untersucht 35 

Dazu wurden Menthylmethacrylat und Methacrylsaure in eirem Verhaltnis von 30/70 vermischt, urn 10 g des 
Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspring- 
mittel in 40 ml THF gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt. AnschlieBend wurde die Ldsung in einem Stickstoffstrom 9 h 40 
bei einer Olbadtemperatur von 60°C erwarmt. AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht. Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das. Produkt filtriert und im Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 gelost, worauf die erhaltene 
Losung auf ein Quarzplattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl 45 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegen- 
heit gegenuber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 50 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

Beispiel 11-874 bis Beispiel 11-877 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 55 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-114 und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-l'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit eo 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 325 zusammengefaBt. Tabelle 325 enthalt dariiber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 325 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-874 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-875 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11—876 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


25 


11-877 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-l 15 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
35 re in einem Verhaltnis 35/65 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel II-l 14 in Cyclohexanon geldst, worauf die erh^ltene Losung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 

Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

40 Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

45 Beispiel 11-878 bis Beispiel 11-881 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-l 15 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-2'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
so haIinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 326 zusammengefaBt Tabelle 326 enthalt daruber hinaus Angaben flber 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
55 bezogen. 
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Tabelle326 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-878 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-879 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-880 


NAT 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-881 


NAI- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jam erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel II-l 16 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederhoit, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
re in einem Verhaltnis 40/60 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 35 
Synthesebeispiel 11-114 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzpl&ttchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergletch zu der von PMMA ermittelt. Hierbei zeigte es 40 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA 

Beispiel 11-882 bis Beispiel 11-885 

45 

Die Herstellung chemisch versta>kter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-l 16 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3- Bis -3 7 -tert-butoxycar bony loxynaph t- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet. 50 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 327 zusammengefaBt Tabelle 327 enthalt dartiber hinaus Angaben tiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle327 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-882 


Triphenyl- 
sulfoniuro- 
triflat 


55 




15 


11-883 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-884 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-885 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co * , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-117 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
35 re in einem Verhaltnis 45/55 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel 11-114 in Cyclohexanon gelost, worauf die erhahene Losung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteliL Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegentiber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
40 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt. Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA. 

Beispiel 11-886 bis Beispiel 11-889 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-117 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthaliny!-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-4 / -tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthaIinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
50 ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 328 zusammengefaBt Tabelle 328 enthSlt daruber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

55 



60 



65 



338 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 Al 

Tabelle328 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


11-886 


Triphenyl- 
sulfoniuia- 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-887 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


11-888 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


20 


11-889 


NAI -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

Synthesebeispiei II- 1 18 

Das Vorgehen von Synthesebeispiei 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
re in einem Verhaknis 50/50 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiei 11-114 in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasforrnigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt. Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 



30 



35 



40 



Beispiel 11-890 bis Beispiel 11-893 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-118 und 3, 
3-Bis-4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyI-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-5'-tert-butoxycarbonylox- 
ynaphthaIinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der ge- 
schilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 329 zusammengefaBt. Tabelle 329 enthalt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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5 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-890 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-891 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-892 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-893 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
30 erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II- 1 19 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
35 re in einem Verhaltnis 55/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel II- 1 14 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
40 dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelL Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA 

Beispiel 11-894 bis Beispiel 11-897 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-119 und 3^-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-6 / -tert-butoxycarbonyloxynapht- 
haIinyI-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
50 ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 330 zusammengefaBt Tabelle 330 enthalt darQber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle330 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


11-894 


Tri phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-895 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-896 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd «. ) 


61 


0,3 


11-897 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

Synthesebeispie! 11-120 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
re in einem Verhaltnis 60/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel II-l 14 in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegeniiber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

Beispiel 11-898 bis Beispiel 11-901 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 120 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthaIinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-7'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
ha!inyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 331 zusammengefaBt Tabelle 331 enthalt dariiber hinaus Angaben iiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle331 



5 


Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-898 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-899 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


20 


11-900 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-901 


NAT * 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
30 erhalten wurde. 

Beispiel III 

In diesem Beispiel wurden als PhotosSuregenerator Verbindungen mit einem Terpenoid-Skelett verwendet, 
35 urn chemisch verstarkte Resists zu synthetisieren. Letztere wurden anschlieBend bewertet 

Synthesebeispiel III-l 

10 g Menthylmercaptomethan wurde in 30 ml Nitromethan geldst, worauf 54 g Jodmethan in die Losung 
40 eingetropft wurden. Die erhaltene Losung wurde 1 h bei Raumtemperatur verrUhrt und anschlieBend tropfen- 
weise mit einer Losung von 12 g Silbertrifluormethansulfonat in 200 ml Nitromethan versetzt Nach 15-stundi- 
gem Ruhren wurde das Produkt filtriert und anschlieBend eingeengt Nach der Zugabe von Ether wurde das 
Produkt schlieBlich abermals gefallt, wobei farbloses Menthyldimethylsulfoniumtriflat erhalten wurde. 

45 Synthesebeispiel IH-2 

24 g Methacrylsaure, 31 g Menthol und 15 g p-Toluolsulfonsaure in 500 ml Toluol wurden bei einer Olbadtem- 
peratur von 150°C 19 h lang auf RtickfluBtemperatur erwarmt Danach wurde das Reaktionsgemisch durch 
Zusatz einer salzgesattigten NatriumhydrocarbonatlSsung gequentscht Das Gemisch wurde mit Ether extra- 
50 hiert. Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natriumbicarbonatlosung, einer 
Natriumhydroxidlosung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammoniumchloridlosung gewaschen und 
schlieBlich uber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet Zuletzt wurde das erhalte- 
ne olige Produkt unter vermindertem Druck eingedampf t, wobei Menthylmethacrylat erhalten wurde. 

2,1 g Menthylmethacrylat und 0,4 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wurden in 6 ml 
55 Toluol gelost 

Die erhaltene Losung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach dreimal wiederholtem 20-minuti- 
gem Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h in einem Stickstoffstrom 
bei einer Olbadtemperatur von 70° C erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von 600 ml 
Methanol wurde mit Methanol abermals gefallt. Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
60 vermindertem Druck eingedampf t, wobei Polymenthylmethacrylat erhalten wurde. 

Bewertung des in Synthesebeispiel III-l erhaltenen Photosauregenerators: 
1 g Polymenthylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel III-2 und 0,1 g Menthyldimethylsulfoniumtriflat als Photo- 
sauregenerator wurden in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene L6sung in einer Filmdicke von 1 u.m auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen wurde. Der erhaltene Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Ex- 
65 cimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Films fur Licht 
einer Wellenlange von 193 nm nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 urn 50% betrug. 

Fur die Herstellung des Vergleichsbeispiels III-l wurde anstelle von Menthyldimethylsulfoniumtriflat im 
obigen Verfahren 0,1 g Triphenylsulfoniumhexafluorantimonat verwendet. AnschlieBend wurde 1 g Polyment- 
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hylmethacrylat zugegeben, worauf das erhaltene Gemisch in Cyclohexanon gelost wurde. Die Losung von 
Vergleichsbeispiel III-l wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit hiervon fiir einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Films fur 
Licht einer Welienlange von 193 nm nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 Jim 5% betrug. 

Wie aus diesen Ergebnissen ersichtlichlich, weist ,ein Photosauregenerator mit einem Terpenoid-Skelett selbst 5 
bei Verwendung in einer Konzentration von 10% eine hohe Lichtdurchlissigkeit fur Licht einer Welienlange 
von 193 nm auf, wahrend ein Photosauregenerator mit einem Benzolring eine sehrgeringe Lichtdurchiassigkeit 
besitzt 

In den folgenden Beispielen III-l bis 111-54 wurden chemisch verstarkte Resists mit verschiedenen Arten von 
Copolymeren und Menthyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator gemaB Synthesebeispiel III-l syn- 10 
thettsiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel III-l 

Menthylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure wurden in einem Verhaltnis von 30/30/40 zur 15 
Herstellung von 10 g eines Gemisches vermischt Letzteres wurde anschlieBend zusammen mit 0,5 g Azoisobuty- 
ronitril als Polymerisationsanspringmittel in 40 ml THF geldst 

Die erhaltene Losung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minutigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die Losung in einem Stickstoffstrom bei 
einer Olbadtemperatur von 60° C 9 h erwarmt. AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 20 
gequenscht. Nach aberrnaligem Ausfallen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und unter Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

2 g dieses Copolymers und 0,04 g Menthyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator wurden in 8 ml 
2-Ethoxyethyiacetat gelost. Die erhaltene Losung wurde in einer Dicke von 0,8 u.m auf ein Siliziumplattchen 
aufgetragen, bei einer Temperatur von 100°C vorgebrannt und mit einem ArF-Excimerlaserstrahl (40 mjcrn" 2 ) 25 
bestrahlt AnschlieBend wurde der Film in einer w&Brigen Tetramethylammoniumhydroxidlosung zur Ausbil- 
dung eines Musters entwickelt Letzteres wurde anschlieBend bewertet Hierbei zeigte es sich, daB ein Linien- 
und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,15 |xm erhalten wurde. 

Andererseits wurde das Copolymer in Cyclohexanon gelost, worauf die erhaltene Losung in einer Dicke von 
1 um auf ein Quarzplattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fiir einen ArF-Excimerlaser- 30 
strahl (1 93 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 70% betrug. 

Der Film wurde des weiteren auf seine Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohl ens toff (CF 4 ) 
untersucht. Die Bewertung der Trocken£tzbestandigkeit erfolgte unter den folgenden Bedingungen: 
Eingestellte CF 4 -Stromungsrate: 12,6 seem; 

Vakuum: 1,33 Pa; 35 
Mikrowellenleistung: 150 W. 

Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate des Films, verglichen mit der von PMMA, 03 betrug. 

In diesen Beispielen konnen das Monomer der allgemeinen Formel (2), tert-Butylmethacrylat (eine durch eine 
S&ure zu zersetzende funktionelle Gruppe) und Methacrylat (eine alkalildsiiche Gruppe) miteinander in einem 
beliebigen Verhaltnis vermischt werden, sofern die Mengen an diesen Komponenten innerhalb des gestrichelten 40 
Bereichs in Fig. 1 Iiegen. 

Beispiel III-2 bis Beispiel 111-54 

Das Vorgehen des Beispiels III-l wurde in den folgenden Beispielen III-2 bis 111-54 wiederholt, wobei anstelle 45 
des Copolymers des Beispiels III-l Copolymere verwendet wurden, die jeweils die in den Tabellen 332 bis 333 
dargestellten Komponenten enthielten. AnschlieBend wurden die Eigenschaften der Copolymere untersucht 
Die hier angegegebenen Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. In den Tabellen 332 bis 333 sind 
lediglich die Monomerkomponenten der allgemeinen Formel (2), ausgenommen tert-Butylmethacrylat und 
Methacrylsaure, dargestellt Das Copolymer in jedem dieser Beispiele wurde entsprechend Beispiel 1 syntheti- 50 
siert. 
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Tabelle 332 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

5 Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 /zm)% wert) 



III-2 


C i tr one 1 1 y lme thacr y 1 at 


70 


0,3 


III-3 


Pinocamphylmethacryrat 


71 


0,3 


III-4 


Geranylmethacrylat 


73 


0 . 3 


III-5 


Fenchylmethacrylat 


69 


0,3 


III-6 


Nerylmethacrylat 


70 


0 . 3 


III-7 


Bornylmethacrylat 


70 


0 . 3 


III-8 


Cinerylmethacrylat 


71 


0 , 3 


III-9 


P i ny lme thacr y 1 at 


73 


0 , 3 


111-10 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0.3 


III-ll 


Farnesylmethacrylat 


71 


0 ,3 


111-12 


Patschulylmethacrylat 


70 


0 3 


111-13 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0 3 


111-14 


Carotylmethacrylat 


69 




111-15 


Cadinylmethacrylat 


71 


0 T 


111-16 


Lancylmethacrylat 


70 


u , o 


111-17 


Eudesmvlmetliacrvlat 


71 


u # «* 


111-18 


Cedrylmetliacrylat 


69 


n 


111-19 


Gua jylmetliacrylat 




U , J 


111-20 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


111-21 


Pliytylmethacrylat 


68 


0,3 


111-22 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 


111-23 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


111-24 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


111-25 


Ferruginylmethacrylat 


70 


P,3 


111-26 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 


III-27 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 
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Tabelle333 





X'lUiiUiUCI Ucl ul X^ClUcXilCii 

Forme 1 (2) im Copolymer 


LiiL-IlLUUi CXI 

lassigkeit- 
keit (l /xm)% 


Atzraxe 

(Relativ- 

wert) 


5 


TTI-28 

-1- -A. -L CJ 


1*1 (=1 1 u-iijy l aL>l yiaU 


/ u 


0/3 


10 


III— 29 


wJL ux ui iciijr laui y xau 


7 1 
/ X 


0/3 




III— 30 






0/3 


15 


III— 31 


vjcjL dlljr iCtCrljrlctVr 




0,3 


III— 32 


f d I^lljr 1 QUI jr let C 


/ u 


0/3 




III— 33 


1*C=1 idol _y 1 d L~ 


/ U 


rt **> 
0/3 




III— 34 




7 1 

/ X 


rt *5 

0/3 


20 


III— 35 


f^ 1 "i ti qtv T ^f'T'wl 
^iiici y la^iyia L 


7 "3 


rt ^ 
0/3 




J 1 L «^ \J 


rinyiciLiyj.aL 


/ 2 


0,3 


25 


X 11 J / 


Ascariayiacryiat 


71 


0/3 


TTT_ -3 O 

XXX — O © 


Farnesylacrylat 


70 


0/3 




TTT -J Q 

xx x— j y 


Patschuly lacryiat 


68 


0,3 


30 


X XX — ft U 


Nerolidylacrylat 


69 


0/3 






carotyiacryiat 


71 


0,3 




TTT — A O 
XXX ft ^ 


taainyiacryiat 


70 


0,3 


35 


TTT— A** 


xancy i aery ia t 


71 


0/3 




TTT— A A 
ill ft ft 


Luaesinyi aery x a u 


69 


0,3 




TTT— A ^ 

111 ft 


Learyiacryiat 


68 


0 , 3 


40 


TTT-4.fi 

1 -1--L *r O 


vsua jyiacry ia t 


70 


0,3 




TTT-A7 
1 1 1 ft / 


j\essogxyjcoxy lacryiat 


68 


0,3 




TTT— A Q 
XXX — ft© 


irny ryiacryia u 


71 


0,3 


45 


T TT— A Q 

xxx— fty 


Sclary lacryiat 


71 


0,3 




TTT cc rt 
XXX— OU 


Many lacryiat 


72 


0,3 




111-51 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


111-52 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




111-53 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




111-54 


Sugy 1 acr y 1 at 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 jxm moglich war. 60 

Beispiel 111-55 bis Beispiel III-108 

In den folgenden Beispielen 111-55 bis IIM08 wurden als Photosauregenerator 0,04 g des in Synthesebeispiel 
III-l erhaltenen Menthyldimethylsulfoniumtriflats verwendet. Letzteres wurde zusammen mit 2g der in den 65 
folgenden Tabellen 334 bis 335 dargestellten Copolymere und 3,3-Bis-4'-tert-butoxycarbonylnaphthalinyl- 
l(3H)-isobenzofuranon als Ldslichkeitsinhibitor in 8 mi 2-Ethoxyethylacetat gelost Die so erhaltenen Produkte 
wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht Die hier angegebenen Atzraten sind auf diejenige von PMMA 
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bezogen. 

Tabelle 334 

5 Beispiel Monomer der allgemeinen Lichfcdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 jnn)% wert) 

10 





111-55 


Menthylmethacrylat 


70 


0 # 3 


15 


111-56 


ci trone 1 ly lmethacry lat 


70 


0,3 


111-57 


Pinocamphylmethacryrat 


71 


0,3 




111-58 


Geranylmethacrylat 


73 


0,3 


20 


111-59 


Fenchylmethacrylat 


69 


0,3 




111-60 


Nerylmethacrylat 


70 


0,3 




111-61 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 


25 


111-62 


Cinerylmethacrylat 


71 


0,3 




111-63 


Pinylmethacrylat 


73 


0,3 




111-64 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0,3 


30 


111-65 


Farnesylmethacrylat 


71 


0,3 




111-66 


Patschulylmethacrylat 


70 


0,3 




111-67 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0,3 


35 


111-68 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 




111-69 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 




111-71 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 


40 


111-71 


Eudesmylmethacrylat 


71 


0,3 




111-72 


Cedry lme thacry 1 at 


69 


0,3 




111-73 


Gua jy lmethacry 1 at 


68 


0,3 


45 


111-74 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 




111-75 


Phyty lmethacry 1 at 


68 


0,3 




111-76 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 


50 


111-77 


Many lmethacry lat 


71 


0,3 




111-78 


Hinokylraethacrylat 


72 


0,3 


55 


111-79 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 


111-80 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 




111-81 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 
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Tabelle 335 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

Jceit (l /zm)% wert) 



TTT— S !? 


l icsi l L-iij^ x d wx. jr x a. c 


7ft 




10 


TTT-RT 

xxx oo 


ui Li unei±yiacryia u. 


71 
/ X 


ft 




X XX o ft 


xrxnucajnpnyiaCxyxaT. 


7*3 


ft 0 
U , 0 




XXX OO 


oci QiiyiacryiaL 




ft 0 


15 


XX X oO 


r encnyiacryiat 


/ u 


ft 0 




TTT-A7 
XXX o / 


weryiacryiat 


/ LP 


ft "3 

0,3 


20 


TTT— PR 
XXX OO 


ooxrriy' x acryiaL 


71 
/ X 


ft **3 

0,3 




Lineryxacryiau 


7*3 


ft *3 

0,3 




TTT— on 
XXX — 3*U 


rinyiacryiau 


•7 

i *L 


0,3 


25 


TTT— Q 1 
X X X Z7 X 


Ascariayiacryiau 


/X 


ft *s 

0,3 




r arneSylaCryiat 


/U 


0,3 




xxx—y o 


ratscnuiyiacryiat 


£ O 
DO 


0,3 


30 


TTT — Q A. 
XXX Ht 


w ero 1 iuy 1 aery 1 at 


oy 


0,3 




TTT Q R 

XXX j Z> 


LaroLyiacryiat 


"7 1 

/ X 


ft *3 

0,3 




TTT 

xxx — y D 


caamyi aery x at 


*7ft 

/u 


0,3 


35 


TTT-Q7 

xxx y / 


TT QT%/™*xyT **** **** "1 « ■J— 

jjancyiacryiaL 


/ JL 


ft 0 
0,3 




TTT — Q ft 
X X J. 7s O 


riuuesinyiacryiat 


oy 


ft *3 
0,3 




TTT— QQ 
XXX y z? 


ueuryiacryiat 


DO 


0,3 


40 


III— 100 


Gua jylacrylat 


70 


0,3 




III-101 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 




III-102 


Phytylacrylat 


71 


0,3 


45 


III-103 


Sclarylacrylafc 


71 


0,3 




III-104 


Manylacrylat 


72 


0,3 




III-105 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-106 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-107 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-108 


Sugylacrylat 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0, 1 5 jim moglich war. 60 

Synthesebeispiel III-3 

Die in Synthesebeispiel III- 1 beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 
methan durch dieselbe Menge Citronellylmercaptomethan erseut wurde. Dabei wurde Citronellyldimethylsul- 65 
foniumtrifiat erhalten. 
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Beispiel III-109 bis Beispie! IIM62 

Das Vorgehen in den Beispielen III-l bis IH-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-3 
erhaltene Citronellyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 
5 misch verstarkte Resists erhalten, di auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 336 und 337 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 

Tabelle336 

10 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (i /an)% wert) 





III-109 


Menthylmethacrylat 


70 


0,3 


20 


III-110 


ci trone 1 ly lmethacryl at 


70 


0,3 




III-lll 


Pinocamphylmethacryrat 


71 


0,3 




III-112 


Geranylmethacrylat 


73 


0,3 


25 


III-113 


Fenchylmethacrylat 


69 


0,3 




III-114 


Nery lmethacryl at 


70 


0,3 


30 


III-115 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 


III-116 


Cinerylmethacrylat 


71 


0,3 




III-117 


Pinylmethacrylat 


73 


0,3 


35 


III-118 


As car idy lmethacryl at 


72 


0,3 


III-119 


Farnesy lmethacryl at 


71 


0,3 




III-120 


Pats chu ly lmethacryl at 


70 


0,3 


40 


III-121 


Nero 1 idy lmethacryl at 


68 


0,3 




III-122 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 




III-123 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


45 


III-124 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 




III-125 


Eudesmylmethacrylat 


71 


0,3 




III-126 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


50 


III-127 


Gua jylmethacrylat 


68 


0,3 




III-128 


Kes s og 1 ykoxy lmethacryl at 


70 


0,3 




III-129 


Phy ty lmethacryl at 


68 


0,3 


55 


III-130 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 




III-131 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 




III-132 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


60 


III-133 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-134 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 




III-135 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 



65 
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Tabelle337 



«JU JU 


* Aujiui lies jl uci. ai xy tsiuts Xllcll 

Formel (2) iia Copolymer 


xjx cxi uciurcri" 
lassigkeit- 
keit (l fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


III-136 


Menthvlacrvlat 




U / *5 


10 


III-137 


Citronel "Lvl acrvl at 


/ JL 


O / 3 




III-138 


«*- j- 2 iw^aai^iij J. QvL y xa w 


/ O 


0 f 3 


15 


•1. J- JL X. «^ -7 




69 


0,3 


III-140 


jf ei ioxijr ldv-/X. jxaU 


70 


0,3 




TTT- 141 

JL J- J- X*T J. 


AMtsx^Xaoxy XcL u 


70 


0,3 




III-142 


XJ WX. lljr j.ch^x. y JL d l_ 


/X 


0,3 


20 


III-143 


Cinervlarrvl =» +- 

^—X..! 1CJ. jr JLuVyJL JL CL l_» 


/ -5 


0,3 




III-144 


Pinvlacrvlat 

j. -i y x. tt^* x. y x. cx o 


*7 *5 


0,3 


25 


III-145 




71 


0,3 


III-146 


Fa rrtf^^vl Pir , T"\7 > T ^ +- 

x olxicov J.uL>jt y XAU 


/O 


0,3 




III-147 


■Ta 1^*11 LlJL j/ JLCIOJL y ±a t. 


68 


0,3 


30 


III-148 


■i » wx iuy X d wX ViaL 


69 


0/3 


III— 149 


V--CI JL \J *— X CLVwJL y XCl L. 


71 


0,3 




III-150 


C!af^i Tivl ai^y-Ti/T a +■ 

v^cn-tXiljr X aUl _y Xcx L- 


70 


0,3 


35 


III-151 


uaiXUjr X aUi. V X CI C 


71 


0,3 




III-152 


xj uuc oiiijv x av^i y j.dL 


69 


0,3 




II I -15 3 




68 


0,3 


40 


III-154 


Guaivl arrvl pa +• 


/U 


0,3 




III-155 


j^-^-^o jl jr j^wJtjr x uui y «La L 


0 
00 


0,3 




III-156 


Phvtvl arrvl +* 


7 1 
/X 


0,3 


45 


III-157 


SclaTvl afrvl =a +- 

•jv^ j«cii. jr .x> a. wx. y x.cx l» 


•7 1 
/X 


0,3 




III-158 


Manvl acrvl at 


7 O 


0,3 




III-159 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-160 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-161 


Totar y 1 a cr y 1 at 


70 


0,3 




III-162 


Sugy 1 a cr y 1 a t 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,1 5 \im moglich war. 60 

Beispi 1 IIM63 bis Beispiel III-216 

Das Vorgehen in den Beispielen 111-55 bis III- 108 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-3 
erhaltene Citronellyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 65 
misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften bin untersucht wurden. 

Die erhakenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 338 und 339 zusammengefaBt. Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle 338 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

s Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 /zm) % wert) 



10 


III-163 


Menthylmethacrylat 


70 


0,3 




III-164 


C i tr one 1 ly lmethacry 1 at 


70 


0,3 


15 


III-165 


Pinocamphylmefchacryrat 


71 


0 , 3 


III-166 


Geranylmethacrylat 


73 


0 , 3 




III-167 


Fenchylmethacirylat 


69 


0,3 


20 


III— 168 


Nervlmetha crvlat 


70 


O 3 


III— 169 


B o r Tk v 1 hi e t hi a a t* v 1 a t 


70 






III— 170 


C i ner v line thacr vl at 


71 


o 3 


25 


III— 171 


PinvlTnethacrvlat 


73 


n 3 




III-172 


Ascaridvlmethacrvlat 


72 






III-173 


Farnesvlmethacrvlat 


71 


0 3 


30 


III-174 


Patschulvlmethacrvlat 


70 






III-175 


Nerol idy lme thacry lat 


68 






III-176 


Caroty lmethacry lat 


69 


0 3 


35 


III-177 


Cadinvlmethacrvlat 


71 






III-178 


Lancy lmethacry lat 


70 


0 3 




III-179 


Eude s mv lme th acr v lat 


71 


n 3 


40 


III-180 


Cedry lme thacry lat 


69 


O 3 




ITT— 181 




Aft 

D o 


0,3 




III-182 


Kes s og 1 ykoxy lme thacry 1 at 


70 


0,3 


45 


III-183 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 




III-184 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 




III-185 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


50 


III-186 


Hinoky lme thacry 1 at 


72 


0,3 




III-187 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-188 


To tary lme thacry lat 


68 


0,3 


55 


III-189 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 



60 



65 
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Tabelle 339 



"R^ 1 c: t> 1 pi 


i v iui ii^/jji^ i uer d J. lyenisinen 
Formel (2) im Copolymer 


Licntuurcn" 
lassigkeit- 
keit (l /im)% 


> JL> ~ A JL, _ 

At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


5 


III-190 


Menth vl a crvl at 

A iwi A Wily JL U^^J*. V JL GL W 


/ CI 


0 , 3 


10 


III-191 


Ci tTonp.1 1 vl arrvl at 

v»J» LJ. 1 jr JLCLwl 1CL L* 


/ JL 


0,3 




IIT-192 

JL .J_ Jm Zf 


jl iJ.i<M?wcLiii£juiy laui jr la L- 


/ O 


0,3 


15 


111 -L -/ O 


ueialiyi aCiyiau 


69 


0,3 


111 1 17 *r 


p ciiuiiy i aery 1 a u 


70 


0,3 




TTT — 1 <5S 

111 1 -7 -J 


weryiacryiat 


70 


0,3 




TTT— 196 

JL JL JL JL ^ VJ 


x iy i aui yiaL 


/ 1 


0,3 


20 


TTT— 197 


^ iiicjl y luwiy ±aL 




0,3 




III-198 


Jt 1 1 ijr i a wx. j/ i ct l. 




0,3 


25 


TXT— 199 

JL J- JL JL ^/ J/ 


AdL/al lUjr ldv-»l ^ la. c. 


/J. 


0,3 


TTT— POO 

JU JL JL U U 


r cti ilc&ylacryiaL 


70 


0,3 




111 ^ V-r 1 


raLSCnuiyiaCryiaL 


68 


0,3 


30 


Ill £.UlO 


in ciuiiayiacryiat 


69 


0,3 




111 ^UJ 


Larouyiacryi at 


71 


0,3 




TTT— OO A 

1 1 1 ^ U *f 


Laainyiacryiat 


70 


0,3 


35 


111 ^ \j z> 


jbancyiacryiaL 


71 


0,3 




111 W D 


£iuaesiuyiacryiau 


69 


0,3 




TTT-9H7 
iii ^ \j / 


^earyiacryiat 


68 


0,3 


40 


HI— 208 


>^ J jr i ch-*jl y la L. 


/ O 


0,3 




TTT-209 

JL JL JL £m\J ^ 


AfcitsbuyiyKOXyiaCiylat 


68 


0,3 




JL JL JL ^Xu 


Jrtijr t.yiacryiac 


71 


0,3 


45 


TTT — PI 1 
in ^+11 


auiaryiacryiau 


71 


0,3 




TTT— P 1 P 
ill Z JL^ 


nanyiacryiaL 


72 


0,3 




III-213 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-214 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-215 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-216 


Sugy 1 aery 1 at 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 [im moglich war. 60 

Synthesebeispiel III-4 

Die in Synthesebeispiel III- 1 beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 
methan durch dieselbe Menge Pinocamphylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Pinocamphyldime- 65 
thylsulfoniumtriflat erhalten. 
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Beispiel III-217 bis Beispiel III-270 

Das Vorgehen in den Beispielen III-l bis IH-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-4 
erhaltene Pinocamphyldim ethyls ulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 
5 misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in d n folgenden Tabellen 340 und 341 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 

Tabelie340 

10 

Beispiel Monomer cier allgeiaeinen Lichtdurch- Xtzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 fxm)% wert) 

15 





III-217 


Menthylmethacrylat 


70 


0,3 


20 


III-218 


C itronel ly lmethacry lat 


70 


0,3 




III-219 


Pino camphy lme thacry rat 


71 


0,3 




III-220 


Geranylmethacrylat 


73 


0,3 


25 


III-221 


Fenchylmethacrylat 


69 


0,3 




III-222 


Nery line thacry lat 


70 


0,3 


30 


III-223 


Bo my lme thacry 1 at 


70 


0,3 


III-224 


Ci nery lme thacry lat 


71 


0,3 




III-225 


Pinylmethacrylat 


73 


0,3 


35 


III-226 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0,3 


III-227 


Farnesy lmethacry lat 


71 


0,3 




III-228 


Patschulylme thacry 1 at 


70 


0,3 


40 


III-229 


Nerolidylitiethacrylat 


68 


0,3 




III-230 


Car oty lme thacry lat 


69 


0,3 




III-231 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


45 


III-232 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 




III-233 


Eudesmylmethacryl at 


71 


0,3 




III-234 


Cedry lme thacry lat 


69 


0,3 


50 


III-235 


Gua jylmethacrylat 


68 


0,3 




III-236 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 




III-237 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-238 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 




III-239 


Many lmethacry 1 at 


71 


0,3 




III-240 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


60 


III-241 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-242 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 




III-243 


Sugy lmethacry lat 


70 


0,3 



65 
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Tabelle341 



Beispiel 


Monomer der allgemeinen 
Formel (2) im Copolymer 


Lichtdurch- 
lassigkeit- 
keit (1 /im)% 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 


T T T— . A A 


Men thy 1 aery 1 at 


70 


0,3 


10 




c 1 tronei xy x aery lat 


71 


0,3 




TXT— O A £L 
XXX - Z ftO 


Jrinocampnyxacryxat 


73 


0,3 


15 


X XX O / *7 

XXX— Z*k / 


Geranylacrylat 


69 


0,3 




X X X O yi o 


Fenchy lacry lat 


70 


0,3 




XXX O /! O 

XIX— 249 


Nery 1 aery 1 a t 


70 


0,3 


20 


XXX—2DU 


Bornylacrylat 


71 


0,3 


X X X_ 1 CI 

XXX— 2Dl 


Cinerylacrylat 


73 


0,3 




XXX__*> *1 

XXX— 252 


Pinylacrylat 


72 


0,3 


25 


III— 253 


Ascarxdylacrylat 


71 


0,3 




XXX— 254 


Farnesylacrylat 


70 


0,3 




III-255 


Pa t schuly lacry 1 at 


68 


0,3 


30 


III-256 


Nerolidylacrylat 


69 


0,3 




III-257 


Carotylacrylat 


71 


0,3 




III-258 


Cadinylacrylat 


70 


0,3 


35 


III— 259 


Lancy 1 aery 1 at 


71 


0,3 




III— 260 


Eudesmylacrylat 


69 


0,3 




III-261 


Cedr y 1 acr y 1 at 


68 


0,3 


40 


III— 262 


Gua jylacrylat 


70 


0,3 




III— 263 


Kessoglykoxyl aery lat 


68 


0,3 




X X T *-\ A 

III— 264 


Piiytylacrylat 


71 


0,3 


45 


III— 265 


S c 1 ar y 1 aery 1 at 


71 


0,3 




III-266 


Many lacry lat 


72 


0,3 




III-267 


Hinoky lacry 1 at 


70 


0,3 


50 


III-268 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-269 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-270 


Sugy lacry lat 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 moglich war. 60 

Beispiel III-271 bis Beispiel III-324 

Das Vorgehen in den Beispielen 111-55 bis III- 108 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel I II -4 
erhaltene Pinocamphyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 65 
misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaitenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 342 und 343 zusammengefaBt. Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle 342 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Xtzrate 

5 Fonael (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ 

keit (1 /zm)% werfc) 



10 


III-271 


Menthylmethacrylat 


70 


0,3 




III-272 


Citronellylmethacrylat 


70 


0,3 


15 


III-273 


P i no camphy lme thacr y r a t 


71 


0,3 


III-274 


Geranylmethacrylat 


73 


0 ,3 




III-275 


Fenchylmethacrylat 


69 


0 . 3 


20 


III-276 


Nerylmethacrylat 


70 


0,3 


III-277 


Bornylmethacrylat 


70 


0 , 3 




III-278 


C i ne ry lme thacry 1 at 


71 


0,3 


25 


III-279 


Pinylmethacrylat 


73 


0,3 




III-280 


Ascaridylme thacr yl at 


72 


0 ,3 




III-281 


Farnesylmethacrylat 


71 


0 . 3 


30 


III-282 


Patschuly Imethacrylat 


70 


0 . 3 




III-283 


Nero 1 idy lme thacry la t 


68 


0.3 




III-284 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 


jj 


III-285 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 




III-286 


Lancy lme thacry 1 at 


70 


0 3 




III-287 


Eudesmylmethacrylat 


71 


O 3 


40 


III-288 


Cedrylmethacrylat 


69 


0 ,3 




III-289 


Gua jy Imethacrylat 


68 


n 3 
u , o 




III-290 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


45 


III-291 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 




III-292 


Sclary Imethacrylat 


71 


0,3 




III-293 


Many lmethacry 1 at 


71 


0,3 


50 


III-294 


Hi noky lme thacr y 1 at 


72 


0,3 




III-295 


Ferruginy Imethacrylat 


70 


0,3 




III-296 


Totary Imethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-297 


Sugy Imethacrylat 


70 


0,3 



60 



65 
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Tabelle343 



Beispiel 


Monomer der allgemeinen 
Formel (2) im Copolymer 


Lichtdurch- 
lassigkeit- 
keit (l /im)% 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


5 


III-298 


Menthylacrylat 


70 


0,3 


10 


III-299 


Citronellylacrylat 


71 


0,3 




III-300 


Pinocamphylacrylat 


73 


0,3 


15 


III-301 


Ger any 1 a cryl at 


69 


0,3 




III-302 


Fenchylacrylat 


70 


0,3 




III-303 


Nerylacrylat 


70 


0,3 


20 


III-304 


Bornylacrylat 


71 


0,3 




III-305 


Cinerylacrylat 


73 


0,3 




III-306 


Pinylacrylat 


72 


0,3 


25 


III-307 


Ascaridylacrylat 


71 


0,3 




III-308 


Famesylacrylat 


70 


0,3 




III-309 


Pa ts chuly 1 aery 1 at 


68 


0,3 


30 


III-310 


Nero 1 i dy lacry 1 at 


69 


0,3 




III-311 


caroty lacry 1 at 


71 


0,3 




III-312 


Cadinylacrylat 


70 


0,3 


35 


III-313 


Lancylacrylat 


71 


0,3 




III-314 


Eude smy 1 aery 1 a t 


69 


0,3 


40 


III-315 


Cedrylacrylat 


68 


0,3 


III-316 


Gua jyl aery lat 


70 


0,3 




III-317 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 


45 


III-318 


Phy ty 1 aery 1 at 


71 


0,3 




III-319 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 




III-320 


Manylacrylat 


72 


0,3 


50 


III-321 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


III-322 


F errugi ny 1 aery 1 a t 


68 


0,3 




III-323 


Tot ary 1 acryl at 


70 


0,3 


55 


III-324 


Sugyl aery lat 


70 


0,3 





Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von eo 
0,15 [im moglich war. 

Synthesebeispiel III-5 

Die in Synthesebeispiel III-l beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 65 
methan durch dieselbe Menge Geranylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Geranyldimethylsulfoni- 
umtrif lat erhalten. 
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Beispiel III-325 bis Beispiel III-378 

Das Vorgehen in den Beispielen IIM bis 111-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel 111*5 
erhaltene Geranyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 
5 verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 344 und 345 zusammengefaBt. Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 

Tabelle344 

o 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (l jxm)% wert) 





III-325 


Menthylmethacrylat 


70 


0,3 


20 


III-326 


Citronellylmethacrylat 


70 


0,3 




III-327 


Pinocamphylmethacryrat 


71 


0,3 




III-328 


Geranylmethacrylat 


73 


0,3 


25 


III-329 


Fenchylmethacrylat 


69 


0,3 




IXI-330 


Nery lme thacry 1 at 


70 


0,3 


30 


III-331 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 


III-332 


Cinerylmethacrylat 


71 


0,3 




III-333 


P i ny lme thacry 1 at 


73 


0,3 


35 


III-334 


Ascar idy lme thacry 1 at 


72 


0,3 


III-335 


Farnesy lme thacry 1 at 


71 


0,3 




III-336 


Patschulylmethacrylat 


70 


0,3 




III-337 


Nero 1 idy lme thacry 1 at 


68 


0,3 


III-338 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 




III-339 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


45 


III-340 


Lancy lme thacry 1 at 


70 


0,3 




III-341 


Eudesmy lme thacry lat 


71 


0,3 




III-342 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


50 


III-343 


Gua j y lmethacry 1 at 


68 


0,3 




III-344 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 




III-345 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-346 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 




III-347 


Many lmethacry lat 


71 


0,3 




III-348 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


60 


III-349 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-350 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 




III-351 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 



65 
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Tabelle 345 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 /zm)% wert) 



III-352 


Menthvlacrvlat 


70 


U , J 




III-353 


Citrnnpl 1 vl arrvl at 

x^JL WJL ixi JL JL Jr JLClwJL V JLCL 


7 1 

/ JL 


U / -j 




III— 354 


Pi Tinr^w r*l"> \7 1 arrvl at 

XT JL J lULyQJllLjUXy JL CI wX. V JL CI O 


7*3 


0,3 




III-355 


«C1 diljf JLC&^JL Jr JL Ct C 


o ^ 


u , J 


15 


III-356 


Fenchvlacrvl at 


7n 


U , J 




JL X. JL mJ mJ / 


I'Ciy i aux jy jl cl w 


/ U 


0/3 


20 


III— 358 


XJ>tJx, 1 1 jr X. Cl V-»X Jr XCl L. 




0 f 3 


III— 359 


^xiJci y xaui. jlcl i— 


/ J 


0,3 




III— 360 


x JLIlj/ _L Ct L*»x. JL Cl L» 


/ Z 


0,3 


25 


U~ X. -L- u X. 


Abwax xuyiacjryxau 


/ i 


0,3 




III-362 


x ax, HKZ&y juci^x, y jlcl c 


/ u 


0,3 




Til— 363 

X JL JL <*J \J *J 


ra LDUiiuiy xauxy xau 


DO 


0,3 


30 


III— 364 


-L« wx (Jiiuy jlgli^x. y -L cl (_ 


oy 


0,3 




TTT— 3 6*5 

JL JL JL J O — ' 


CLx. U L—jr X CLOi.^Y X Cl C 


•7 1 


0,3 




III— 366 


v^c*vj.x.i iy xcll>x y xa. L 


/ u 


0,3 


35 


TTT-367 

JL JL JL O / 


JLia.iJ.oy XClv-*x7jjr JLct L. 


•7 *1 


0,3 




III— 368 


xiuucomy x cHwx y ictL 


©y 


0,3 




JL JL JL -J *J J 


1= U.XT J- cl CJL7 y X cl X- 


DO 


0,3 


40 


TTT-.^7fl 
JL 11 J / U 


bus jy laCry lat 


70 


0/3 




III-371 


Kessoglykoxy 1 aery lat 


68 


0,3 




III-372 


Phytylacrylat 


71 


0,3 


45 


III-373 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 




III-374 


Manylacrylat 


72 


0,3 




III-375 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-376 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-377 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-378 


Sugylacrylat 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,1 5 jxm moglich war. 60 

Beispiel III-379 bis Beispiel III-432 

Das Vorgehen in den Beispielen 111-55 bis IIM08 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-5 
erhaltene Geranyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 65 
verstarkte Resists erhalten,die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 346 und 347 zusammengefaBt. Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle346 



Beispiel Monomer der allgemeinen 
Formel (2) im Copolymer 



Lichtdurch- 
lassigkeit- 
keit (1 ^m)% 



Atzrate 

(Relativ- 

wert) 



1U 


-L. JL -L. *J / J 


iiciiLiiyxiuetnacryiau 


70 


0,3 




TTT-380 


1 *-x unei lyimeLnacryxaL 


70 


0,3 


15 


± J — L. *J> O X 


* xxiocampnyiiiieunacryrat 


71 


0,3 




J. J- JL mD Cj 


vjfcJXcijTTy liaeLllaCryiau 


73 


0,3 




X JL JL OO J 


r encnyiinetnacryiat 


69 


0,3 


20 


1X1 JtJ4 


jm e ry lie tnacry iat 


70 


0,3 


X X X O ©O 


i5C3 i riy i me Lin.a c r y i a X- 


70 


0,3 




XX X O O O 


i ner y inie unacry l a u 


7.1 


0,3 


25 


XXX JO/ 


jr i ny iiueuiiacr y i a u 


73 


0,3 




XXX *300 


ASCariayilueLliaCryiau 


72 


0,3 




xxx j <5y 


r arnesyimetnacrylat: 


71 


0,3 


30 


x ii"jyu 


FaTiscnuxyimetnacrylat 


70 


0,3 




TTT-1Q1 


Nerol idy Imethacry 1 at 


68 


0,3 




TTT-1QO 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 


35 


TTT ~* r> o 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 




TTT — OA 

in j y ft 


xjancyxmetnacrylat 


70 


0,3 




iii"jyj 


kuaesinyimetnacrylat 


71 


0,3 


40 


111 J y D 


Learyiiaetnacryiat 


69 


0,3 




X X x o y / 


wiia 3y ime ufiacryiat 


68 


0,3 




III-398 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


45 


III-399 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 




III-400 


Sc 1 ary Imethacry lat 


71 


0,3 




III-401 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


50 


III-402 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 




III-403 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-404 


Tot ary Imethacry lat 


68 


0,3 


55 


III-405 


Sugy Imethacry 1 at 


70 


0,3 



60 



65 
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Tabelle 347 



DcXSpicl 


nononier utri angeineinen 
Formel (2) im Copolymer 


ijicnuuuircn— 
lassigkeit- 
keit (1 /zm) % 


At z irate 

(Relativ- 

wert) 


5 


TTT-AHC 
lxl"4Ub 


nenLnyiacryiat 


70 


0,3 


10 


TTT-AH7 
X 11 4 \J / 


LiLroneiiyiacryiat 


71 


0,3 




TTT-AHS 
ill ftUo 


rinocaiupiiyiacryia l 


73 


0,3 


15 


111 ftU3 


beranyiacryiar. 


69 


0,3 


TTT-A1 O 

-1- -1- -L. *X J. \J 




/U 


0,3 




ill fill 


licryiacryiaw 


70 


0,3 


20 


111 *± 1 ^ 


x50i riy idcryiau 


■"7 1 

71 


0,3 


111 ft 1 0 


LineryiacryiaL- 


73 


0,3 




1 1 1 — ftl ft 


rinyiacryiat 


72 


0,3 


25 


111"41D 


Ascairidylacxtrylat 


71 


0,3 


TTT — AT £i 
111 4lD 


r ainesyiaciryxat 


70 


0,3 




T T T A t *7 

111—41 / 


Pat s chu ly lacary 1 at 


68 


0,3 


30 


lll~41o 


Ner"oliclylac3rylat 


69 


0,3 




111—419 


Carotylacrylat 


71 


0,3 




111 — 4*s U 


Lacunyiacryiat 


70 


0,3 


35 


TTT A O 1 

lll"4zl 


Li a n cy i aciry i at: 


71 


0,3 




TTT— A O *D 
111"4ZZ 


£jUde sirty ± aciry 1 at 


69 


0,3 




TTT— VI O O 
111— 4 Z J 


Cedrylacrylat 


68 


0,3 


40 


lll""4/i4 


Cjiia 3 y laciry lat 


70 


0,3 




TTT — A O 
lll"4z!) 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 




TTT — A O ^ 
111 


iriiy x.y i a ciry l an 


71 


0,3 


45 


TTT A O *7 

111—4^ / 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 




TTT — A O Q 
lll"*t60 


jyianyiaciryiat 


72 


0,3 




III-429 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-430 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-431 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-432 


Sugy 1 acr y 1 at 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 \xm mogiich war. 60 

Synthesebeispiel III-6 

Die in Synthesebeispiel III-l beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 
methan durch dieselbe Menge Fenchylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Fenchyldimethylsulfonium- 65 
triflat erhalten. 
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Beispiel 1 1 1-433 bis Beispiel III-486 

Das Vorgehen in den Beispielen III-l bis 111-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-6 
erhaltene Fenchyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 
5 verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 348 und 349 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 

Tabelle348 

10 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) iia Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (l /zm)% wert) 





XXX ft O O 


nenLnyimeuna cry I at 


70 


0,3 


20 


-l.J_.l- *x»Jt; 


LiLionei lyime unacryxat 


70 


0/3 




J- _1_ _l_ *± *_J 


±rj_nocampny±me unacryrat 


71 


0,3 




III— 436 


v^tsx. ciiiy xiue t-iiaciyjLa u 


73 


0,3 


25 




r encnyimetaacryiat 


69 


0,3 




III-438 


l^i ex y j.incuiiacryi a t 


70 


0,3 






xjornyiraetjiacryi at 


70 


0,3 


30 


XIX ffc ft \J 


winery xmetnacryl at 


71 


0,3 




XXX ft ft X 


ny xmetnacr y 1 a t 


73 


0,3 


35 


JU -JL J. •* "X ^ 


Ascariayimetnacrylat 


72 


0,3 


XXX *tftO 


r arnesyimetnacrylat 


71 


0,3 




XXX ft ft ft 


Farscnuiyimetnacryl at 


70 


0,3 


40 


XXX ft ft 3 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0,3 




XXX ft ft o 


v- ar oty xmetnacry 1 at 


69 


0,3 




TTT-AA7 

XXX~ftft / 


caainy lmetnacryl at 


71 


0,3 


45 


III— 448 


j-icti lL^^y liuBulaCryXou 


70 


0,3 




III-449 


Eudesmylmethacrylat 


71 


0,3 




III-450 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


50 


III-451 


Guajylmethacrylat 


68 


0,3 




III-452 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 




III-453 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-454 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 




III-455 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 




III-456 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


60 


III-457 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-458 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 




III-459 


Sugy lmethacry 1 at 


70 


0,3 



65 
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Tabelle 349 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 /zm)% wert) 



T T T A CO 


Menthylacrylat 


70 


0/3 


X T X — /I C 1 


citroneiiyiacryiat 


71 


0,3 


J- _L _L — 


rinocampnyiacryiat 


73 


0, 3 




Geranylacrylat 


69 


0/3 


III— 464 


Fenchylacrylat 


70 


0,3 


XII— 465 


Nerylacrylat 


70 


0,3 


III— 4 66 


Bornylacrylat 


71 


0,3 


TXT A /Z *7 

III— 467 


Cinerylacrylat 


73 


0,3 


XXX A /T fi 

III— 468 


Pinylacrylat 


72 


0,3 


XXX V! O 

III— 469 


Ascar i dy 1 aery 1 at 


71 


0,3 


XXX /| HA 

III— 470 


Farnesylacrylat 


70 


0,3 


III— 471 


Patschulylacrylat 


68 


0,3 


III— 472 


Nerolidylacrylat 


69 


0,3 


III-473 


Carotylacrylat 


71 


0,3 


III-474 


Cadinylacrylat 


70 


0,3 


III-475 


Lancy 1 acrylat 


71 


0,3 


III— 476 


Eudesmylacrylat 


69 


0,3 


III— 477 


Cedrylacrylat 


68 


0,3 


III— 478 


Gua jylacry lat 


70 


0,3 


III-479 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 


III-480 


Phytyl acrylat 


71 


0,3 


III-481 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 


III-482 


Many 1 a cry 1 at 


72 


0,3 


III-483 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


III-484 


Fer r uginy 1 acr y 1 at 


68 


0,3 


III-485 


Totaryl acrylat 


70 


0,3 


III-486 


Sugylacrylat 


70 


0,3 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 um moglich war. 

Beispiel IIM87 bis Beispiel III-540 

Das Vorgehen in den Beispielen 111-55 bis III-108 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-6 
erhaitene Fenchyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 
verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 350 und 351 zusammengefaBt. Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle350 



Beispiel Monomer der allgemeinen 
Formel (2) im Copolymer 



Lichtdurch- 
lassigkeit- 
keit (1 /zm)3 



At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 



IV 


III— 487 


Menthvl tnptharrvl a-h 


/ U 


U / J 




III-488 


Citronellvlwethacrvlat. 


/ \j 


U , o 


15 


III— 489 


xr i.iivjv^uiu j^/xxjy xiuc uxiavj. yxciw 


/ X 


U , J 


III-490 


Gfitanvlmetharrvl at 


/ o 


u 7 o 




III— 491 


Fsnchvl methapfvl a+" 


A Q 


0,3 


20 


III-492 


Nervlmethanrvl at 


/ u 


0/3 


III— 493 


Bornvl m^thi ar^T*\7l a +* 


/ w 


0,3 




III— 494 


v_~_i_i id. xitic Liiavi jr X d U~ 


71 
/X 


O , 3 


25 


III— 495 


jt xxijr xiuts L-iidoi. Xcl C 


/3 


0,3 


III— 496 




/ <i 


0/3 




TTT-AQ7 


1? ax XI tJ£>jy Xlllc CXXcl^X^y Xcl U. 


/ 1 


0,3 


30 


III— 498 


xr d u&uxxux.y xiue uxxctc-.x^y la u. 


/O 


0,3 




TTT-AQQ 

JL JL JL ft «? 


weroiiuyinietnacryiaL 


68 


0,3 




TTT— RHO 


a r o ry xme una cry lat 


69 


0,3 


35 


x xx oux 


i-aaxnyxmeT-nacryxaTi 


71 


0,3 




XXX 


LancyiifleLiiacryiat 


70 


0,3 




X XX O U J 


rjuaesiuyiiueLiiacryiau 


71 


0,3 


40 


XXX *)U*i 


LearyiineLnacryiaL 


69 


0,3 




TTT-cnc 

XXX 3 O i> 


«ud jyiiueunacryiat 


68 


0,3 




III-506 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


45 


III-507 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 




III-508 


S c 1 ar y Ime tliacry 1 a t 


71 


0,3 




III-509 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


50 


III-510 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 




III-511 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-512 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-513 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 



60 



65 .y 

j 
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TabeIIe351 



Beisr>iel 

XJ v— JU Jk/ .JU 


MonompT* H pr all cf^*m^in^r> 

VACS J. GIX X^ClltCXllCll 

Forme 1 (2) im Copolymer 


Til oVitdu rrh— 

JUJ Ju Wl L>ClUi. V^XX 

lassigkeit- 
keit (1 /im)% 


X ^ »7 4->q 

(Relativ- 
wert) 


5 


III-514 


Menthvlacrvlat 


70 


o ^ 


10 


III-515 


Ci tr onel 1 vlacrvl at 


71 

/ JU 


u / ^ 




III-516 


P i riocain*>}i vl a ci*vl at 


73 


n *^ 
u , J 




III-517 


Geranvlacrvl at 

v^^^ju u«*..i. Jt ju y j» u w 




u , J 


15 


III-518 


Fenclivlacrvlat 


70 


n ^ 




III-519 


Nervlacrvl at 

JU C* JL JU CI W 


7fl 


n *5 
U , J 


20 


III-520 


Born vlacrvl at 


71 


u , J 


III-521 


cinerylacrylat 


73 


o *5 




III-522 


Pinvlacrvlat 


72 


n ^ 


25 


III-523 


As car i dvl a crvl at 


71 

/ X 


n ^ 
0 / 3 


III-524 


Fames vlacrvl at 

» Jt A y JU Wfc JU V JU u «^ 


70 






TTT- 525 

■J_ -U JL «J 4& ■■J 1 


"Pa ^ ^r*Tii 1 1 \rT arwl »+• 


DO 




30 


III— 526 


llCL W Ju ju iJl V JU CL W ju V Ju A u» 


oy 


0 f 3 






n-*CIX VJ wjr X Ci^ju y J.O. !■> 


/ X 


0,3 




III— 528 


^atij.iijf Juciwju y jl cl 


/ u 


U , O 


35 


TTT— 52Q 


i-ictiit-i^y x ciq^jl _y x cl 


•71 
/X 


0,3 




III-530 


"Rli r\ a cjtti vl arrvl a*t~ 




0,3 




III— 531 


PprfT"vl arTvl a+* 

w w^A JL y Ju Ct WJU XuL 


DO 


0,3 


40 


III-532 


Gna ivl arrvl at 


70 


n -a 
□ , 3 




III— 533 

JU JU JL •mf -J 




Do 


0,3 




III-534 


Phvtvlacrvl at 


71 

/ X 


U , J 


45 


III-535 


Scl arvl aprvl at 

*jl/j.cij- y ju cl w jl _y j-O w 


71 
/ X 


0 , J 




TTT — 5 


l v lcliljy XaClv yXat 


/ z 


0,3 




III-537 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-538 


Ferruginy 1 acryl at 


68 


0,3 




III-539 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-540 


Sugy 1 a cr y 1 at 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 |xm moglich war. 60 

Verschiedene Arten von Photosauregeneratoren wurden synthetisiert, um sie zur Hersteliung von chemisch 
verstarkten Resists entsprechend den Beispielen III-l bis III- 54 und den Beispielen 111-55 bis III- 108 zu verwen- 
den. AnschlieBend wurde die Durchlassigkeit eines jeden so hergestellten Resists fiir einen ArF-Excimerlaser- 
strahl ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB jeder dieser Resists eine Lichtdurchlassigkeit fiir Licht einer Wellen- 
lange von 193 nm nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |xm im Bereich von 60—75% aufwies. Ferner 65 
wurde festgestellt, daB bei jedem Resist ein Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,15 |im 
gebildet werden konnte. 

Die Synthese dieser Photosauregeneratoren erfolgte in der in den folgenden Synthesebeispielen III-7 bis 
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111-30 dargestellten Weise. 

Synthesebeispiel III-7 

5 Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Nerylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Neryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel III-8 

io Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Bornylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Bornyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel III-9 

is Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Cinerylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Cineryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-10 

20 Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Pinylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Pinyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel IIM1 

25 Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Ascaridylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Ascaridyldimethylsulfoniumtriflat erhal- 
ten. 

Synthesebeispiel IIM 2 

30 

Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Farnesylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Farnesyldimethylsulfoniumtriflat erhal- 
ten. 

35 Synthesebeispiel III- 1 3 

Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Patschuiyldimercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Patschulylmethylsulfoniumtriflat er- 
halten. 

40 

Synthesebeispiel IIM 4 

Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Nerolidylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Nerolidyldimethylsulfoniumtriflat erhal- 
45 ten. 

Synthesebeispiel IIM 5 

Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
so dieselbe Menge Carotylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Carotyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel IIM6 

Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
55 dieselbe Menge Cadinylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Cadinyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel IIM 7 

Das Verfahren-von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
60 dieselbe Menge Lancylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Lancyldimethyisulfoniumtrifiat erhalten. 

Synthesebeispiel IIM 8 

Das Verfahren von Synthesebeispiel IIM wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
65 dieselbe Menge Eudesmylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Eudesmyldimethylsulfoniumtriflat er- 
halten. 
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Synthesebeispiel III- 19 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Cedrylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Cedryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-20 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Guajylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Guajyldimethylsuifoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-21 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Kessoglykoxylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Kessoglykoxyldimethylsulfonium- 
triflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-22 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Phytylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Phytyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-23 

Das Verfahren von Synthesebeispiels III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Sclarylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Sclaryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-24 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Manylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Manyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-25 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Hinokylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Hinokyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-26 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Ferruginylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Ferruginyldimethylsulfoniumtriflat 
erhalten. 

Synthesebeispiel 111-27 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Totarylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Totaryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-28 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Sugylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Sugyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-29 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Menthylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Dimenthylmethylsulfoniumtriflat erhal- 
ten. 

Synthesebeispiel 111-30 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Menthyljodid ersetzt wurde. Dabei wurde Trimenthylmethylsulf oniumtriflat erhalten. 

Wie oben ausgefuhrt, ist es erfindungsgemaS moglich, ein lichtempfindliches Material bereitzustellen, das eine 
sehr geringe Absorption fur Licht kurzer Wellenlangen aufweist und sich bezuglich Trockenatzbestandigkeit 
auszeichnet. Neben diesen Merkmalen zeichnet sich das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material bezuglich 
Warmebestandigkeit und Haftung an Substrat aus. 

Folglich laBt sich unter Verwendung eines erfindungsgemaBen licht empfindlichen Materials ein prazis ge- 
formtes feines Muster in der GrdBenordnung von 0,25 u.m ausbilden. 
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Das erfindungsgemaBe licht mpfindliche Material eignet sich insbesondere zur Ausbildung eines Musters 
unter Verwendung eines KrF-Excimerlaserstrahls und eines ArF-Excimerlaserstrahls. Ferner eignet es sich 
jedoch auch zur Ausbildung eines Musters unter Verwendung von i-Linien-Strahlung, tiefer UV-Strahlung, 
Elektronenstrahlung und Rontgenstrahlung. Folglich kann das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material in 
5 wirksamer Weise in der Lithographie bei der Herstellung von Halbleitervorrichtungen verwendet werden. Es 
besitzt folglich industrielle Anwendbarkeit. 



PatentansprOche 

io 1. Lichtempfindliches Material, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Verbindung mit einem Terpenoid- 

Skelett enthalt 

2. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Terpenoid-Skelett eine 
einwertige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1): 
Forme! (1) 



20 



25 




CH 3 



30 worin bedeuten: 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoff gruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein konnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Rest R l zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
35 konnen, beinhaltet. 

3. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit einer 
einwertigen Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe aus einem als Harzgrundlage dienenden und von 
mindestens einer Monomerverbindung der allgemeinen Formel (2) und/oder (3): 
Formel (2) 




worin bedeuten: 

R 3 eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel 
so (l)und 

R 4 eine AlkyI-, Carboxyl- oder Alkoxycarbonylgruppe oder ein Halogen- oder Wasserstoffatom; 
Formel (3) 



55 




60 worin R 5 und R 6 fur eine einwertige organische Gruppe oder ein Wasserstoffatom stehen und mindestens 

einer der Reste R 5 und R 6 eine Menthylgruppe oder eine Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) 
umfaBt, herruhrenden Polymer besteht. 

4. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit einem 
Terpenoid-Skelett eine mit einer Saure zersetzbare oder vernetzbare Gruppe enthalt und mit einem 

65 Photosauregenerator gemischt ist. 

5. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus einem 
von einer Monomerverbindung mit einer durch eine Saure zersetzbaren und vernetzbaren Gruppe der 
allgemeinen Formel (4): 
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S 14 




worin R 13 fur eine einwertige organische Gruppe steht und R 14 eine Alkylgruppe oder ein Halogen- oder io 
Wasserstoffatom darstelit, 

und einer Monomerverbindung der allgemeinen Formel (2) oder (3) herrtihrenden Copolymer oder einem 
aus einer Monomerverbindung mit einer durch eine Saure zersetzbaren oder vernetzbaren Gruppe der 
allgemeinen Formel (3) herruhrenden Polymer besteht und mit einem Photosauregenerator gemischt ist. 

6. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 5 t dadurch gekennzeichnet, daB das die Harzgrundlage 15 
bildende Copolymer oder Polymer eine von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe 
herriihrende Einheit umfaBL 

7. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photosaure- 
generator um eine Verbindung mit einem Naphthalinskelett handelt. 

8. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit dem 20 
Terpenoid-Skelett eine alkalilosliche Gruppe enthalt und mit einem Loslichkeitsinhibitor und einem Photo- 
sauregenerator gemischt ist 

9. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus einem 
von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe und einer Monomerverbindung der allge- 
meinen Formel (2) oder (3) herruhrenden Copolymer oder einem von einer Monomerverbindung mit einer 25 
alkaliloslichen Gruppe der allgemeinen Formel (3) herruhrenden Polymer besteht und mit einem Loslich- 
keitsinhibitor und einem Photosauregenerator gemischt ist 

10. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Ldslichkeits- 
inhibitor um eine Verbindung mit einer durch eine Saure zersetzbaren funktionellen Gruppe handelt und 
daB die als Ergebnis der Zersetzung erhaltlichen Produkte die Fahigkeit zur Erzeugung von — 0(C=0)— , 30 
— OS( = 0)2 oder — O— in Gegenwart einer alkalischen Losung besitzen, 

11. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photosaure- 
generator um eine Verbindung mit einem Naphthalinskelett handelt 

12. Lichtempfindliches Material, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Verbindung mit einer durch eine 
Saure zersetzbaren oder vernetzbaren funktionellen Gruppe ais Harzgrundlage und eine Verbindung mit 35 
einem Terpenoid-Skelett als Photosauregenerator enthalt 

13. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB das Terpenoid-Skelett eine 
einwertige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1): 

Formel (1) 

40 




45 



50 



CH 3 



worin bedeuten: 55 
R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein kCnnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxy!-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R ! zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
konnen, einschlieBt 60 

14. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photosau- 
regenerator um ein Sulfoniumsalz oder Jodoniumsalz jeweils mit einer Menthylgruppe oder Menthylderi- 
vatgruppe handelt 

15. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus 
einem von einer Monomerverbindung mit einer durch eine Saure zersetzbaren oder vernetzbaren funktio- 65 
nellen Gruppe der allgemeinen Formel (4): 

Formel (4) 
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Rl4 




O 



worin R 13 fur eine einwertige organische Gruppe steht und R 14 eine Alkylgruppe oder ein Halogen- oder 
Wasserstoffatom darstellt, 
io herriihrenden Polymer besteht. 

16. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus 
einem von einer Monomerverbindung mit einer durch eine Saure zersetzbaren und vernetzbaren Gruppe 
der allgemeinen Formel (4): 
Formel (4) 

15 



R 14 



20 




worin R 13 fur eine einwertige organische Gruppe steht und R 14 eine Alkylgruppe oder ein Halogen- oder 
Wasserstoffatom darstellt, 
25 und einer Monomerverbindung der allgemeinen Formel (2): 

Formel (2) 



R4 



30 




O 



35 worin bedeuten: 

R 3 eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel 
Formel (1) 




worin bedeuten: 

55 R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein konnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxy!-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
konnen, und 

60 R 4 eine Alkyl-, Carboxyl- oder Alkoxycarbonylgruppe oder ein Halogen- oder Wasserstoffatom, oder der 

allgemeinen Formel (3) 
Formel (3) 



65 
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worin R 5 und R 6 fur eine einwertige organische Gruppe oder ein Wasserstoffatom stehen und mindestens 
einer der Reste R 5 und R 6 eine Menthylgruppe oder eine Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) 
umfaBt, herriihrenden Copolymer oder einem von einer Monomerverbindung mit einer durch eine Saure io 
zersetzbaren oder vernetzbaren funktionelien Gruppe der allgemeinen Formel (3) herriihrenden Polym r 
besteht. . 

17. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daB das die Harzgrundlage 
bildende Copolymer oder Polymer eine von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe 
herriihrende Einheit umfaBt 15 

18. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB es zusatzlich eine Verbin- 
dung mit einer durch eine Saure zersetzbaren funktionelien Gruppe enthalt und die als Ergebnis der 
Zersetzung erhaltlichen Produkte die Fahigkeit zur Erzeugung von — 0(C = 0)— , — OS(=0)2 oder — O— 
in Gegenwart einer alkalischen Losung besitzen. 

19. Lichtempfindliches Material, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Verbindung mit einer alkalildslichen 20 
Gruppe als Harzgrundlage, einen Ldslichkeitsinhibitor und eine Verbindung mit einem Terpenoid-Skelett 

als Photosauregenerator enthalt. 

20. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB das Terpenoid-Skelett eine 
einwertige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1): 

Formel (1) 25 



30 



35 



40 

worin bedeuten: 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein konnen) einzein jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohienwasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 45 
konnen, einschlieBt 

21. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photosau- 
regenerator um ein Sulfoniumsalz oder Jodoniumsalz jeweils mit einer Menthylgruppe oder Menthylderi- 
vatgruppe handelt. 

22. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Loslich- 50 
keitsinhibitor um eine Verbindung mit einer durch eine S£ure zersetzbaren funktionelien Gruppe handelt 
und daB die als Ergebnis der Zersetzung erhaltlichen Produkte die Fahigkeit zur Erzeugung von 

— 0(C = O)— , — OS( = 0)2 oder — O— in Gegenwart einer alkalischen Ldsung besitzen. 

23. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus 
einem von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe und einer Monomerverbindung der 55 
allgemeinen Formel (2): 

Formel (2) 





O 

\ R 3 



worin bedeuten: 

R 3 eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel 

0): 
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Formel(l) 



Rl 




CH3 



worin bedeuten: 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R l (die gleich oder voneinander verschieden sein konnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxy!-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
konnen, und 

R 4 eine AlkyI-, Carboxyl- oder Alkoxycarbonylgruppe oder ein Halogen- oder Wasserstoffatom, oder der 
allgemeinen Formel (3): 
Formel (3) 



worin R 5 und R 6 fur eine einwertige organische Gruppe oder ein Wasserstoffatom stehen und mindestens 
einer der Reste R 5 und R 6 eine Menthylgruppe oder eine Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) 
umfaBt, herruhrenden Copolymer oder einem von einer Monomerverbindung mit einer alkaliloslichen 
Gruppe der allgemeinen Formel (3) herruhrenden Polymer besteht 
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